
년도 반도체 분야 신규지원 대상 연구개발과제 안내문2025

➀ 시장선도를위한한국주도형 기술개발사업 시장주도형 센서기술개발

➁ 신시장창출을위한수요연계시스템반도체기술개발

➂ 산업현장맞춤형온디바이스 반도체기술개발

➃ 화합물전력반도체고도화기술개발 상용화소자 및 모듈
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➄ 반도체첨단패키징선도기술개발 기술선도형첨단패키징기술개발

➅ 반도체첨단패키징선도기술개발 기술자립형첨단패키징기술개발

➆ 반도체첨단패키징선도기술개발 글로벌기술확보형첨단패키징개발
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➇ 민관공동투자반도체고급인력양성

➈ 인공지능반도체핵심기술개발
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시 장선도를위한한국주도형 센서기술개발사업K-

품목번호 센서 품목 일반2025-K - - -01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템 용 소자Sensor

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedcb gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
지반침하와 지하매설물 감지용 레이더 센서 및 이동체 탑재형 감지시스템 개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 5 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

개념 국민의 안전확보를 위해 지반침하 싱크홀 등 의 사전 감지와 지하매설물 상하수

도관 등 의 모니터링용 센서의 원천기술 확보와 감지시스템의 국산화

이동체에 탑재하여 도로 등의 지반침하와 지하매설물의 감지가 가능한 비접촉식 

레이더 센서 획득된 신호처리를 위한 송수신 모듈 및 레이더 센서의 운영을 위한 

이동체 탑재 가능한 감지시스템

지중 투과가 가능한 비접촉식 레이더 센서 기술을 활용하여 지중 감지 대상의 시각화와

연동을 통한 감지물의 깊이 위치 분석을 위한 감시시스템 기술

핵심 목표 스캔 폭 이상 감지물의 최소 감지 

면적 세계 최고

개발내용

지반침하 및 지하매설물 감지용 비접촉식 레이더 센서 개발

적용 주파수 수백 이상

안테나 개발 광대역 다중대역 기술 소형화와 지능형 안테나 재구성 기술 등 적용

전자기파 간섭 저감 및 차폐 기술 개발

 



- 5 -

레이더 센서 구동 및 신호처리를 위한 광대역 다중대역 트랜시버 모듈 개발

광대역 다중대역 레이더 시스템 구동을 위한 트랜스미터 회로 시스템 개발

레이더 센서 신호분석용 광대역 다중대역 복조 회로 시스템 개발

고속 변환 회로 시스템 개발

지반침하 및 지하매설물 조사용 고분해능 레이더 센서의 복합 운영 이동형 감지시스템 개발

데이터 처리와 분석을 통한 감지 깊이 프로파일 추출과 시각화 기술 개발

기반 와 영상정보 연동을 통한 침하 및 지하 매설물 위치정보 기술 개발

차폐형 패키징 및 하우징 개발

제작 결과의 테스트베드 또는 현장 적용 등을 통한 성능 검증

연구개발계획서 제출시 다음 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필요
이상 주행 이동체 시스템 데이터 획득 및 검증 최소 최대 감지 깊이 - 25km/h , ·

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 레이더 칩셋 및 모듈 제조 기술 은 반도체 분야의 핵심전략기술 로 

기술개발 지원이 시급함

기술적 측면 지중 환경용 고투과성 지중투과레이더 감지시스템의 핵심 

기술인 비접촉식 레이더 센서기술 은 선진기술의 의존도가 높아 국산화가 시급함

시장적 측면 비접촉 또는 비파괴 레이더 센서기술 기반의 감지기술은 제품의 

고장분석 시설물의 균열 감지 등 다양한 제품과 장비에 활용이 가능한 기술로 

수요가 증대되고 있음

사회적 측면 국민의 안전한 삶 확보를 위해 도로의 지반침하와 상하수도관 등

지하매설 시설물의 관리에 대한 필요성이 증대되고 있음

활용분야3. 

활용분야

비파괴 방식의 도로 및 지반의 안전 모니터링용 감지 시스템 

싱크홀 등 지반침하 도로 균열 등 감지 시스템

건설 및 조선 시설물 관리

콘크리트 구조물의 강건성 평가

도로의 아스팔트 포장 상태 분석

교량 갑판 상태 평가

국가 지하 매설물 관리
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상하수도관 도시가스관 통신 케이블 지중 전력선 등의 지하 매설물 위치정보 

기반 상태 모니터링 

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견기업

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여필수
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 신시장창출을위한수요연계시스템반도체기술개발

품목번호 신시장창출 품목 일반2025- - - -01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedcb gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
드론탐지를 위한 고출력 화합물 반도체와 융합 기반 고해상도 다중 빔 레이다 모듈 개발AI 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 5 [ ] 8 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

다양한 위협으로부터 국내외 중요 기반 시설을 보호하기 위한 드론탐지 레이다

의 성능 개선을 위하여 화합물 반도체 빔포밍 반도체 등 세계 최고 수준의 반도

체 부품 기술을 확보하고 다중 빔 레이다 모듈 설계 기술과 알고리즘을 융합

하여 표적 탐지 성능을 고도화함으로써 세계 최고 기술력을 통한 시장 진출

핵심 목표 드론 탐지 최대 거리 탐지 표적 드론 탐지 정확도 세계 최고

개발내용

원거리 드론 탐지를 위한 반도체 국산화 개발

 원거리 탐지를 위한 고성능 화합물 반도체 개발

레이다 빔포밍 동작을 위한 다기능 빔포밍 반도체 개발

반도체 전력 제어 및 전력 효율 개선을 위한 전력관리 반도체 개발

고출력 반도체 성능 열화 방지를 위한 고 방열 패키지 개발

레이다 트랜시버 모듈 및 초광각 안테나 개발

 다중 빔을 지원하는 트랜시버 모듈 개발

 저잡음 수신단 낮은 불요파 송신단 및 고 격리도 기술 개발

넓은 영역의 드론 탐지를 위한 초광각 안테나 개발

빔포밍 알고리즘 개발 및 적용
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드론 탐지 정확도 개선을 위한 레이다 신호처리 기술 개발

 탐지 거리에 따른 다중 빔 빔포밍 알고리즘

 또는 등 레이다 영상 신호처리 기술

클러터 분리 제거 탐지 알고리즘 및 이를 위한 파형 제어 기술 개발

융합기술을 활용한 향상된 탐지 알고리즘 기술 개발 

 다중 빔 신호 학습을 통한 탐지 알고리즘 개발

 레이다 이미지 학습을 통한 고 해상도 영상 기반 탐지 알고리즘 개발

원거리 드론 탐지를 위한 다중 빔 레이다 모듈 개발

배열 안테나 및 반도체 부품이 통합된 다중 빔 레이다 모듈 개발

개발된 레이다 모듈의 성능 검증 및 드론 탐지 성능 향상 알고리즘 적용 검증

연구개발계획서 제출시 다음 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필요
최대 탐지 거리 탐지 거리 해상도 최대 탐지 속도 탐지 속도 해상도 탐지 각도  - (km), (m), (km/h), (km/h), 
해상도 사용 주파수 대역(deg), (GHz)

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면

 초격차 프로젝트 모빌리티 에너지 가전용 화합물 전력반도체 개발 에서 화합물 

전력 반도체 및 시스템 반도체를 만드는 주제로 화합물 반도체와 전력반도체 

산업 생태계 개선에 기여

기술적 필요성

기존 드론탐지 반도체는 전량 해외에서 수입하고 있으나 본 제안을 통해 관련 시스템

반도체 국산화를 추진하며 그 개발 목표를 세계 최고로 설정함으로써 원거리 드론 

침투를 탐지할 수 있는 새로운 솔루션 제공

다중 빔을 갖는 하이브리드 빔포밍 레이다로 기술를 이용한 이미지 처리 

기능을 활용해 조류 풍선 등 오탐을 유발하는 물체와의 분별력 증가

레이다 이미지 영상의 학습을 통해 레이다의 오탐 확률을 지속적으로 개선하는 

차세대 레이다 개발

경제적 필요성

 드론 탐지 기술 시장은 년 기준 였고 성장률은 로 급성장하며 

년까지 의 시장규모를 보이는 새로운 기술 시장

사회적 필요성

 현재 국방부 등에서는 국가 주요 시설 방어를 위해 드론탐지 레이다 적용을 적극 

추진하고 있음

관련 시장은 미국 영국 이스라엘 등이 독점하고 있고 레이다에 사용되는 반도체 

부품은 미국이 독점하고 있는 실정
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국가 안보 강화 및 신시장 진출을 위해 해당 기술에 대한 개발 지원이 시급

활용분야3. 

활용분야

국방 및 위성용 레이다 반도체 부품으로 활용

국내 수출 중인 천궁 등 방산 기술에 적용되는 빔포밍 반도체애 사용

이미지를 처리하는 위성용 반도체로 사용 가능

반도체 부품 기술을 확보하여 및 모빌리티 통신용 반도체 부품으로 활용

차량용 고속 통신 시스템에 빔포밍 기능 적용 검토 추세에 따라 향후 모빌리티에 

적용 가능

의 주파수 후보 중 하나인 대역 이상에 빔포밍 기술 활용

개발된 반도체 및 신호처리 기술은 대용량 통신 기술에 적용 가능

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견기업

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수
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산업현장맞춤형온디바이스 반도체기술개발 AI

품목번호 온디바이스 품목 일반2025- - - -01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형
반도체소자 및 

시스템
SoC

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 첨단 시스템 반도체 강국 도약

프로젝트 주력산업 맞춤형 온디바이스 반도체풀스택 센서 모듈 시스템 기술 개발AI ( , , , ) 

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedcb gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
기반 상황 인지를 통한 제조 자동화 로봇용sVLM 
온디바이스 반도체 개발 및 실증AI 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 5 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

기존 전통적인 예 기반의 객체 검출 모델의 한계를 극복하고 제조 자동화

현장에서 인간과 로봇 간 협업 상황에 협동자의 행동을 즉각적으로 인지하고 

상황을 파악하여 생성형 언어로 대응할 수 있는 인간 상호작용에 최적화된 

모델 기반의 로봇 자체에 탑재가능한 

온디바이스 반도체 개발

핵심 목표 구동 가능한 이상 연산성능을 가진 

온디바이스 반도체 국산화

산정 근거   * : 구동이 가능한 시리즈의 최소 사양VLM Jetson Orin (20 TOPS)

개발내용

협동자 행동 인지 및 상황 파악 언어 대응을 위한 기술 개발

 제조 현장 협업 상황을 반영한 인간 로봇 상호작용 시나리오 구축

 인간 협업 중심 행동 인지 및 상황 파악을 위한 기술 개발

 상황 기반 생성형 언어 대응을 위한 기술 개발

 사용 목적 환경에 따른 변형 추론 기술 개발

제조현장에서의 학습용 데이터셋 구축
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 온디바이스화를 위한 경량화 모델 아키텍쳐 설계

구동을 위한 온디바이스 반도체 개발

 가속을 위한 개발 및 통합 플랫폼 설계

 반도체 시제품 제작 및 개발

는 과 언어 지원 필수

 제조 현장 실증을 위한 모듈 개발 및 제조 자동화 로봇 연동

제조 현장 실증을 통한 인간 로봇 협업 환경 실현 및 맞춤 서비스 개발

 실 환경에서의 인간 로봇 협업 실증 및 성능검증

 기반 서비스 개발

 실증 시나리오 및 서비스 다변화를 통한 사업화 방안 구축

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필요
반도체 연산성능 반도체 시스템 소비전력 구동 가능한 파라미터수 십억 개 - AI (TOPS), AI (W)*, sVLM (B, ), 

추론 속도 추론 전력효율 경량화 후 정확도 국제공적표준화 관sVLM (Token/s), sVLM (Token/s/W)*, (%), 
련 제안 등(ISO, IEC )
소비전력은 및 메모리 등 구동에 필요한 시스템 보드 전체의 소비전력 기준   * SoC sVLM ( ) 

  ※ 적용 별 최적화된 연산성능 소비전력 및 파라미터 수 추론속도 전력효율 제시 및 근거 필요Application , , , 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면

 로봇과 를 융합한 협업 시스템을 통하여 산업지능화 및 제조업 경쟁력을 강화

 협동 로봇을 통해 제조 현장에서 사람과 로봇이 안전하게 협업할 수 있는 환경 조성

기술적 필요성

 기반 협동 로봇용 반도체를 통한 초고속 처리

 시각적 데이터를 바탕으로 상황을 이해하고 그 정보를 실시간으로 작업자에게 전달할 

수 있는 기반 반도체의 실시간 구동을 위해서는 전용 가속 및 통합 

개발이 필수적

경제적 필요성

 년에는 글로벌 협동 로봇 시장 규모가 약 억 천만 달러였으며 년에는 

억 천만 달러로 성장할 것으로 예상

 스마트 팩토리의 핵심요소로 향후 제조업의 디지털 전환을 위하여 필수적

사회적 필요성

 년에는 글로벌 협동 로봇 시장 규모가 약 억 천만 달러였으며 년에는 

억 천만 달러로 성장할 것으로 예상

 스마트 팩토리의 핵심요소로 향후 제조업의 디지털 전환을 위하여 필수적
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활용분야3. 

활용분야

산업 자동화 및 로봇 공정 시장 등

기반 협동 로봇은 자동차 전자제품 조립 등 다양한 산업분야에 적용 가능

서비스 로봇으로 고객 서비스 물류 지원을 위해 물건을 옮기거나 정보를 제공

협동 로봇 플랫폼으로 실시간 데이터를 처리하여 작업자와의 협업을 통한 생산성 증대

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견기업

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수
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품목번호 온디바이스 품목 일반2025- - - -02 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형
반도체소자 및 

시스템
SoC

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 첨단 시스템 반도체 강국 도약

프로젝트 주력산업 맞춤형 온디바이스 반도체풀스택 센서 모듈 시스템 기술 개발AI ( , , , ) 

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedcb gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
불량 검출을 위한 실시간 대면적 비전 검사용 온디바이스 반도체 기술개발 및 실증AI 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 5 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

작업자의 육안 검사를 통한 불량 검사 오류를 개선하고자 대면적 피검사체를 

대상으로 다수의 고해상도 카메라 데이터 기반 온디바이스 반도체 및 대면적 

머신 비전 플랫폼 개발

다수의 고해상도 카메라 입력에 대해 실시간으로 비정형 비전 검사를 수행하고

단일 대면적 이미지를 합성하여 결함 위치를 정확하게 판별하는 모델 가속이 

가능한 현장 인라인 머신 비전 장비용 플랫폼

핵심 목표 온디바이스 기반 대면적 불량검출률 이상 세계 최고

개발내용

과검출율을 효과적으로 조정 가능한 비전 검사 기술 개발

정량적 목표를 달성할 수 있는 대면적 결함 검출 알고리즘 개발

비전 검사 알고리즘 학습을 위한 대면적 데이터 구축

고해상도 이상 다채널 카메라를 동시에 처리하기 위한 고속 알고리즘 개발

대면적 이미지 실시간 정합 기술 개발

고해상도 다채널 카메라의 비전 고속 처리 온디바이스 개발

저지연 동작을 위한 카메라 인터페이스 및 구조 설계
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검출 성능 개선을 위한 화질 개선용 전처리 개발

다채널 카메라 실시간 동시 지원을 위한 개발

온디바이스 를 탑재한 검사 처리 모듈 개발

온디바이스 기반의 대면적 머신 비전 플랫폼 개발 

자동화 환경 기반 실시간 검사 지원 플랫폼 환경 구축

검사 소프트웨어 개발 및 운용 최적화

다채널 고해상도 카메라 기반 비전 검사 시스템 실증

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필요
가속기 연산효율 결함인지 종류 정확도 소요시간 등 - AI (TOPS/W), , , 

대면적 수치와 처리속도 센서 사양과 갯수 데이터 확보 방안 및 수량 등 - (PPM, Parts per minute), , 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면

제조 현장은 기술뿐만이 아니라 까지 포함된 솔루션 공급이 필수인 

분야로 본 기술 개발을 통해 우수 기술 확보뿐 아니라 반도체 기술의 산업 현장

적용 사례 발굴을 통해 국산 반도체 사업화에 기여가 가능한 분야임

기술적 측면

기존의 소형 피검사체에 활용되는 머신 비전 검사 장비 및 기술을 그대로 도입하기에는

어려움이 있으며 다수의 카메라 입력 영상 정합과 실시간 동시 검출 가속을 통해

정확한 결함 위치 파악이 가능한 비전 검사 기술과 전용 반도체 제작 그리고 

적용 검사 장비와 개발 플랫폼의 개발이 필요

비전 검사 기술은 대부분 기반 솔루션으로 제시되고 있어 제조 현장의 인프라

구축 어려움 등으로 인해 여전히 높은 점유율을 보여주고 있지 못하며 자동화 라인

도입을 위해서는 전용 하드웨어 도입이 필수적으로 요구되고 있음

제조 현장의 경우 처리 지연 에 민감하여 클라우드 서비스를 통한 기술

적용은 불가능하며 초고화소 카메라 이미지를 연결하여 실시간 다수 카메라 동시 

검출 가속을 통한 전용 비전 검사를 위한 온디바이스 플랫폼이 필요

시장적 측면

비전 검사 기술은 다양한 산업 분야에서 품질 관리와 결함 검출을 위한 핵심 기술로 

보급이 확대되고 있으며 기존의 반도체 등 주로 소형 피검사체를 대상으로 

제안된 기술과는 달리 자동차 제조와 디스플레이 패널 조선 등을 국가 핵심 산업

으로 보유하고 있는 우리나라에서는 최근 대면적 피검사체에도 비전 검사를 적용

하고자 하는 움직임이 활발함

국내 주요 산업인 자동차 디스플레이 패널 등 제조의 효율성 증대와 경쟁력 강화를

위해 본 과제의 기술 개발이 시급하며 개발 완료 시 제조 현장에서 높은 활용도를 
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가질 것으로 예상됨

사회적 측면

국내 주요 산업인 자동차 디스플레이 패널 섬유 조선 등 제조 분야에 기술을 

접목하여 국내 제조 경쟁력 확보가 가능하고 대면적 피검사체가 많은 차량 조선 

등의 부품용 레퍼런스 확보를 통해 관련 기술 분야 선도 가능

활용분야3. 

활용분야

머신 비전 검사 장비

자동화 프로세스를 위한 머신비전 시스템과 센서 소프트웨어와 함께 표면 검사 

통합 시스템

다수 제조업체가 제작한 카메라 프레임 그래버 및 비전 라이브러리를 포함하는 

비전 시스템

표면 외부 도장 또는 대면적 패널 등의 오류 검출용 비전 시스템

물체 인식 및 분류 분석 체적 계산 제품 등 검사 을 위한 비전 솔루션

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견기업

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수
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품목번호 온디바이스 품목 일반2025- - - -03 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형
반도체소자 및 

시스템
SoC

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 첨단 시스템 반도체 강국 도약
프로젝트 주력산업 맞춤형 온디바이스 반도체풀스택 센서 모듈 시스템 기술 개발AI ( , , , ) 

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedcb gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명 제조생산설비의 로봇 상태감지 및 고장예지를 위한 온디바이스 반도체 개발 및 실증AI 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 5 [ ] 7 )〜
개념 및 개발내용1. 

개념

제조생산설비에 사용되는 로봇의 관리 효율성을 높이고 사용 수명을 늘려 생산, 

효율을 증대시키며 고장이나 오동작으로 인한 안전 사고까지 예방할 수 있도록 , 

로봇의 상태를 인지하고 로봇 주요 부품들, *의 이상탐지 상태인지 및 고장예지가 , 

가능하며 실시간으로 과열이나 급발진 발생시 제어까지 가능한 온디바이스 를 , AI

활용하는 예지보전시스템 에 적용할 전용 PHM(Prognostics and Health Management)

개발AI SoC 

핵심 목표 제조생산설비 핵심부품의 고장진단 및 잔존수명예측이 가능한 

온디바이스 반도체 세계 최고

개발내용

제조생산설비 로봇의 상태감지 및 고장예지를 위한 온디바이스 모델 알고리즘  AI ㅇ 

및 데이터셋 확보기술 개발

제조생산설비 로봇과 로봇 주요 부품들의 정상 고장징후 이상 및 기계적 동작과   - , ( ) 

전자 신호의 통합 분석을 통한 고장 모드 정의

  - 고품질 학습용 데이터 생성을 위한 디지털 트윈 개발 HW-SW Co-Simulation 

제조생산설비 로봇과 로봇 주요 부품들의 각 정상 고장징후 고장모드에 대한   - , , 

측정 방법 도출 및 센서의 종류와 장착 위치 최적화를 통한 실측 데이터 수집

개발된 디지털 트윈 기반의 생성 데이터와 제조생산 부품들의 실측 데이터와의   - 
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정합도 향상 연구

수집 데이터에 기반해 로봇 및 주요 부품들의 상태진단 이상탐지 고장예지 및   - , , 

수명예측 모델 개발AI 

  - 핵심부품 수명 모델 개발과 잔존수명예측 상태기반 정비 및 예측기반 정비 기술 개발

제조생산설비 로봇의 과열 급발진 등 긴급 상태 이상이 생겼을 시에 로봇을 긴  - , 

급제어하는 안전사고 예방 알고리즘 개발

 ㅇ 제조생산설비 로봇의 상태감지 및 고장예지를 위한 용 온디바이스 개발PHM AI SoC 

멀티센서기반 신호처리를 위한 전처리 신호처리 회로 및 로직 개발  - AI 

제조생산설비 로봇과 로봇 주요 부품들에 장착된 센서 데이터에 기반하여 상태  - 

인지 이상탐지 및 고장예지 모델들 및 긴급정지 알고리즘의 멀티모델 구동이 , AI 

가능한 용 온디바이스 개발PHM AI SoC 

개발한 용 에서 온디바이스 알고리즘들을 원활히 구동할 수 있도  - PHM AI SoC AI 

록 전용 개발SoC SDK 

개발한 용 를 에 탑재할 수 있도록 온디바이스 모듈 개발 및   - PHM AI SoC PHM AI 

모듈 구동을 위한 전용 개발BSP 

제조생산설비에서의 로봇 상태감지 및 고장예지를 위한 온디바이스 실증 AI PHM ㅇ 

실제 제조생산설비 로봇에 개발된 가 장착된 을 실증  - AI SoC PHM

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
연산효율 다종센서 데이터 처리 개수 디지털 트윈기반 생성데이터 정확도 고장모드의 정의와  - (TOPS/W), , , 
개수 분류 정확도 잔존수명예측 정확도 멀티모델 구동 가능 여부 국제공적표준화 관련 제안 등, , , , (ISO, IEC )

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면

  접목을 통해 국내 제조업의 고부가가치화 달성 산업부는 년 월 발표한 - AI : 24 5

자율제조 전략 에 기초해 제조 공정에 를 접목한 생산고도화와 ‘AI 1.0’ , AI

자율화를 촉진중이며 생산 시스템의 고장진단 및 잔존 수명 예측 기반의 상태, 

정비 기술은 자율제조 구현을 위한 핵심 기술의 하나임 가 적용된 을 . AI SoC PHM

통해 제조생산설비 로봇의 상태측정 및 고장예지 시 설비 로봇 관리비를 줄이고 

사용연한을 늘릴 수 있어 국내 제조업의 생산효율성을 높여 고부가가치화 촉진 가능, 

기술적 측면

로봇의 복잡한 구조와 다양한 고장 양상에 대응 필요 제조생산설비 로봇은 점차   - : 

다양한 기능을 수행하도록 구조가 복잡해지고 있어 고장 양상 또한 다양해짐. 

따라서 기술을 활용하여 예기치 못한 고장 양상까지 대응할 필요성 증가, AI 

전용 로 온디바이스 구동 필요 는 모델 연산량 등의 이유로   - PHM AI SoC AI : AI

보통 클라우드에서 실행되나 제조생산설비 데이터는 기업고유의 자산이기에 보, 

안 문제로 클라우드 사용이 제한됨 또 기존 범용 를 사용하기에는 각 . , AI SoC
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제조환경과 시스템에 맞는 추가개발 소요가 큼 따라서 제조생산설비 로봇용 . , 

전용으로 온디바이스 개발이 필요PHM AI SoC 

시장적 측면

  제조생산설비 로봇 전용 개발의 어려움 제조생산설비 로봇을 위한 - PHM SoC : 

전용 개발의 필요성은 제조 기업이나 로봇 기업 모두 공감하나 의 PHM SoC , SoC

개발은 이들 업체가 감당하기 어려운 많은 비용과 연구인력이 수반됨 따라서. , 

정부지원을 통해 집중적인 연구개발 수행 필요

  - 여러 산업으로의 파급 효과 제조생산설비 로봇은 전기전자 자동차 식음료 등 : , , 

모든 산업의 생산설비에 사용되고 있으므로 이를 위한 전용 개발은 국내 , PHM SoC 

모든 산업의 생산효율성 증대 

사회적 측면

  - 제조현장 안전사고 예방 를 적용한 을 활용시 제조생산설비의 이상: AI SoC PHM

이나 고장을 사전에 감지하고 상태감지를 통해 사고 직전에 로봇을 제어해 안전 , 

사고를 예방할 수 있어 산업재해를 줄이고 안전한 작업환경 구축에 기여, 

활용분야3. 

활용분야

국내외 각종 제조생산설비에 활용

자동차 조립 생산라인의 각종 제조 설비 및 생산용 로봇에 활용  - 

가전을 포함한 각종 전자제품 및 세트 제조 업체 생산라인에 활용  - 

기계 및 장비 제조업 제조 생산 설비 및 로봇에 활용  - 

식음료 제조업 생산라인의 각종 제조 설비 및 로봇에 활용  - 

화학물질 및 화학제품 제조업의 각종 제조 설비 및 로봇에 활용  - 

제조생산설비 로봇용 기능 표준화에 활용

제조생산설비 로봇의 이상탐지 상태인지 고장예지 및 수명예측을 할 수 있는   - , , 

관련 기술 표준화에 기여PHM 

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견기업

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수
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품목번호 온디바이스 품목 일반2025- - - -04 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형
반도체소자 및 

시스템
SoC

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 첨단 시스템 반도체 강국 도약

프로젝트 주력산업 맞춤형 온디바이스 반도체풀스택 센서 모듈 시스템 기술 개발AI ( , , , ) 

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedcb gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
전기화재 예측을 위한 온디바이스 반도체 기술개발 및 실증AI 

시작 단계 (TRL : [ ] 5 〜 종료 단계[ ] 7 )

개념 및 개발내용1. 

개념

스마트 계량기 완속 충전기 등에 탑재 되어 전력선의 전류 및 전력을 실시간 모니

터링하며 화재 위험성을 예측하는 온디바이스 를 개발하여 전기화재 위험을 

조기에 인지하여 대처할 수 있는 시스템 구현

핵심 목표 온디바이스 기반 종: AI 3※ 누설전류 과전류 아크 발생 등( , , ) 이상의  
전기화재 검지 국산화( )

개발내용

전기화재 분석을 위한 데이터셋 구축 및 경량 모델 개발

실시간 전압 전류 전력에 따른 위험 상황 분석 기술 개발

위험 상황별 전기화재 위험성 예측을 위한 데이터셋 구축

데이터분석기 및 모델 개발이 가능한 플랫폼 개발

실시간 모니터링 기반 화재 예측용 모델 개발

기반 전기화재 예측이 가능한 온디바이스 개발

화재 예측을 위한 모델 구동용 개발

분석 데이터 전송을 위한 외부 통신 인터페이스 개발
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보안 기능을 위한 난수발생기 기능 개발

및 메모리 연동을 통한 통합 개발

    

모듈 간 상호 통신 연동을 위한 온디바이스용 개발

스마트 계량 모듈 개발 및 전기화재 예측 시스템 실증

온디바이스 및 보안 통신 기능을 탑재한 모듈 개발

실시간 데이터 확보 및 현장 시험이 가능한 테스트베드 구축

수요처 연계 기반 시험 방안 마련 및 성능 분석 도출

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필요
화재위험 예측 정확도 위험 상황 종류 종 - (%), ( ), 구동 신경망 종류 종 최대 신경망 파라미터 수( ), , NPU 
연산성능 전력효율 소비전력 지원 통신 규격 지원 보안 규격 데이터 확보 방안, NPU , , , , , 국제공적표준화 
관련 제안 등(ISO, IEC )

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 년부터 환경부는 화재 예방형 완속충전기 설치를 요구하고 있으며

이로 인해 국내에 많은 수요 발생

기술적 측면 를 사용하여 전기 화재 예방 시스템을 

구축하려는 연구가 활발하게 국내외에서 진행 중

시장적 측면 전기차 충전기 제어를 위한 는 와 같은 외국의 회사들이 

거의 전세계 시장을 장악하고 있음 해당 시장은 년까지 약 억 달러 규모로 

성장할 것으로 예상

사회적 측면 최근 전기차 완속 충전 중 화재 발생이 빈번히 발생하여 이에 대한 

사회적 공포가 극심함 따라서 해당 시스템의 개발이 시급함 년 발생한 카카오

화재 사건으로 전기적 요인으로 인한 화재 가능성 조기 예측 필요성 증대

활용분야3. 

활용분야

전기차 충전기

전기차 완속 충전기의 화재 예방에 적용 가능

산업 현장 안전 확보  

관련 시스템을 사용하여 각종 산업 현장에서 전기로 인한 화재 예방 가능

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수
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화합물전력반도체고도화기술개발 상용화소자 및 모듈( )

관리번호 화합물전력 지정 일반2025- - - -01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템 중전기기

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체
미션 첨단 시스템 반도체 강국 도약

프로젝트 모빌리티에너지가전용 화합물 전력반도체 개발· ·
연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedcb gfedc gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

과제명
전력모듈 국산화 기반 고속서보드라이브 수요 연계 기술 개발 SiC Transfer Molded 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜
개념 및 정의1. 

개념
고속 서보드라이브의 성능 고도화 및 시장경쟁력 제고를 위한 

전력 모듈의 국산화 및 이를 적용한 고속 서보드라이브의 수요 연계 기술 및 성능평가

정의

수요기업 연계형 급 전력모듈 국산화 개발 및 이를 

적용한 고속 서보드라이브 성능 평가

국산 전력소자 적용 급 전력모듈 국산화 개발

국산 급 전력모듈을 적용한 급 고속 서보드라이브 부하시험 평가

본 과제는 모듈을 개발하는 과제로서 기 개발된 국산 소자를 활용하는 것을 권고함

연구목표 및 내용2. 

최종목표

급 전력모듈의 국산화 및 이를 적용한 고속 서보드라이브 

수요연계 기술 개발을 통한 성능 고도화 시장경쟁력 제고 및 기술 내재화

정량적목표
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연번 핵심 기술 제품 성능지표/ 단위 달성목표 국내최고수준 세계최고수준
보유국 기업 기관명( , / )

1 패키징 구조 - CIB -
6 pack IPM

독일( , Infineon)

2 전압 전류 정격/ - 1200V/50A≥ -
1200V/20A

독일( , Infineon)
3 및 JEDEC(JESD22 JEP) - 모듈 인증 - 인증

4 최대효율 % 98≥ -
98

이스라엘( , ELMO)

개발 내용
전력모듈 국산화 기반 고속 서보드라이브 수요연계 기술

이상급 전력모듈 기술개발
국산 소자 활용 필수

고속 스위칭 대응 전력모듈의 기생임피던스 최소화 설계 기술

모듈 접합 및 패키징 기술개발

전력모듈 개발품을 적용한 급 고속 서보드라이브의 부하시험평가

핵심기술요소

연번 핵심 기술요소 최종단계 생산수준 또는 결과물 시험평가 환경

1 전력모듈Transfer Molded 7 시작품 실험실

보안과제 및 안전성 검토 여부
해당 사항 없음

국내외 기술동향3. 

국내 기술 동향

국내 공장 자동화를 위한 서보 전동기 구동기술 개발에 대한 연구는 많이 진행

되고 있으나 차세대 전력반도체인 소자 기반의 전력변환기개발 기술은 설계

기술 부족 및 생산 단가로 인해 제품 출시는 미흡하며 정부과제 중심으로 산발

적으로 연구개발 되고 있음

국외 기술 동향

전력반도체 기업에서 자체 개발한 차세대전력반도체 소자를 적용한 전력변환시

스템 시작품 및 평가용 보드를 출시하여 차세대 전력반도체 기반 전력변환기의 

활용 가능성이 높아지고 있음

지원필요성4. 

기술적 지원필요성

산업용 전력변환모듈 개발 기술 관련 국내 기술 개발을 위한 정책이 진행중에 

있으나 대부분 해외 선진사의 제품이 시장을 점유하고 있고 국내 기업의 기술력 

제고를 위한 기술 개발이 필요함

경제적 지원필요성
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국내 전력 반도체 시장은 약 억불 규모이며 기술력 부족과 해외 기업의 특허 

선점으로 수요의 이상을 수입에 의존하고 있어 공급망 해소와 가격경쟁력 

강화를 위한 국산화 기술개발이 필요함

정부 정책적 지원필요성
글로벌 주요국은 차세대 전력반도체의 성장 가능성을 인지하고 다양한 정책적 

지원을 추진 중이며 세계 초고효율 전력변환 시스템 시장에 대한 선제적 대응을 

위해 전략적 육성과 기술 경쟁력 확보가 필요함

활용방안 및 기대효과5. 

활용방안

다양한 응용분야별로 국산 전력반도체 기반의 전력모듈을 탑재한 전력변환장치 

개발을 통해 차세대 전력반도체의 적용 사례를 확보하여 국내외 수요기업으로부

터의 인지도 및 신뢰도 향상

기술적 기대효과

국산화 고성능 전력 모듈 적용을 통한 산업계 전력변환 시스템 전반의 전력 변

환 효율 증대 및 고성능화 견인 가능

경제적 기대효과
국산 차세대 전력 반도체 소자를 활용한 전력모듈 기반 고성능 서보 드라이브 

등 산업계 주요 전력변환 시스템의 고효율화 및 고성능화를 통한 기술 고도화 

및 가격 경쟁력 확보

기타 사회 문화적 측면의 기대효과 및 파급효과
차세대 전력반도체 모듈 및 서보드라이브 관련 국내 전문 인력 확보 및 산학연 

공동연구를 통해 차세대 전력반도체모듈의 지속적 인력 육성 및 산업계 진출
지원기간 예산 추진체계6. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 영리기관

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수
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관리번호 화합물전력 지정 일반2025- - - -02 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템 중전기기

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 첨단 시스템 반도체 강국 도약

프로젝트 모빌리티에너지가전용 화합물 전력반도체 개발· ·

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedcb gfedc gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

과제명
전력모듈 국산화 기반 서버용 초고밀도 전원공급모듈 수요연계 기술개발GaN/SiC 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 정의1. 

개념

및 국산 전력반도체를 활용하여 서버용 전원공급장치에 최적화된 차세대 
전력반도체 기반 전력모듈의 설계 기술 고도화와 국산 전력모듈의 기술적용 실증 
사례 확보를 위한 고효율 고밀도 서버용 전원공급모듈 개발 및 성능평가

정의
급 브릿지 구조의 고밀도 전력모듈 패키징 기술개발

및 소자의 고주파 스위칭 대응 최적화 전력모듈 국산화 기술개발
및 국산 전력모듈을 적용한 초고밀도 서버용 전원공급모듈 기술개발

개발 전력모듈 적용 급 초고밀도 서버용 전원공급모듈 개발 및 부하 시험 평가
본 과제는 모듈을 개발하는 과제로서 기 개발된 국산 소자를 활용하는 것을 권고함

연구목표 및 내용2. 
최종목표

차세대 전력반도체 기반의 전력모듈 국산화 기술개발 및 이를 적용한 고효율 고

밀도 서버용 전원공급장치 기술개발

정량적목표

연번 핵심 기술 제품 성능지표/ 단위 달성목표 국내최고수준 세계최고수준
보유국 기업 기관명( , / )

1 전력모듈SiC 패키징 구조 - Transfer Molded - 650/50
미국( , Onsemi)2 전압 전류 정격/ V/A 650/50≥ -

3 GaN 
전력모듈

패키징 구조 - Transfer Molded - 650/50
미국( , Transphorm)4 전압 전류 정격/ V/A 650/50≥ -

5 및 JEDEC(JESD22 JEP) - 모듈 인증 - 인증

6 서버용 
전력변환모듈

최대효율 
부하@30~100% % 97.5≥ - 97.5

대만( , Delta)
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개발 내용

서버용 전원공급장치에 최적화된 기반 전력모듈 국산화 기술개발

전력반도체를 적용한 급 고밀도 전력모듈 패키징 기술

국산 급 전력반도체를 적용한 급 고밀도 전력모듈 패키징 기술

국산 전력모듈을 적용한 서버용 초고밀도 전원공급장치 개발 및 성능평가

및 전력모듈용 저손실 고주파 구동 게이트 드라이브 기술개발

및 전력모듈을 적용한 급 고효율 서버용 전원공급모듈 개발 및 부

하 시험 평가

핵심기술요소

연번 핵심 기술요소 최종단계 생산수준 또는 결과물 시험평가 환경
1 국산 기반 전력모듈SiC 7 전력모듈 시작품 실험실
2 전력모듈GaN 7 전력모듈 시작품 실험실

보안과제 및 안전성 검토 여부

해당 사항 없음
국내외 기술동향3. 

국내 기술 동향

서버용 전원공급장치는 일부 저가형 서버 모델을 제외하고 대부분 등

급으로 개발되고 있으며 프리미엄급 서버에서 등급을 요구하고 있어 

외산 소자를 탑재한 고성능 전원장치 개발이 진행 중

국외 기술 동향

선진사 등 에서 전력반도체 개발을 진행하고 있으며

등 서버용 전원공급장치 선진사와 협업하여 고효율 제품을 출시

지원필요성4. 

기술적 지원필요성

국내 전력반도체 개발 기업은 대부분 중소 중견 기업중심으로 진행하고 있으며 

해외 선진사에서 주도하고 있는 차세대 전력반도체의 기술 격차를 좁히고 주도

권을 확보하기 위해선 정부 주도의 지원이 절실히 필요

경제적 지원필요성

민간 공동연구로 차세대 전력반도체 국산화 사업이 이루어졌지만 소비자의 국산 

전력반도체에 대한 신뢰성 부족으로 시장 점유율이 낮은 실정임 정부 주도의 국산

전력반도체를 적용한 시스템 개발로 트랙 레코드 확보 필요

정부 정책적 지원필요성 

차세대 전력반도체 기술개발은 현 정부의 반도체 초강대국 달성 전략 이행의 핵

심 수단으로 인식되고 있음 산업통상자원부
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활용방안 및 기대효과5. 

활용방안

전력모듈 국내 전력반도체 및 전력모듈 패키징 관련 업체

전원장치 차세대 전력반도체를 적용한 고효율 고밀도 전력변환 개발 기업

기술적 기대효과

응용 분야에 최적화된 차세대 전력모듈의 국산화 개발을 통해 공급망 내재화로 

에너지 자립 및 반도체 공급 불안 해소 가능

경제적 기대효과

핵심 부품인 전력모듈의 국산화와 전력변환모듈의 고효율화 및 고성능화를 통해 

선진국과의 기술 격차 감소로 국내외 시장 경쟁력 확보 가능
지원기간 예산 추진체계6. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 영리기관

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수
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관리번호 화합물전력 지정 일반2025- - - -03 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템 중전기기

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체
미션 첨단 시스템 반도체 강국 도약

프로젝트 모빌리티에너지가전용 화합물 전력반도체 개발· ·

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedcb gfedc gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

과제명 급 전력모듈 국산화 기반 수전해용 전원공급모듈 수요연계 기술 개발SiC 1200V
시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 정의1. 

개념

수전해용 전원공급 모듈의 가격 경쟁력 확보 및 국산화를 위한 급 전

력모듈 국산화 기반 수전해용 전원공급 모듈 수요 연계 기술개발

정의

수요 연계형 급 전력모듈 국산화 개발 및 수전해용 전원공급모듈 성능평가

국산 급 전력반도체를 적용한 및 급 전력 모듈 패키징 기술개발

국산 전력모듈을 적용한 수전해용 급 고효율 전원공급모듈 부하시험 평가

국산 전력모듈을 적용한 급 고효율 계통 연계형 전원공급모듈 부하시험 평가

본 과제는 모듈을 개발하는 과제로서 기 개발된 국산 소자를 활용하는 것을 권고함

연구목표 및 내용2. 

최종목표

국산 급 전력반도체를 적용한 및 급 전력모듈 국산화 및 이를

적용한 수전해용 전원공급모듈 개발을 통한 가격경쟁력 제고 및 기술 내재화 

정량적목표

연번 핵심 기술 제품 성능지표/ 단위 달성목표 국내최고수준 세계최고수준
보유국 기업 기관명( , / )

1
전력SiC 

모듈

전압 전류/
정격

AC/DC - 1200V/350A≥ - 1200V/350A
독일( , Infineon)

2 DC/DC - 1200V/75A≥ - 1200V/50A
독일( , Infineon)

3 및 JEDEC(JESD22 JEP) - 모듈 인증 - 인증

4 전원공급
모듈 최대효율 AC/DC % 98≥ - 98

스위스( , ABB)
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개발 내용

급 전력모듈 국산화 기반 수전해용 전원공급모듈 수요연계 기술개발 

국산 급 전력반도체를 적용한 및 급 전력모듈 기술

고주파 동작이 가능한 전력반도체 구동용 저손실 게이트 드라이브 설계 기술

국산 전력모듈을 적용한 수전해용 급 고효율 전원공급모듈 부하시험 평가

국산 전력모듈을 적용한 급 고효율 계통 연계형 전원공급모듈 부하시험 평가

핵심기술요소

연번 핵심 기술요소 최종단계 생산수준 또는 결과물 시험평가 환경

1 급 전력모듈SiC 1200V/75A 7 전력모듈 시작품 실험실

2 급 전력모듈SiC 1200V/350A 7 전력모듈 시작품 실험실

보안과제 및 안전성 검토 여부

해당없음

국내외 기술동향3. 

국내 기술 동향

사업을 통해 차세대 전력반도체를 적용한 전력변환 기술개발 및 일부 실증

연구 수행은 진행중이나 이를 활용한 전력모듈 개발은 미진한 상황이며 모듈 제품

의 상당 부분 수입에 의존

국외 기술 동향

등 일부 선진사 및 유럽의 국가 중심으로 신재생 에너지 발전 및 수전해

용 전력변환시스템 연계를 위한 다양한 프로젝트 수행과 더불어 최근에는 기가

와트급 수전해 기기 생산 가능 공정 설립 등 활발하게 진행 중

지원필요성4. 

기술적 지원필요성

국산화 기반 차세대 전력반도체를 신재생 에너지 전력변환 기술에 적용함으로써 국

산화 반도체의 신뢰성 및 성능 검증과 국내 신재생에너지 전력변환 기술의 전반적인 

국산화 및 기술 내재화를 위한 응용기술 개발 필요

경제적 지원필요성

국내 개발 전력변환모듈에 적용된 전력반도체의 대부분은 수입에 의존하고 있음

모듈의 부품별 비용 중 전력반도체가 차지하는 비율은 약 수준으로 국내 

전력반도체 공급망 확보와 전력변환모듈의 가격 경쟁력 강화를 위해 국산 소자 기

반 전력 모듈 개발 시급

정부 정책적 지원필요성 

년 탄소 중립 달성과 동시에 수소 경제 활성화를 위해서는 장기적으로 그레

이 수소에서 그린 수소로의 생산 패러다임 전환이 필요하며 수전해용 전력 모듈 



- 29 -

및 이를 탑재한 전원공급모듈 개발 요구

활용방안 및 기대효과5. 

활용방안

민간 급 전력모듈 국산화 개발을 통한 고효율 수전해 시스템 구축 및 

수소 생산을 통한 탄소 중립 실현

정책 그린수소 생태계 구축을 위한 법적 근거 및 제도 정비

기술적 기대효과

차세대 전력모듈 국산화 개발을 통한 에너지 자립 및 반도체 공급 불안 해소로 시

장 활성화 및 기술경쟁력 제고

경제적 기대효과

차세대 전력모듈 국산화 및 상용화를 통한 고성능 전력변환 산업 선도 및 수전

해 시스템의 운영 단가 절감 시스템의 활용 판매 활성화

기타 사회 문화적 측면의 기대효과 및 파급효과

차세대 전력반도체 및 모듈의 국내 개발 인력 확보 및 산학연 공동 연구를 통해 

차세대 전력반도체 및 모듈의 지속적인 연구 인력 육성 및 산업계 진출 가능

지원기간 예산 추진체계6. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 영리기관

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수
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관리번호 화합물전력 지정 일반2025- - - -04 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템 중전기기

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 첨단 시스템 반도체 강국 도약

프로젝트 모빌리티에너지가전용 화합물 전력반도체 개발· ·

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedcb gfedc gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

과제명
양면방열 전력모듈 국산화 기반 급 인버터 수요연계 기술개발SiC 250kW EV 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 정의1. 

개념

전기차 시장 선점과 기술 주도를 위한 양면방열 전력모듈 국산화 기술개발 

및 이를 적용한 급 인버터 수요 연계 기술개발 

정의

급 인버터 방열성능 극대화를 위한 양면방열 기반 전력모듈 설계

제작 공정 기술개발

고온동작 기반 고신뢰성 전력모듈 설계 기술개발

적용 급 양면방열 구조의 전력모듈 패키징 국산화 기술개발

전력모듈 개발품을 적용한 인버터의 부하 시험평가

본 과제는 모듈을 개발하는 과제로서 기 개발된 국산 소자를 활용하는 것을 권고함

연구목표 및 내용2. 

최종목표

소자를 적용한 전력 모듈 개발을 통하여 인버터의 기술경쟁력

과 시장경쟁력의 제고 

정량적목표
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연번 핵심 기술 제품 성능지표/ 단위 달성목표 국내최고수준 세계최고수준
보유국 기업 기관명( , / )

1 전력모듈 전압 전류 정격SiC / V/A 1200/450≥ -
1200/450

독일( , Infineon)

2 전력모듈 방열 구조 - 양면방열 -
양면방열

독일( , Infineon)

3 기생 인덕턴스 nH 6≤ -
6

독일( , Infineon)
4 AQG-324 - 모듈 인증 - 인증

개발 내용

고온동작 기반 고신뢰성 급 전력모듈 설계 기술

고효율 구동 게이트 드라이브 설계 기술  

급 전력소자를 적용한 인버터용 상 급 대용량 전력모듈 패키징 기술

높은 방열 특성 동작 을 갖는 양면방열 구조의 전력모듈 패키징 기술 

전력모듈 개발품을 적용한 급 인버터의 부하 시험평가 

핵심기술요소

연번 핵심 기술요소 최종단계 생산수준 또는 결과물 시험평가 환경

1
급 양면방열 기반 1200V/450A SiC 
전력모듈

7 전력모듈 시작품 실험실

보안과제 및 안전성 검토 여부 

해당 사항 없음

국내외 기술동향3. 

국내 기술 동향

국내 대기업을 중심으로 양면냉각형 파워모듈이 개발되고 있으나 현재까지 연구

개발 수준으로 제품 출시는 미흡한 상태

국외 기술 동향

독일 일본 미국 등을 중심으로 자국내 전력반도체 기업과 완성차 기업의 협업을

통한 실증으로 세계 시장의 영향력이 확대되고 있으며 많은 필드 데이터를 바탕으

로 다양한 형태의 구조로 개발 진행 중

지원필요성4. 

기술적 지원필요성

전기차의 수요는 전 세계적으로 급속히 증가하고 있으며 고효율 전력반도체 모

듈 국산화 및 방열 성능 극대화를 통한 전동화 시스템의 기술적 우위 확보를 위

한 기술 개발 필요 
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경제적 지원필요성

전기차로의 전환은 국가별 차이는 있으나 대부분 년에 전환될 계획으로 

치열한 경쟁이 전망되며 전기차 핵심 부품에 대한 국산화 개발로 가격 경쟁력 

및 안정적인 공급망 확보를 통한 전기차 시장의 선점 필요

정부 정책적 지원필요성 

산업 대전환의 시대의 중요한 역할을 담당하는 전기차 시장 선점과 기술 주도를 

위해 전기차 핵심 부품에 대한 정부의 견인 정책 중요

활용방안 및 기대효과5. 

활용방안

민간 급 전력모듈 개발을 통한 인버터 전력변환 효율 향상

및 탄소 배출 저감 기여

정책 주행거리 확충을 위한 법적 근거 및 제도 정비 

기술적 기대효과

핵심부품의 국산화 개발을 통한 글로벌 공급망 대응이 가능하고 인버터 요

소기술 확보를 통한 기술경쟁력 제고에 기여

경제적 기대효과

국산 부품 활용 전력모듈 개발로 타 산업 분야의 모빌리티 및 다양한 응용 

분야에 확대 적용이 가능 

기타 사회 문화적 측면의 기대효과 및 파급효과

차세대 전력반도체 및 인버터 설계 엔지니어 양성을 통한 전력반도체 기술 육성

으로 에너지 절감기술에 대한 선제적 대응이 가능하고 해외기술도입 비용 절감

해외시장 경쟁력 향상이 가능

규제개선 요구사항

해당 사항 없음

지원기간 예산 추진체계6. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 영리기관

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수
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관리번호 화합물전력 지정 일반2025- - - -05 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템 중전기기

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체
미션 첨단 시스템 반도체 강국 도약

프로젝트 모빌리티에너지가전용 화합물 전력반도체 개발· ·
연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedcb gfedc gfedc gfedc해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

과제명 급 전력모듈 국산화 기반 급속 충전기용 파워스택 수요연계 기술개발50kW SiC 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜
개념 및 정의1. 

개념

국산 전력반도체를 활용하여 급 이상의 급 전력모듈 설계 기술

고도화와 국산 전력모듈 실증을 위한 고효율 급속충전기용 파워스택 개발 및 성능 평가

정의

국산 전력반도체 기반 급 충전기 파워스택용 전력모듈 패키징 기술개발

기생 인덕턴스 최소화 및 고신뢰성 충전기 파워스택용 전력모듈 국산화 기술개발

국산 전력모듈 기반의 고효율 급속충전기용 파워스택 개발 및 성능평가

개발 전력모듈 적용 이상 고효율 충전용 파워스택 개발 및 부하 시험 평가

본 과제는 모듈을 개발하는 과제로서 기 개발된 국산 소자를 활용하는 것을 권고함

연구목표 및 내용2. 

최종목표

국산 전력반도체 기반의 전력모듈 패키징 국산화 기술개발 및 이를 적용한 

고효율 급속 충전기용 파워스택 개발 및 성능평가

정량적목표
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연번 핵심 기술 제품 성능지표/ 단위 달성목표 국내최고수준 세계최고수준
보유국 기업 기관명( , / )

1 전력모듈 상SiC (3 ) 전압 전류 /
정격 V/A 1200/150≥ - 1200/200

미국( , Wolfspeed)

2 SiC 
전력모듈 풀 브릿지( - )

전압 전류 /
정격 V/A 1200/150≥ - 1200/200

미국( , Wolfspeed)
3 및 JEDEC(JESD22 JEP) - 모듈 인증 - 인증

4 충전기 파워스택 최대효율 % 97≥ 95 97
이탈리아( , Alpitronic)

개발 내용

충전기 파워스택용 기반 전력모듈 국산화 기술

국산 급 전력반도체를 적용한 상 이상급 전력모듈 패키징 기술

국산 급 전력반도체를 적용한 풀브릿지 구조의 이상급 전력모듈 패키징 기술

충전기 파워스택 적용을 고려한 모듈 신뢰성 국제 규격 등 인증 

전력모듈 개발품을 적용한 고효율 급속충전기용 파워스택 개발 및 성능평가

국산 전력반도체에 최적화된 저손실 게이트 드라이브 기술 개발

국산 전력모듈을 적용한 넓은 출력 범위 를 갖는 고밀도 급 충전기

파워스택 개발 및 부하 시험 평가

핵심기술요소

연번 핵심 기술요소 최종단계 생산수준 또는 결과물 시험평가 환경
1 국산 기반 전력모듈 상SiC (3 ) 7 전력모듈 시작품 실험실
2 국산 기반 전력모듈 풀 브릿지SiC ( - ) 7 전력모듈 시작품 실험실

보안과제 및 안전성 검토 여부

해당사항 없음

국내외 기술동향3. 

국내 기술 동향

전기차 충전 인프라의 중요성이 높아지고 급속 충전의 수요가 높아짐에 따라 국

내 중소 중견 기업을 중심으로 충전용 파워스택 국산화 개발이 이루어지고 있지

만 현재까지 중국의 저가형 파워스택이 대부분 수입되고 있는 실정

국외 기술 동향

기존 급 충전용 파워스택의 용량이 이상급으로 증대되고 있으며 높

은 전압과 고효율의 전력 변환이 가능한 기반의 전력모듈을 채택한 급속 충

전 파워스택 개발이 진행되고 있음

지원필요성4. 
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기술적 지원필요성

국내 전력반도체 개발 기업은 대부분 중소 중견 기업으로 해외 선진사에서 주도

하고 있는 차세대 전력반도체의 기술 격차를 좁히고 주도권을 확보하기 위해선 

정부 주도의 지원이 절실히 필요

경제적 지원필요성

민간 공동연구로 차세대 전력반도체 국산화 사업이 이루어졌지만 소비자의 국산 

전력반도체에 대한 신뢰성 부족으로 시장 점유율이 낮은 실정임 정부 주도의 국산

전력반도체를 적용한 시스템 개발로 트랙 레코드 확보 필요

정부 정책적 지원필요성

차세대 전력반도체 기술개발은 현 정부의 반도체 초강대국 달성 전략 이행의 핵

심 수단으로 인식되고 있음 산업통상자원부

활용방안 및 기대효과5. 

활용방안

전력모듈 국내 전력반도체 및 전력모듈 패키징 관련 업체

충전 인프라 기반 전력반도체 및 부품 업체 국산화 추진 기업 

기술적 기대효과

충전용 파워스택에 최적화된 차세대 전력변환 모듈의 선제적 기술개발을 통해 

핵심 제조 및 패키징 분야 기술의 선진국과의 기술격차 감소

경제적 기대효과

충전기 파워스택의 국산화를 통해 해외 저가형 파워스택을 대체하여 국내 충전

기 시장의 신뢰성 향상 및 안정화 가능

지원기간 예산 추진체계6. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 영리기관

기술료 징수여부 징수

기타 수요기업 참여 필수

- 36 -

반도체첨단패키징선도기술개발 기술선도형첨단패키징기술개발 ( )

품목번호 기술선도형 품목 일반2025- - - -01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 글로벌 첨단 후공정 기업육성Top 10 

프로젝트 반도체 첨단패키징용 핵심기반기술 개발

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
산업수요연계 칩렛 패키지용 기반 설계 최적화 고밀도 ML (Machine Learning) , 

배선 공정 및 신호 무결성 검증 솔루션 개발
시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

고성능 컴퓨팅 시스템의 성능을 극대화하기 위해 고속 데이터 전송 속도와  (HPC) ㅇ 

높은 대역폭을 지원하는 신호 무결성 칩렛 패키지 기술이 필요함에 따라 고속 , 

데이터 전송 시 발생할 수 있는 신호 왜곡과 전력 손실을 최소화하여 칩 간 연결 

안정성을 유지하고 데이터 전송의 효율성을 높이는 칩렛 패키지 구조 설계 및 

최적화 인터포저 공정 검증 솔루션 개발, , SI (Signal Integrity) 

핵심 목표 초고속 데이터 전송용 칩렛 패키지 설계 및 검증 솔루션 개발 

세계 최고수준

개발내용

기반 급 무결성 칩렛 패키지 설계 기술 개발

를 고려한 칩렛 패키지 통합 설계 및 모델링 기술 개발

칩렛 패키지 설계 검증을 위한 해석 기술 솔루션 개발

기반 를 이용한 고속 패키지 설계 최적화 

및 성능 시뮬레이터 개발

칩렛 패키지 설계 검증용 인터포저 인터포저 중 종 

이상 공정 기술 개발

용 미세 배선 및 다층 공정 기술 개발
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칩렛 패키지 검증용 개발 및 측정 기술 시스템 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
시뮬레이터 정확도 최대 전송 속도 최소선폭 및 간격 수 층 - Eye-pattern (%),  (Gbps/ch), RDL (um), RDL ( )

지원 필요성2. 

지원필요성 

정책적 측면 미국 대만의 선진 기업 및 기관에서는 초고속 인터페이스와 칩렛 

패키지 기술을 통해 글로벌 및 반도체 시장에서 기술 우위를 확보하고 있음

첨단 패키징 산업의 경쟁력을 강화하고 글로벌 기술 격차를 줄이기 위해 정부와 

민간 차원의 적극적인 지원과 연구 개발이 요구됨

기술적 측면 고성능 칩렛 인터페이스는 및 고성능 컴퓨팅에 필수적인 요소로

표준에서 제시하는 급 데이터 전송 기술은 초고속 인터

페이스 구현에 유리하여 다양한 반도체 응용에 적용될 가능성이 큼 현재 

등의 선진 기술과 경쟁하기 위해 국내에서도 이에 상응하는 칩렛

패키지 기술 개발이 필요함

시장적 측면 고성능 칩렛 패키지 기술의 수요가 고성장하고 있으며 년 

보고서에 따르면 하이엔드 패키징 시장은 연간 의 성장이 예상되며

년까지 약 억 달러 규모에 이를 전망임 국내 기업들도 칩렛 패키지 기술 

선점 및 시장 확대를 통해 글로벌 경쟁력을 확보해야 함

사회적 측면 초고속 칩렛 패키지 기술은 모바일 자율 주행 등의 첨단 기술 

응용을 지원함으로써 경제적 사회적 파급효과가 클 것으로 기대됨 특히 반도체 

산업의 핵심 기술력으로 자리 잡아 관련 분야에서의 고용 창출과 더불어 글로벌 

경쟁력을 높이기 위한 연구 및 기술 개발 지원이 필수적임

활용분야3. 

활용분야

데이터 센터 클라우드 시스템 등의 고성능 컴퓨팅 산업 분야

칩렛 패키지 기반 하이엔드 고성능 모바일 및 디바이스 산업 분야

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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품목번호 기술선도형 품목 일반2025- - - -02 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 글로벌 첨단 후공정 기업육성Top 10 

프로젝트 반도체 첨단패키징용 핵심기반기술 개발

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
산업수요연계 를 최소화하는 차원 저온 저압 칩렛 적층 Warpage 3

혁신제품형 기술개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

이종 집적 기술이 발전함에 따라 인터포저 위에 칩을 평면으로 집적하는 

기술의 다음 단계로 칩을 차원으로 집적하는 패키지 기술을 개발하고자 하이

브리드 본딩과 열압착 기술을 복합적으로 사용하여 칩을 차원으로 적층하고

이 때 발생하는 를 최소화하고 접합 신뢰성을 확보하는 기술 개발

핵심 목표 최소화 저온 저압 차원 다단 적층 기술 세계 최고 수준

개발내용

차원 적층 공정 기술

저온 저압 본딩 공정 기술

저온 하이브리드 본딩 기술

차원 적층 본딩 과정에서 상호 간섭으로 인한 최소화 기술

다양한 다이 두께로 인한 최소화 설계

하이브리드와 본딩 시 상호 열간섭으로 인한 최소화

차원 적층 구조에서의 측정 평가 기술

차원 적층 칩의 접착력 및 신뢰성 평가 기술

차원 적층 칩에 대한 접착력 평가 기술
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차원 적층 구조의 신뢰성 평가 기술

차원 적층 공정에서의 언더필 및 클리닝 공정 기술

차원 구조에서의 언더필 공정 및 소재 기술

차원 적층 공정의 전처리 및 클리닝 공정 기술

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
적층 층수 층 범프 본딩 온도 접착력 적층 신뢰성 등 - ( ), pitch( m), ( ), warpage( m), (J/m2), μ ℃ μ

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 인공지능 자율주행 등 새로운 산업혁명에 대응하고 메모리에 편중되어

있는 국내 반도체 산업의 균형발전을 위해 정책적으로 중심의 시스템 반도체 

산업을 육성할 필요가 있음 현재 고성능 시스템 반도체는 모두 첨단 패키징 기술을 

기반으로 하고 있어 국내 파운드리와 의 첨단 패키징 기술의 육성이 필요함

기술적 측면 이종 소자와 칩렛 인터포저의 다층 적층 기술의 선도적 개발로

글로벌 기술 주도권 확보가 가능하며 적층 기술은 개발 초기 시점으로 원천

기술 확보가 유리하며 원천기술을 통한 글로벌 벨류체인의 중요한 역할 가능

시장적 측면 년 기준 패키지 시장은 약 억 달러 규모로 평가되며

년부터 년까지 연평균 성장률 약 로 성장할 것으로 예상되며

반도체 소부장의 다양한 업체가 반도체 패키징 기술 확대에 따른 혜택을 받을

것으로 예상되어 국내 소부장업체들이 첨단 기술력 확보와 이를 통한 경쟁력의 

제고가 필요함

사회적 측면 해외 글로벌 기업이 독점하고 있는 반도체 자율 주행 등 고

부가가치 고성능 첨단 시스템 반도체 산업 진입 및 시장 선도 기반 마련

활용분야3. 

활용분야

및 등 고성능 시스템 반도체

등 신개념 메모리

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수

- 40 -

품목번호 기술선도형 품목 일반2025- - - -03 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 글로벌 첨단 후공정 기업육성Top 10 

프로젝트 반도체 첨단패키징용 핵심기반기술 개발

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
산업수요연계 고성능 반도체 초고집적 하이브리드본딩 스택장비 혁신제품형 HBM 

기술개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

 ㅇ 메모리 패키지 적층 수 증가 범프간 피치 감소에 따른 고집적화 한계를 극복HBM , 

위해 기존 마이크로 범프 본딩 방식과 달리 범프 없이 초미세 피치로 초박형 칩을 

웨이퍼 기판에 정밀 정렬하여 스택하는 하이브리드 본딩 장비 개발3D 

핵심 목표 다이 정렬 정밀도 이하 세계 최고수준

개발내용

고성능 메모리 초고집적 급 하이브리드 본딩 스택장비 개발HBM (± 200 nm ) ㅇ 

정밀 제어 및 다이 시 충격량 최소화 본딩헤드 개발 Force pick&place ㅇ 

클린도 를 갖는 초청정 고생산 초정밀 겐트리 및 오차 보정  ISO3 / / Pick & Placement ㅇ 

기술 개발

칩과 대면적 웨이퍼 기판 정밀 정렬과 스택 대응 비젼 광학계 설계 개발 3D ㅇ 

하이브리드 본딩 접합부 결함 억제 및 이물 저감 본딩툴 설계 분석 기술 /ㅇ 

초박형 다이 대응 다이 고속 이젝터 및 픽업 기술 ㅇ 

급 극한 정밀도 하이브리드 본딩 스택 통합장비 개발 및 핵심기술 검증 ±200nmㅇ 

수요연계 또는 수요환경에서의 테스트 웨이퍼 활용 공정평가 통한 신뢰성 검증 ㅇ 
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연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
생산성 설비내 청정도 핸들링 다이 두께 등 - UPH(Unit per hour), (ISO), ( ) ㎛

지원 필요성2. 

지원필요성

 ㅇ 정책적 측면( ) 정부는 산업의 초격차 성장을 견인하기 위해 산업대전환 초격차  

프로젝트를 발표하였고 특히 반도체 첨단 패키징용 핵심기반기술 개발을 집중 , 

지원할 예정이며 본 기술은 고성능 반도체 선도를 위한 첨단 패키징 핵심 장비AI  

기술로 정부정책과 부합됨

 ㅇ 기술적 측면( ) 메모리 및 시스템 반도체 고성능화 한계로 향후 첨단 패키지  HBM 

본딩 공정기술은 기존 마이크로범프 본딩방식에서 초미세 피치 구현이 가능한 하

이브리드 본딩으로 변환 요구됨에 따라 관련 핵심 제조 장비 원천기술 확보 필요

시장적 측면 데이터센터의 고성능 컴퓨팅 반도체 에지컴퓨팅 자율주행차 , AI , , 

등과 같이 고성능이 요구되는 첨단 메모리 및 시스템 반도체 패키징 시장 급성

장 예상되며 관련 본딩 장비 시장도 동반 성장 예상 , 

사회적 측면 하이브리드본딩 스택장비 기술은 모바일 자율 주행 등의 첨단 

기술 응용을 지원함으로써 경제적 사회적 파급효과가 클 것으로 기대됨 특히 반

도체 산업의 핵심 기술력으로 자리 잡아 관련 분야에서의 고용 창출과 더불어 

글로벌 경쟁력을 높이기 위한 연구 및 기술 개발 지원이 필수적임

활용분야3. 

활용분야

 고성능 메모리를 차원으로 정밀 스택 조립하는 패키징 공정에 활용3D HBM 3

데이터센터 고성능 및 자율주행차 차세대 모바일 반도체 GPU CPU, AP, AP, AI 

등 고성능 다기능 요구되는 시스템 반도체 패키징 분야 확대 적용 가능, 2.5D/3D 

 초고난이도 기술로 초정밀 조립이 요구되는 다양한 반도체 후공정 조립장비의 

기반기술로 활용

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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품목번호 기술선도형 품목 일반2025- - - -04 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 글로벌 첨단 후공정 기업육성Top 10 

프로젝트 반도체 첨단패키징용 핵심기반기술 개발

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
산업수요연계 수동소자와 브릿지 다이를 내장하는 재배선 인터포저 혁신제품형 

기술개발 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

다양한 이종 반도체 칩과 커패시터와 같은 수동 소자를 하나의 패키지로 통합하 ㅇ 

여 신호 손실 없이 고속 대용량 데이터 처리를 가능하게 하는 동시에 경제성을 

확보하기 위하여 기존의 실리콘 인터포저보다 대형화와 경제성에서 유리한 재배

선 인터포저 내에 신호와 전력 무결성을 위한 수동소자와 고밀도 고속 이종집적

을 위한 브릿지 다이를 내장하는 기술 개발 

핵심 목표 커패시터와 브릿지를 내장한 층 이상 구리 재배선 인터포저 

세계 최고수준

개발내용

배선 밀도를 갖는 층 이상의 다층 구리 재배선 제작

최소 의 선폭 간격 을 갖는 다층 구리 배선 형성 기술 개발

높은 절연 저항 특성과 이종 소재 간 접착 신뢰성을 가지는 절연층 소재 개발

재배선 층간 평탄화 기술 및 비아 제작 기술

다층 구리 재배선 내 수동소자 내장 기술

다층 재배선 내 수동소자용 형성 기술

수동소자 실장 및 배선 연결 기술

공정 중 수동소자 실장 불량 평가 및 검증 기술
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다층 구리 재배선 내 브릿지 다이 내장 기술

다층 재배선 내 브릿지 다이용 형성 기술

브릿지 다이 고정밀 실장 기술

브릿지 다이 배선 연결 기술

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
구리 재배선 층수 층 절연소재 특성 열팽창율 유전상수 등 수동소자 브릿지 다이 실장 정밀도 등 - ( ), ( ppm/ , ), / (um) ℃

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 인공지능 자율주행 등 새로운 산업혁명에 대응하고 메모리에 편중되어

있는 국내 반도체 산업의 균형발전을 위해 정책적으로 중심의 시스템 반도체 

산업을 육성할 필요가 있음 현재 고성능 시스템 반도체는 모두 첨단 패키징 기술을 

기반으로 하고 있어 국내 파운드리와 의 첨단 패키징 기술의 육성이 필요함

기술적 측면 재배선 인터포저는 기존의 실리콘 인터포저 대비 경제성과 대면적

화의 장점이 있을 뿐 아니라 이종 소자의 내장이 용이하여 브릿지 다이와 수동

소자 내장 등을 통해 고밀도 고속 이종 집적과 신호 전력 무결성을 가능하게 하여

기술적 차별성을 확보할 수 있음

시장적 측면 유기 인터포저는 기존 실리콘 인터포저와 동등 수준의 공정 능력

과 신뢰성 수율 달성 시 생산 비용이 이상 절감되어 높은 가격 경쟁력을 

가질 뿐 아니라 차량용 인포테인먼트 센서 통합 통신 사물 인터넷용 디바이스 

등 저가용 패키지에도 적용 가능하여 높은 시장 경쟁력을 갖고 있음

사회적 측면 수동소자 내장형 재배선 인터포저는 요소 기술과 제품화 개발 요구

수준이 상당히 높아 개발 완료 시 다른 제품군에도 기술 확산이 가능하며 차량용

반도체 다양한 센서 시스템 등 다양한 응용 제품의 개발이 가능해져 국내 기판 

산업 외에도 관련 전자산업 전반에 새로운 시장 창출을 가능하게 함 

활용분야3. 

활용분야

고성능 연산용 시스템 반도체

차량용 인포테인먼트 센서 통합 통신 사물 인터넷용 디바이스 등

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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품목번호 기술선도형 품목 일반2025- - - -05 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체 장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체
미션 글로벌 첨단 후공정 기업육성Top 10 

프로젝트 반도체 첨단패키징용 핵심기반기술 개발
연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
산업수요연계 600x600mm2 대면적 글래스 기판용 고단차 금속 증착 장비  TGV 

혁신제품형 기술개발
시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

대면적 글래스 기판에서 종횡비 이상의 를 구현하기  10:1 Through Glass Via(TGV)ㅇ 

위해 고정밀 증착 기술이 필요함에 따라 510 이상의 대면적 기판에×515mm² 균일 

한 두께와 우수한 를 갖춘 용 금속 증착 장비 개발step coverage TGV

핵심 목표 대면적 글래스 기판 이상 에서의 고종횡비 

용 금속 증착 장비 개발 세계 최고수준

개발내용

대면적 글래스 기판용 물리적 기상증착 장비 개발Seed Layer (PVD) ㅇ 

  - 면적 이상 글래스 기판에 최적화된 전극 타겟 챔버 구조 설계 및 실증 510×515mm² PVD · ·

종횡비 이상 균일도 이내 고정밀 증착 기술 확보  - TGV 10:1 , 5% , Step coverage 20% ≥

대면적 글래스 양면 증착을 위한 글래스 개발  - Thin Handling Module 

공정 장비 내부 실시간 모니터링이 가능한 인터페이스 구축  - PVD 

대면적 글래스 기판 증착 공정용 지능형 시스템 개발TGV (AI) ㅇ 

등 기  - OES(Optical Emission Spectroscopy), ToF-MS(Time of Flight Mass spectrometry) 

술 기반 공정 모니터링 임베디드 시스템 구축 및 고장예지 공정제어 기술 개발·

  - 데이터 연계 이상진단 솔루션 개발MI (Measurement & Inspection), OES, TOF-MS AI 

대면적 글래스 증착 신뢰성 및 양산성 검증TGV Seed Layer ㅇ 

기판 두께 및 형상에 따른 금속 증착 품질 및 특성 평가  - Glass TGV Via Filling 

금속 증착 및 도금 후 비전 검사 비접촉식 전도성 검사 등을 통한 품질 평가  - Filling/ , 
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연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
글래스 기판 면적  - (mm 증착 금속 종횡비 솔루션 수 등), TGV , AI (ea), Step Coverage (%) 

지원 필요성2. 

지원필요성

ㅇ 정책적 측면( ) 첨단 반도체 패키징의 고부가가치화와 자립도 향상을 위해 정부와  

민간의 적극적인 협력과 지원이 필요하며 이를 통해 국가적 차원의 기술 자립도, 

를 높이고 글로벌 반도체 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있음, 

 ㅇ 기술적 측면( ) 대면적 고종횡비 글래스 기판 기술이 차세대 반도체 패키징 , TGV 

의 핵심 기술로 고성능 고밀도 패키지 구현을 가능하게 함 특히 대면적에서 , · . , 

균일한 증착은 기술 난이도가 높아 이를 선제적으로 확보하는 것이 seed layer , 

글로벌 경쟁에서 우위를 점하는 데 중요한 요소임

 ㅇ 시장적 측면( ) 고성능 컴퓨팅 등의 시장 확대로 대면적 글래스 기판을  5G, AI, 

활용한 고밀도 패키징 기술 수요가 급증할 것으로 예상됨 이와 같은 성장세에 . 

대응하여 국내 자립도를 높이고 해외 의존도가 높은 고밀도 패키징 부품 및 장비, 

의 국산화를 통해 시장 선점을 위한 기술적 지원이 요구됨

 ㅇ 사회적 측면( ) 고성능 전자기기와 통신 인프라의 수요 증가에 맞춰 안정적 공급망을  

구축하는 것이 필수적이며 첨단 기술 응용을 지원하는 반도체 패키징 기술은 일자리 , 

창출과 연구개발 인력 양성으로 이어져 산업의 지속 가능성을 높이는 데 기여할 것임

활용분야3. 

활용분야

데이터 센터 등 고성능 컴퓨팅 산업 분야 AI, ㅇ 

통신 및 전장 반도체 산업 분야 5G/6G ㅇ 

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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품목번호 기술선도형 품목 일반2025- - - -06 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체 장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
산업수요연계 첨단 반도체 패키징향 멀티스케일 패턴 도금 소재 공정 장비 - -

혁신제품형 기술개발

시작 단계 종료 단계TRL : [ ] 4 [ ] 7〜

개념 및 개발내용1. 

개념

반도체 패키지개발을 위해 의 최적화를 2.xD/3D IC , signal integrity/power integrityㅇ 

위해 반도체용 배선으로 사용되는 구리 배선 의 멀티스케일 패, (line/spacing, via)

턴에 대한 전기도금 공정 개발의 필요성이 대두되고 있음 예를들어 신호전달. , , 

전력전달 등 용도에 따른 배선의 디멘젼이 다른 경우에 단일 증착공정으로 멀티

스케일의 등을 할 수 있는 공정비용절감이 가능한 line width, Via height filling 

소재 공정 장비 최적화 기술개발 - -

 멀티스케일의 패턴에서는 유속과 첨가제 확산 전류밀도 등에 의해 구리 미세조직이 바, 

뀌는 등의 특징으로 도금 장비의 제어 변수가 중요하며 특히 멀티스케일 패턴에 적합, , 

한 첨가제와 함께 유동 및 전기장 제어가 가능한 고생산성 도금장비 개발이 요구됨

  멀티스케일 구리패턴 제작에는 다양한 디멘젼 등 의 구리 표면에서 (width, depth )

유기첨가제의 흡착 특성이 중요하기 때문에 최적의 소재기술이 요구됨

 멀티스케일 패턴도금 소재 공정 장비기술 개발의 가속화를 위해 도금장비 유동 시뮬- -

레이션과 첨가제 흡착을 고려한 멀티스케일 도금 시뮬레이션 기술이 함께 요구됨    

 
핵심 목표 멀티스케일 패턴 도금 소재 공정 장비 개발 세계 최고수준

개발내용
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멀티스케일 패턴 고정밀도 도금 장비 개발 인치 이상

웨이퍼 로딩 자동화 모듈개발

쉴드 패들 일체형 도금조 모듈개발

멀티스케일 패턴 도금을 위한 유동 및 전기장 복합 해석 기술

고평탄도 멀티스케일 패턴 공정 개발 평탄도 두께 균일도

수평 멀티스케일 라인패턴 전착  -  예시 패턴 동시 전착( : line width (2~100 m) )μ

 수직 멀티스케일 패턴 전착 - via  예시 동시 ( : Via depth (10~15 m), via diameter (10~100 m) μ μ

전착 종횡비, (1~2)) 

멀티스케일 전착   - Through Si Via 예시 종횡비 동시 전착( :  diameter (10 ~ 30 m), 5 ~ 10 ) μ

필요시 연차 단계별 목표 제시    ( , / )

미세조직 제어용 도금 공정 및 용액 개발

멀티스케일 패턴   - 구리도금을 위한 첨가제 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
멀티스케일 패턴 범위 도금 평탄도 두께 균일도 (line width, via depth & aspect ratio), , , wafer – 

등size/WPH (wafers per hour) 

지원 필요성2. 

지원필요성

(ㅇ 정책적 측면) 인공지능 자율주행 등 새로운 산업혁명에 대응하고 메모리에 편중되어

있는 국내 반도체 산업의 균형발전을 위해 정책적으로 중심의 시스템 반도체 

산업을 육성할 필요가 있음 현재 고성능 시스템 반도체는 모두 첨단 패키징 기술을 

기반으로 하고 있어 국내 파운드리와 의 첨단 패키징 기술의 육성이 필요함

 (ㅇ 기술적 측면) 멀티스케일 패턴에 대한 유동 전기장의 융합해석 기술로 장비 설 , 

계 및 제작 기술 확보로 기술혁신 및 대면적 미세조직 제어 가능하고 제조 신뢰

성을 갖는 도금 소재 및 공정 기술 고균일성 고평탄화 고충진율 개발로 도( , , ) Cu 

금소재 국산화 및 장비 회사 수요기업과 상생 협력 마련필요, 

 (ㅇ 시장적 측면) 반도체 공정 장비 중 리소그라피와 함께 국산화가 되어 있지 않은 도 

금장비의 내재화로 무역수지 개선 및 국내 반도체 산업의 제조 경쟁력의 확보 및 Cu 

도금소재 개발로 수입 의존도를 줄이고 비용 절감과 국내기업 경쟁력 강화 필요, 

 (ㅇ 사회적 측면) 도금소재 공정 장비의 세계일류 국산화로 신규 일자리 창출 기여  - -

및 국산화를 통해 공급망 안정성을 높여 사회적 리스크 감소 

활용분야3. 
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도금기술은 반도체 디스플레이 의 전략산업에서 이용되는 필수 핵심기Cu , , PCB 

술로서 각광받고 있으므로 고수율 도금 공정기술을 확보함으로써 이들 전략, Cu 

산업에 신속한 적용이 가능함

전량 수입에 의존하고 있는 도금액의 국산화를 통해 수요기업의 경제적 기술 Cu , ㅇ 

적 성장을 이끌어 냄으로써 일자리 창출 및 내수시장의 활성화 효과를 가져올 

것으로 예상됨

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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반도체첨단패키징선도기술개발 기술자립형첨단패키징기술개발 ( )

품목번호 기술자립형 품목 일반2025- - - -09 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체
미션 글로벌 첨단 후공정 기업육성Top 10 

프로젝트 반도체 첨단패키징용 핵심기반기술 개발

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
시장수요연계 팬아웃 웨이퍼레벨용 감광성 절연소재 및 배선 혁신제품형   

기술개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

웨이퍼레벨 팬아웃 패키징 공정에서 다층 배선 층간에 사용되는 고해상도 저손실 감광성 

절연소재개발

기존 감광성 절연막 소재의 열팽창계수와 유전손실 한계를 뛰어넘는 고신뢰성 저유전율 

감광성 절연소재 조성 개발

팬아웃웨이퍼 레벨 혹은 웨이퍼 레벨 패키지의 저손실 재배선 구조 구현을 위한 다층 

감광성 절연 소재

수직 연결부 구현을 위한 해상도 이하급 고해상도 절연 소재 설계 3㎛ 

팬아웃 패키징 재배선 공정기술

급 웨이퍼 기반의 다층 초미세 재배선 공정 기술

감광성 절연소재를 이용한 배선 설계 및 형성된 배선의 신호품질 평가 기술

핵심 목표 이하수준의 저 열팽창계수 감광성 소재 구현 

세계최고수준

개발내용

웨이퍼레벨 패키지용 감광성 절연소재 개발

수직연결부 집적도 향상을 위한 고해상도 저수축률 감광성 절연소재 개발
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저유전율 저손실 소재 조성 확보 

배선층과의 신뢰성 확보 및 신호품질 확보를 위한 표면 제어기술

패키지 레벨에서의 응력 감소를 위한 저열팽창계수 및 저탄성계수 조성 설계

팬아웃웨이퍼레벨 패키징 기반의 배선 공정 및 평가 기술 개발

다층 재배선 공정 구현을 위한 감광성 절연소재 코팅 및 평가

이하급 배선 형성을 위한 표면 평탄도 확보 및 도금 공정기술 개발 

고품질 패키지 구조 구현을 위한 배선 설계 및 시뮬레이션 기술

배선 밀도 신호 전원단 배치 그리고 비아구조에 따른 신호품질 평가 기술

다층 재배선 패키지 구조에서의 성능평가 및 신뢰성 확보

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
배선폭 - (㎛ 절연소재 해상도), ( )㎛ 유전율 유전손실 열팽창계수 기계적특성 접착력 탄성, / , 1/ 2,(ppm/ ), ( ,α α ℃
계수 연신율등 패키지레벨 신뢰성 평가 방법 등 등, ), (JEDEC ) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 일본업체에 의해 장악되어 있는 웨이퍼레벨패키지용 감광성 절연

소재 국산화를 통해 기술 안보 확보 및 안정적인 소재 공급을 통한 첨단 패키징 

생태계 구성에 기여

기술적 측면 팬아웃웨이퍼레벨 패키지는 선별된 이종 들KGD(known good die)

을 저렴한 비용으로 집적도 있게 구현할수 있는 기술임 의 신호 전달 속. FOWLP

도를 높이고 전력 소모를 줄이기 위해서는 저유전율 소재가 필수적이나 이러한 , 

소재는 종종 열 안정성이나 기계적 강도가 낮은 문제를 안고 있어 이를 개선하, 

기 위한 연구개발이 필요

시장적 측면 웨이퍼레벨 배선 기술 혹은 인터포저 핵RDL(re- distributed layer) 

심 기술확보로 로 설계 시뮬레이션 배선 적층 기술 신뢰성 평가 기술 등에 대, , , 

한 국내 기술로의 내재화가 기대되며 인공지능 칩셋이 탑재된 온디바이스 응AI 

용 시장 진입을 위한 소재 기술 확보 필요

사회적 측면 핵심소재인 감광성 절연소재 시장 신규 진입으로 인한 시장 RDL 

창출과 적용 산업분야에서의 산업혁신 촉진 및 웨이퍼레벨 패키지 소재를 적용

하는 응용산업 경쟁력 강화를 통한 산업 생태계 구축 및 신성장 동력 확보 필요

활용분야3. 

활용분야

웨이퍼레벨, 등 다양한 패키지 재배선 구현을 위한 절연층 2.XD, 3D Advanced 

소재로 사용가능

팬아웃 웨이퍼레벨 패키징용 고집적 재배선 소재
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웨이퍼레벨 인터포저용 고속 재배선 소재

이종 집적을 위한 재배선 

프로세서와 집적을 위한 팬아웃 패키지용 고속 인터페이스 재배선 소재

온디바이스 의 인터페이스 성능 향상을 위한 팬아웃 웨이퍼레밸 패키징 

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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품목번호 기술자립형 품목 일반2025- - - -10 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당( )

분야 반도체

미션 글로벌 첨단 후공정 기업육성Top 10 

프로젝트 반도체 첨단패키징용 핵심기반기술 개발

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
시장수요연계 대면적 빌드업 필름 소재 및 초미세패턴 공정 혁신제품형 기술개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

플립칩 패키지 기판에서 이하의 낮은 유전손실을 가지며 초미세배선의 

구현이 가능한 다층 빌드업 기판 소재 및 공정 기술개발  

핵심 목표 유전손실 이하의 플립칩용 빌드업필름 소재 개발 

세계 최고수준

개발내용

낮은 열팽창계수 및 저유전율 다층 빌드업 기판 소재 개발

신호품질 향상을 위한 저유전율 저유전손실 다층 기판 혹은 인터포저용 절연소재 개발

나노필러 배합을 위한 분산 및 폴리머 조성 확보

저조도 고신뢰성 확보를 위한 조성 확보

초미세패턴 구현 및 평가 기술 개발

빌드업 필름을 이용한 이하급 플립칩 기판 배선 공정 기술 개발 

수직연결부 구현을 위한 비아 가공 및 도금 기술

미세패턴 구현을 위한 표면 처리 기술 개발

신호무결성 향상을 위한 표면 제어 기술개발

재배선 구조 및 회로폭에 따른 신호품질 신호손실 등 평가

초미세패턴 구현을 위한 표면 평탄화 공정기술 개발

와 축 대면적 대응이 가능한 평탄화 장비 구현
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표면거칠기 이내의 저편차 평탄화 기술 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
선폭 필름 두께 편차 열팽창계수 유리전이온도 유전율 유전손실 표면 평탄도 - ( ), (%), (ppm/ ), Tg( ), / , ㎛ ℃ ℃

기계적특성 모듈러스 접착력등 패키지 레벨 신뢰성 평가방법 등(nm), ( , ), 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 빌드업소재는 첨단반도체패키지의 핵심으로 일본 아지노모토

가 독점하고 있어 공급 제약 및 가격 통제 리스크가 존재하며 빌드

업 소재 개발을 통해 공급망 불안정성에 대한 한국 반도체 패키징 업계의 취약

성을 줄일 수 있음 

기술적 측면 인터포저와 플립칩패키지 기판은 미세 재배선 기술이 필요한데 이

러한 초소형 배선을 위해 균일한 두께 및 제어된 유전 상수 등 정밀한 특

성을 확보한 빌드업 소재가 필요함  

시장적 측면 플립칩 인터포저 패키지 등 첨단 반도체 패키지 시장이 크게 성장

하면서 빌드업 필름에 대한 수요는 증가하지만 생산능력이 수요를 따라가지 못

하는 상황으로 빌드업 소재 개발에 따라 국내업체의 글로벌 시장점유율을 늘리

고 수입 의존도를 줄이는 효과가 있음  

사회적 측면 빌드업 소재 기술 확보는 소재 뿐만아니라 미세배선 공정 및 장비 

회사 에서 상당한 고용 기회가 창출될 것임

활용분야3. 

활용분야

빌드업 필름은 다양한 분야의 플립칩 및 인터포저용 기판에 적용 가능

고성능 컴퓨팅 및 반도체용 인터포저 및 플립칩 기판

소형 고성능 모바일 기기용 플립칩 기판

서버 및 데이터센터용 메모리용 인터포저 

자율주행 및 인포테인먼트용 자동차 전장용 반도체 기판

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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품목번호 기술자립형 품목 일반2025- - - -11 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야
미션

프로젝트
연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
시장수요연계 고밀도 대면적 패키지용 무가압 저휨변형 접합 FCBGA 

혁신제품형 기술개발
시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

플립칩 패키지의 무가압 저휨변형 접합공정을 위한 고연신율 접합소재 및 

공정기술 개발

용 고성능 반도체용 대면적 플립칩 는 칩과 기판 간 열팽창계수

차이로 인해 기판에서 휨변형 및 접합 불량이 빈번히 발생

특히 고성능 반도체용 미세피치 인터커넥션에서는 휨변형으로 인해 미세피치 인

터커넥션이 점점 어려워지고 있음  

휨변형을 억제하기 위해 압력을 주는 열압착접합 방식이 사용되고 있으나 일반

적인 무가압 방식에 비해 생산성이 수준

휨변형을 억제하기 위해 접합에너지를 낮춰야 하며 이를 위해 일반적으로 계 솔더를 

사용하는데 고유의 높은 취성 때문에 일반적인 접합소재로 사용하는데 제한이 있음

따라서 무가압 저휨변형 접합을 위한 고연신율 솔더소재의 개발이 필요함

 

핵심 목표 고온접합소재대비 휨변형 이내 연신율 이상 

세계최고수준

개발내용

대면적 초미세피치 패키지 대응 저휨변형 무가압 접합공정용 고연신 접합소재 개발

저휨변형 인터커넥션을 위한 접합소재 합금설계 기술 개발

미세피치 대응 인쇄성 확보를 위한 바인더 합성기술 개발
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패키지 인터커넥션 열 피로 고온시효 기계적 신뢰성 평가 

접합소재 대량생산을 위한 소재 및 공정기술 확보

저휨변형 미세피치 무가압 접합공정 기술개발

미세피치 저휨변형 접합소재 적용 인쇄 공정기술 개발

무가압 접합 적용 피치 이하 접합 공정기술 개발

저휨변형 고속 접합 공정 기술개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
인터커넥션 피치 휨변형 연신율 전단강도 전단변형율 열충격신뢰성 등 - (um), (um), (%), (MPa), (%), (cycle) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 반도체 패키지 소부장은 지정학적 긴장 무역규제 독과점 등으로 인

한 글로벌 공급망에 많은 영향을 받는 상황으로 일본이 과점하고 있는 차세대 

반도체용 저변형 고연신 접합소재 시장에 국내 기술 자립화를 통한 기술 주권을 

확보하고 불안정한 반도체시장의 소재 공급망 확보가 필요함

기술적 측면 전자부품의 모듈화 대형화로 인터포저와 기판 간 열팽창계수

차이로 인해 높은 온도로 가열될수록 휨변형 및 접합 불량이 빈번히 

발생하여 이러한 문제 해결이 가능한 저휨변형 접합기술 개발이 필요

또한 저유전율 소재를 사용한 고급 기판은 플립칩 패키징의 핵심이나 이러한 

기판은 휨변형에 취약하므로 저휨변형 솔더 재료를 적용 고급 기판의 무결성을 

손상시키지 않는 접합기술이 필요

시장적 측면 저휨변형 접합기술은 미세피치 인터커넥션이 요구되는 

프로세서와 같은 응용에서 많이 사용될 것으로 전망되며 반도체 패키지에서 

휨변형 결함을 억제하게 되면 이들 반도체 패키지의 수율이 향상 제품신뢰성 개

선을 통해 수익성과 시장경쟁력을 높일 수 있음

사회적 측면 저휨변형 접합기술은 일반적으로 공정온도를 낮추는 기술로 기존 

에서 이하로 공정온도를 감소시킬 경우 배출량을 연간 줄

일 수 있으며 전력사용량을 낮추어 기후변화 대응에 직접적으로 기여가 가능

활용분야3. 

활용분야

저휨변형 접합소재는 모바일 웨어러블 디바이스 데이터센터 및 용 

반도체 패키징용 인터커넥션에 활용 가능

스마트폰 테블릿 랩탑 등 모바일 디바이스 의 미세피치 인터커넥션
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자율주행 및 인포테인먼트용 자동차 전장용 반도체 인터커넥션

등 접합공정 중 변형이 발생하기 쉬운 기판을 사용하는 웨어러블 의료장비

플렉서블 장치의 인터커넥션

심장조율기 등 접합공정 중 열손상에 민감한 이식형 의료장치

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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품목번호 기술자립형 품목 일반2025- - - -12 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야
미션

프로젝트
연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
시장수요연계 웨이퍼용 소재 및 저온 경화 공정장비 혁신제품형  300mm EMC 

기술개발
시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

패키징과 같은 첨단 패키징은 웨이퍼를 기반으로 하고 있으며 

의 높은 열팽창계수로 인해 몰딩 공정 이후 패키징 공정 동안 발생하는 

로 인해 후속 공정이 어려움이 있어 이의 기술적인 해결책이 필요함 

패키지 를 최소화하기 위해 몰딩 공정의 온도와 시간을 낮추고 

열팽창계수가 낮은 소재 공정 장비기술 개발이 필요함

핵심 목표 후경화 온도 이하 소재 및 경화 공정장비 개발

세계 최고수준

개발내용

특성을 갖는 패키지용 배합 기술 개발

수지 기술 및 이를 활용한 패키지용 배합 개발

수지 구조변화에 따른 용 배합 특성 및 물성 변화 평가기술

비접촉방식의 에너지 전달 활용한 경화온도 제어 기술 개발

비접촉방식의 에너지 전달을 통한 저온 경화 메카니즘 규명

상기 메카니즘을 이용한 저온 경화 공정장비 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
경화온도 웨이퍼의 몰딩 후 수준 등 - ( ), 300m warpage(um) ℃

지원 필요성2. 
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지원필요성

정책적 측면 웨이퍼용 는 반도체 첨단 패키징에 있어 핵심 소재이나

일본 소재 기업과 기술적인 격차가 크고 소재와 장비 그리고 수요 기업이 동시에

기술 개발에 유기적으로 참여해야 함으로 개별 기업이 단독으로 기술 개발하기 

어려워 정부의 정책적인 지원이 필수적임

기술적 측면 반도체 첨단 패키징은 웨이퍼를 몰딩한 이후 이를 기판으로

활용하여 후속 공정을 수행하는 경우가 많아 본 과제를 통해 워피지 제어를 가

능하게 하는 핵심 기술을 확보하면 대만과 일본에 비해 뒤떨어진 반도체 첨단 

패키징 분야에서 우월한 위치를 점유할 수 있음 

시장적 측면 는 조 천억원의 가장 큰 핵심 소재 시장이며 첨단 는 

모두 일본에 종속되어 있어 이를 국산화하여 시장을 확보하는 것이 중요함과 동

시에 공급망의 안정화를 통해 안정적인 시장을 확보하는 것이 중요함

사회적 측면 는 유기 및 무기 소재 파트와 장비 등 다양한 소재 및 장비

의 공급망을 포함하고 있어 이의 국산화는 소재와 장비 생태계의 국산화를 의미

하여 새로운 일자리를 확보할 수 있음

활용분야3. 

활용분야

기반 첨단 반도체 패키징 

스마트 폰용 메모리 및 비메모리를 위한 패키지

과 모듈용 패키지

첨단 패키징을 위한 핵심 기술 

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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품목번호 기술자립형 품목 일반2025- - - -13 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자및시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc gfedc gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc gfedc gfedc gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb gfedc

품목명
시장수요연계 고성능 용 초고종횡비 수직 형성을 위한 구리   HBM TSV 

전해도금 소재 혁신제품형 기술개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

차세대 용 초고종횡비 형성용 전해도금 소재 

종횡비 형성을 위한 구리 전해도금용 첨가제 소재 및 충진 기술

상용 종횡비 지름 수준 대비 작은 지름과 큰 종횡비를 가지는 μ

차세대 의 전해도금용 소재 및 충진 기술 개발

형성용 첨가제 소재의 세계 최고 충진 특성 확보 

μ

μ

핵심 목표 종횡비 충진 속도 이상 첨가제 소재개발μ

세계최고수준

개발내용

초고종횡비 공정용 전해도금 첨가제 소재

종횡비 수준의 미세 의 결함 없는 충진을 위한 소재 개발

전해도금 공정 기술 개발
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용 고속 충진 전해도금 공정 기술 

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
종횡비 지름 깊이 충진 속도 무결함 충진 비율 - TSV spec.( , , ), TSV ( m/min), wafer level (%)μ

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 금속 배선 형성 용 전해도금 기술은 미래 반도체 패키징의 핵심 

기술로 해외 경쟁 국가가 전해도금 기술을 이용한 패키징 배선 형성 관련 시장

을 선점하고 있는 상황이기 때문에 정책적으로 전폭적으로 지원하여 기술 자립

이 필요한 상황

기술적 측면 전해도금 용 첨가제 소재는 해외 의존도가 로 국산화를 

통한 소재 자립이 필요하며 세계 최고 수준의 전해도금 소재 및 공정기술 

개발은 미래 반도체 패키지 소자의 특성 향상에 필수적으로 필요함

시장적 측면 대만 가 반도체 패키징 시장의 많은 부분을 선점하고 있으

며 전해도금 소재의 경우 미국 일본 독일 등 전통적인 케미컬 업체에서 과점 

중으로 국내 고유의 기술 개발을 통해 미래 시장 확보가 필요

사회적 측면 전해도금 소재 및 공정 기술 개발은 반도체 산업 전반에 걸쳐 일

자리 창출이 가능하며 국가 경제의 지속적 발전에 기여 가능

활용분야3. 

활용분야

고성능 반도체 패키징 소자의 차원 적층을 위한 수직 통전 배선 형성

높은 수를 확보할 수 있는 고집적 반도체 패키징 디자인 구현을 위한 초고

종횡비 형성에 활용

개발 기술은 뿐만 아니라 수직 적층을 포함하는 모든 반도체 패키징 소자 

생산에 추가 적용 가능

전해도금 관련 기술 개발 결과의 다양한 확장 가능성

미래 기판 형성을 위한 초미세 피치 구현을 위한 마이크로범프 및 하이브

리드 본딩 용 구리 소재 형성을 위한 기술 개발에 직접 적용 혹은 참고자료로 

추가 활용 가능

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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 반도체첨단패키징선도기술개발 글로벌기술확보형첨단패키징개발( )

품목번호 글로벌기술확보형 품목 일반2025- - - -15 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체 장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야
미션

프로젝트
연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
반도체 첨단 패키징 선도기술개발사업 상용화 지원

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 7 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

본 과제는 반도체 첨단 패키징 선도기술개발사업 총괄 과제로서 세부 과제들의 

성공적인 개발 수행 및 성과 확보를 위해 내역 사업 전반의 수요 연계 및 상용화 

지원 활동을 추진하는 과제임 

개발내용

민간기업 협의체 국내외 수요기업 반도체 소자기업 및 기업 으로 구성된

민간기업 협의체 운영

사업화 및 실증 지원 방향 논의 세부 과제별 해외 사업화 판로 개척 지원 및 

수요 연계 글로벌 협력 추진

테스트 웨이퍼 내역 사업의 원활한 연구개발 수행을 위한 과제별 필요 웨이퍼 

조사 수요기업 등을 통해 과제별 맞춤형 테스트 웨이퍼 공급

양산성능평가 국내외 수요기업 반도체 소자기업 및 기업 의 첨단 패키징 

소재 장비 양산성능평가 지원 체계 구축을 통한 수행 과제들의 결과물 양산성능 

평가 프로그램 운영

기술전문위원회 산학연 첨단 패키징 전문가 중심의 기술전문위원회 구성 및 운영

사업 세부 과제들의 성공적인 사업화를 위한 애로사항 해소 지원 기술 자문 추진

기술로드맵 한국형 첨단 패키징 로드맵 수립 및 수요기업 연계를 통한 국내 첨단 패키징 
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소부장 미래 연구개발 방향 제시 수행 과제들의 연속적인 연구개발 방향성 설정 지원

기타 세부과제 지원

세부과제 성과 모니터링 수요 기업 전문가 초청 기술 자문 및 네트워킹을 위한 

국내 첨단 패키징 기술개발사업 워크샵 개최

과제 연구개발 지원을 위한 패키징 시장 특허동향보고서 제작 및 정보 제공

국내외 전시 부스 운영을 통한 과제 성과 확산 및 홍보 지원

연구개발계획서 제출 시 개발 내용 전체 포함 필수~ ① ⑥ ▸

연구개발계획서 제출 시 아래 항목의 정량적 목표치 제시 필수▸

민간기업 협의체 운영 건 년 테스트웨이퍼 제공 건 년 양산성능평가 건 년 등  - ( / ), ( / ), ( / ) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 첨단 패키징이 반도체 공급망을 주도할 전략카드로 활용되며 미 중을

비롯한 반도체 선도국 간 기술경쟁 우위를 위한 초격차 필요성이 증대됨 국내 

패키징 분야는 일부 장비 개발에 대한 지원만 있을뿐 첨단 패키징 기술 지원은 

절대적으로 부족한 상황 반도체 첨단 패키징 산업 육성 지원을 통해 반도체 후공정 

초격차 기술 확보 및 기술 경쟁 우위 확보가 시급

기술적 측면 칩렛 차세대 인터포저 패키징 등 차세대 패키징 핵심 기술개발을

통한 차세대 고부가 시스템반도체 소재 공정 장비 분야의 압도적 기술경쟁력 

확보 지원 필요 글로벌 선도기업이 생산하고 있는 

공정 기술 및 이와 연관된 테스트 기술 관련 소 부 장 공급망 내재화를

통한 국가 전략 자산 확보 지원 필요

시장적 측면 첨단 패키징 기술 및 시장에서 국내 글로벌 영향력은 수준으로

매우 열악한 상황이며 대만 및 중국 기업이 대부분의 점유율을 차지 국내 패키징 

산업은 첨단화에 투자할 자체 여력 부족 등으로 인해 첨단 패키징 기술개발이 지

연되는 악순환이 반복되고 있어 기술 자립화 및 시장 선점 지원이 필요

활용분야3. 

활용분야

칩렛 기반 패키징 솔루션 인공지능 패키지 기술 및 공정 등

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

단계 년 년 개월 이내 단계 년 년 개월 이내ʹ ʹ ʹ ʹ

단계평가를 통해 다음 단계의 수행여부 결정  

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

총 정부지원연구개발비 단계 억원 이내 단계 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 글로벌기술확보형 품목 병렬2025- - - -16 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체 장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

총괄 품목명
총괄 첨단패키징 글로벌 기술검증 플랫폼 개발( ) 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

세부 품목명1 세부(1 ) 기술선도형 차세대 인터포저 전략기술 검증기술 개발 

세부 품목명2 세부(2 ) 기술선도형 패키징 전략기술 검증기술 개발 3D 

세부 품목명3 세부(3 ) 기술자립형 패키지 소재 장비 전략기술 검증기술 개발 2.5D ·

개념 및 개발내용1. 

개념

반도체 첨단 패키징 선도기술의 기술검증을 위해 국내기관과 글로벌 해외기관 협업 

세부과제 검증기술 신뢰성 향상지원과 결과물 산 학 연 보급을 위한 플랫폼 운영

반도체 첨단 패키징 선도기술 개발사업 첨단패키징 기술개발 전략과제와 연

계한 최상위 측정표준 기반의 검증기술 및 체계 개발

기술검증 방안의 보급 및 국제경쟁력 제고를 위한 국제 단체표준 개발

핵심 목표 첨단패키징 글로벌 기술검증 플랫폼 구축 및 운영

개발내용

글로벌 기술검증 플랫폼 개발 운영

성과창출 및 확산을 위한 기술검증 플랫폼 사업추진 전략 수립

세부과제 개발 검증기술 국내기관간 상호협력 및 기술 활용지원

검증기술 확산 및 보급을 위한 네트워크 구성 기술세미나 간담회 워크숍 등 및 홍보

각 세부과제 국내기관과 국외기관 협업 지원 및 연구성과 국제 표준회의 발표 

예시 등

세부과제 사업성과 실적 관리 및 보고 총괄 등 
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세부과제 검증기술 측정소급성기반 신뢰성 향상 지원

세부과제 기술검증용 시료의 형상 및 물성 국제동등성 최상위 측정표준기반 측정

세부과제 검증활용 장비 주요 성능 교정

국제표준기반 검증방법 가이드 지원 및 표준화 검토

사업 총괄주관기관과의 협력체계화

국제협력 네트워크 구축 지원

연구개발계획서 제출 시 ~ ① ▸ 개발 내용 전체 포함 필수 

연구개발계획서 제출 시 아래 항목의 정량적 목표치 단계별 제시 필수 ▸

기술 - 검증 가이드 제정건연 기술검증 플랫폼 통합워크숍건연 국내 단체표준 연계안( / ), ( / ), ( ) 건연 등( / ) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 반도체는 국가안보 및 첨단기술 경쟁에서 중요한 전략적 자산이며 

첨단패키징 기술은 차세대 반도체 산업 경쟁력의 핵심으로 기술검증 및 표준화를

통한 글로벌 기술시장에서 선도적 위치 확보가 국가정책 실현에 필수적

첨단 패키딩 기술 장벽 극복 및 해외 시장진출을 위한 기반 마련을 위해서는 국

내기관과 글로벌 연구기관의 협업이 필수적이며 이를 위한 글로벌 연계형 기술

검증 플랫폼이 요구됨

기술적 측면 첨단 패키징 기술은 미세화 및 고집적화로 인해 신뢰성 검증이 필

수적이며 개발 검증법의 표준화 전략은 국제경쟁력 제고와 시장 선점이 가능함

첨단패키지 소재 부품 장비 개발과 연구결과를 시제품으로 제작 시 이에 대한 

신뢰도를 평가할 수 있는 기술검증 체계확보가 최우선적 요구

첨단 패키징 산업의 신소재 및 신공정의 검증법 개발 시 글로벌 검증체계를 활

용한 시간 단축과 국제 단체 표준화를 통한 성과확산체계를 구축함으로써 반도

체 기술 선도국으로 자리매김이 필요 

시장적 측면 첨단 패키징기술은 글로벌 반도체시장에서 지속적으로 성장하고 

있으며 시장 선점을 위해 신뢰성 검증 플랫폼 구축이 필수적으로 국내 기업의 

첨단패키징 기술검증지원으로 통한 글로벌 생태계 경쟁력 향상이 가능

등 미국과 대만의 핵심기업들이 반도체 패키징 기술을 

선도하고 있는 가운데 추격자로서 한국은 첨단패키징 분야에서의 기술경쟁력 확

보를 위해 삼성전자 하이닉스 등을 중심으로 기술 개발 투자를 강화 중

검증기술의 국제표준화를 통한 세계시장 진출의 교두보와 함께 시장 점유율을 높일 수 있음

사회적 측면 검증된 기술은 소비자 신뢰를 확보하며 안전성과 품질이 보장된 
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반도체 제품 공급으로 사회적 안정성에 기여가 가능함

검증된 기술을 통해 반도체 제품의 높은 품질과 안정성을 보장하며 소비자 및 산업

고객의 신뢰를 확보하고 국내외 산 학 연 협력 활성화에 기여가 가능함

활용분야3. 

활용분야

패키징 상용화 패키징 팬아웃 패키징 등

첨단 패키징 기술을 적용한 고성능 반도체 제품 개발 및 상용화

소부장 웨이퍼 기판 접착소재 등 관련 소재 기술의 신뢰성 검증 지원 패키징 

기술에 필요한 공정 장비 및 신소재 개발을 위한 성능향상 및 품질 보증체계 구축

제조산업 반도체 제조 공정 최적화 자동차 의료기기용 고신뢰성 반도체 개발

고성능 통신 데이터 센터용 반도체 품질 보증 등 반도체 제조 전 분야

반도체 제조 장비 및 신소재의 성능 검증 및 결함 원인을 사전에 검출을 통해

최적의 공정 조건을 설정하여 공정의 효율성을 증대

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

단계 년 년 개월 이내 단계 년 년 개월 이내ʹ ʹ ʹ ʹ

단계평가를 통해 다음 단계의 수행여부 결정  

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

총 정부지원연구개발비 단계 백만원 이내 단계 백만원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 글로벌기술확보형품목병렬2025- - - -16-1 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체 장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedcb국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

총괄 품목명 총괄 첨단패키징 글로벌 기술검증 플랫폼 개발( ) 

세부 품목명
세부 기술선도형 차세대 인터포저 전략기술 검증기술 개발 (1 ) 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

반도체 첨단 패키징 선도기술의 기술검증을 위해 관련 인프라를 보유한 국내기관

과 글로벌 해외기관과의 협업을 통한 기술검증 방안 도출

반도체 첨단 패키징 선도기술 개발사업 기술선도형 및 기술자립형 첨단패키징 

기술개발 전략과제와 연계된 검증기술 개발

세부기술 연구개발과정에서 요구되는 기술검증을 위한 시료제작 및 기술검증 방법 도출

기술검증 방안의 유효성 확인을 위한 검증 결과 제시

핵심 목표 기술선도형 차세대 인터포저 전략기술 검증기술 개발 신뢰성 입증

기술선도형 차세대 인터포저 전략기술 구성 
고밀도 브릿지 내장 인터포저 제조 기술 Si ∙

다층 미세 재배선 설계 및 전사 기술 ∙

향 수동소자 내장형 인터포저 공정 2.3D∙

패널 레벨 재배선 공정기술∙

다층 미세 재배선층 제조기술∙

공정 안정성 및 신뢰성 평가기술∙

인터포저향 가공 및 공정기술Glass through-glass via (TGV) via-filling ∙

수동소자 내장형 인터포저 공정기술Glass ∙
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개발내용 

차세대 인터포저 개발을 위한 설계 및 제작 지원 시스템 구축

표준 인터포저 제작 지원을 위한 대구경 인치 인터포저 미세 단위 공정 확립

기술 활용을 위한 인터포저 표준 규격화 및 디자인 가이드 개발

박막 고집적 수동소자 지원을 위한 집적화 공정 구축 및 확보

고집적 인터포저 성능 평가 시스템 구축

차세대 인터포저 전기적 성능 평가를 위한 규격 표준 설계 

급 측정 분석을 위한 측정 평가 개발 

내장 또는 박막 고집적 수동소자 표준 설계 및 전기적 성능 평가 구축 

차세대 인터포저 기반 실장 평가 시스템 구축

실장 평가를 위한 도금 기반 정밀 마이크로 범프 형성 공정 개발 

패키지 검증을 위한 표준 실장 시스템 개발

실장 가이드를 위한 조성 및 규격 표준화 개발   

인터포저 불량 분석 및 신뢰성 검증 시스템 구축

전기적 특성 평가를 통한 분량 분석 기술 개발 

를 통한 물리적 다층 불량 분석 기술 개발 

기반 신뢰성 분석 시스템 구축

연구개발계획서 제출 시 아래 항목의 정량적 목표치 ▸ 단계별 제시 필수  
기술검증 시료제작 건수건 전략기술과 연계된 검증기술 건수건 유효성 확인 건수건 등  - ( ), ( ), ( ) 

국제공동개발 대상 역할▸

대구경 고밀도 다층 배선 구현을 위한 인터포저 표준 공정 확립 - Si/glass 
차세대 인터포저 기반 실장 평가 시스템 구축 및 서비스 제공 - 
첨단 패키징 관련 인프라를 통한 및 공정 서비스 제공 - R&D 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면( ) 첨단 패키지의 중요성이 높아지고 있고 차세대 패키지 기술로서 

를 활용한 패키지가 제안되고 있는 상황에서 상대적으

로 부족한 국내의 고집적 인터포저 제조 평가 인프라에 대한 기술 역량을 해외 선

진 기관과 협력을 통해 강화할 필요가 있음

 ㅇ 기술적 측면( ) 국내의 차세대 패키지 산업 육성을 위해 Si/ 기반의 고집적 인터포저 

제조 실장 평가 기술에 대한 지원 생태계 조성 및 관련 선행적 확보 필요

 ㅇ 시장적 측면( ) 현재 조원 규모인 고집적 패키지 시장은 년 약 조 이상으로 

증가할 것으로 예상되고 최근 삼성 등이 년 인터포저 양산을 준비

함에 따라 대면적 고집적 기판을 기반으로 하는 차세대 인터포저의 시장이 크게 

확대될 것으로 예상됨
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 ㅇ 사회적 측면( ) 반도체 기술은 차세대 통신 자율 주행 첨단 방위 산업 등과 

같이 안정된 사회망 구축에 필요한 필수 산업 기술로 정부 지원을 통한 국내 기

술 경쟁력 확보가 필요함 

활용분야3. 

활용분야

세계 최고 수준의 협력 인프라를 활용한 국내 기업의 빠른 차세대 패키지 요소 

기술 개발 및 성능 검증 

선진 해외 연구기관과 연계한 양산 및 세계 표준 규격의 시제품 개발 ㅇ 

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

단계 년 년 개월 이내 단계 년 년 개월 이내ʹ ʹ ʹ ʹ

단계평가를 통해 다음 단계의 수행여부 결정 

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

총 정부지원연구개발비 단계 백만원 이내 단계 백만원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 징수

기 타 해외기관 참여 필수 대상국가 미국
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품목번호 글로벌기술확보형품목병렬2025- - - -16-2 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체 장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedcb국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

총괄 품목명 총괄 첨단패키징 글로벌 기술검증 플랫폼 개발( ) 

세부 품목명
세부(2 ) 기술선도형 패키징 전략기술 검증기술 개발 3D 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

반도체 첨단 패키징 선도기술의 기술검증을 위해 관련 인프라를 보유한 국내기관

과 글로벌 해외기관과의 협업을 통한 기술검증 방안 도출

반도체 첨단 패키징 선도기술 개발사업 기술선도형 및 기술자립형 첨단패키징 

기술개발 전략과제와 연계된 검증기술 개발

세부기술 연구개발과정에서 요구되는 기술검증을 위한 시료제작 및 기술검증 방법 도출

기술검증 방안의 유효성 확인을 위한 검증 결과 제시

핵심 목표 기술선도형 패키징 기술검증 방안도출 신뢰성 입증

기술선도형 패키징 전략기술 구성 
적층 구조 전기적 테스트 기술개발    3D ∙

칩렛 적층 패키지 신뢰성 평가 기술 개발    ∙
본딩 계면 검사 기술 개발     Void ∙

개발내용 

적층 구조 전기적 테스트 기술 검증 또는 기반 반도체 개발 제

제품의 전기적 성능 검증을 위한 정량적 항목 도출
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및 인터커넥트 저항 값 측정을 통해 적층 간 저항의 균일성 

확인을 통해 전류 전달 효율 및 열화 가능성 검증기술

적층 구조의 층간 커패시턴스 측정으로 적층의 균일성 확인 및 

커패시턴스로 인한 및 검증기술

신호 전달 지연 등으로 인해 적층 구조에서 고속 신호의 전송 시간

측정을 통해 층간 또는 간 신호 간섭 수준 검증기술

결함 수준 적층 시 층간 결함 인터커넥트 등 발생 

측정 및 빈도 검증기술

칩렛 적층 패키지 신뢰성 평가 기술 검증 또는 기반 반도체 개발 

제품의 신뢰성 검증을 위한 정량적 항목 도출

구조적 신뢰성 칩 강도 및 패키지 접합부 계면 강도 측정을 통한 통합 패키지 

적층 구조의 안정성 검증기술

환경 신뢰성 온도 습도 및 충격 하중에 따른 신뢰성 수명 평가를 통한 칩렛 

제품의 신뢰성 수명 검증기술

소재 변형 신뢰성 칩렛 적층 패키지를 구성하는 소재 물성 측정을 통한 소재 

변형 거동 신뢰성 검증기술

본딩 계면 검사 기술개발 하이브리드 본딩 기반 반도체 제품의 

발생 여부와 본딩 무결성을 정밀하게 검증하기 위한 정량적 검사 항목 도출

밀도 및 크기 본딩 계면에서 크기와 밀도를 크기의 비율로 설

정하여 무결성 검증기술

정렬 오차를 크기 대비 비율로 설정하여 본딩 달성 

여부 검증기술

웨이퍼 에서 발생할 수 있는 와 불균일성을 기

반의 일관성으로 분석

연구개발계획서 제출 시 아래 항목의 정량적 목표치 ▸ 단계별 제시 필수  
기술검증 시료제작 건수건 전략기술과 연계된 검증기술 건수건 유효성 확인 건수건 - ( ), ( ), ( )
국제공동개발 대상 역할▸

 - 패키징  3D 기술 검증을 위한 시료제작 및 기술 검증 방법 도출 
첨단 패키징 관련 인프라를 활용한  - 패키징 3D 검증 서비스 제공

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면( ) 적층 기술을 차세대 반도체 설계의 핵심 기술로 기술 개발 속

도를 높이고 글로벌 반도체 생태계 리더십 확보를 위해 표준화된 검증 항목의 
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개발이 필요

명확한 정량적 평가 기준 마련으로 연구 결과의 목표달성 여부 판단에 활용

기술적 측면 적층 기술은 기존 반도체 제조 공정 기술 대비 전기적 특성 신호

무결성 열 관리 등에서 높은 수준의 관리를 요구하므로 검증 항목의 마련을 통해 

관련 제품의 기술적 신뢰성 및 양산시 결함 발생 확률을 최소화할 수 있음

적층 구조 결함은 단일 층에서 발생하는 결함 대비 특성 평가가 어렵고 결함 발생 

시 시스템 성능에 미치는 영향이 크기 때문에 결함 발견 조기 평가 기술개발 필요

시장적 측면 반도체 등 첨단 반도체 수요 폭증으로 적층 기술 수요가 

증가하고 있어 결함 및 성능 저하 문제를 조기에 검증할 수 있는 기술개발을 

통해 시장의 조기 선점 가능성을 제고

사회적 측면 높은 신뢰성을 갖는 제품 생산 기술은 반도체 공급망 내에서 안정

적이고 우위적인 위치를 선점하기 위해 필수적으로 확보되어야 하는 기술

적층 구조를 활용하는 첨단 반도체의 공급망 내 핵심 기술 및 제품 확보로 기술 

자립 기술 안보 측면에서 차별적 경쟁력 달성 가능

활용분야3. 

활용분야

국내에서 개발된 검증 기술을 연구과제 기술 검증에 적용함으로써 첨단 패키징 

기술이 글로벌 표준에 부합하는 신뢰성을 확보할 수 있게 됨

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

단계 년 년 개월 이내 단계 년 년 개월 이내ʹ ʹ ʹ ʹ

단계평가를 통해 다음 단계의 수행여부 결정 

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

총 정부지원연구개발비 단계 백만원 이내 단계 백만원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 징수

기 타 해외기관 참여 필수 대상국가 미국
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품목번호 글로벌기술확보형품목병렬2025- - - -16-3 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체 장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트
연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedcb국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

총괄 품목명 총괄 첨단패키징 글로벌 기술검증 플랫폼 개발( ) 

세부 품목명
세부 기술자립형 패키지 소재 장비 전략기술 검증기술 개발 (3 ) 2.5D ·

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

반도체 첨단 패키징 선도기술의 기술검증을 위해 관련 인프라를 보유한 국내기관

과 글로벌 해외기관과의 협업을 통한 기술검증 방안 도출

반도체 첨단 패키징 선도기술 개발사업 기술선도형 및 기술자립형 첨단패키징 

기술개발 전략과제와 연계된 검증기술 개발

세부기술 연구개발과정에서 요구되는 기술검증을 위한 시료제작 및 기술검증 방법 도출

기술검증 방안의 유효성 확인을 위한 검증 결과 제시

핵심 목표 기술자립형 패키지 소재 장비 전략기술 검증기술 개발 

신뢰성 입증

기술자립형 패키지 소재 장비 전략기술
초박형 핸들링이 가능한 웨이퍼 기술TBDB ∙

미세피치 칩온웨이퍼 적층 접합 기술2.5D ∙

고방열 고내열성 반도체 패키지 하이브리드 몰디드언더필 소재 기술, 2.5D ∙

및 저온 미세접합 소재 및 장비 기술Si vertical interconnect ∙

개발내용 

미세 피치 칩온 웨이퍼 적층 접합 기술 개발을 위한 설계 및 제작 지원 시스템 구축

칩온 웨이퍼 접합을 위한 웨이퍼 가이드 확보
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칩온 웨이퍼 접합을 위한 웨이퍼 상의 표준공정 확립

칩온 웨이퍼 측정 구축 및 불량 분석 기술 개발

기반 신뢰성 분석 시스템 구축

패키지 접합 소재 및 장비 기술 개발을 위한 지원 시스템 구축

미세피치 칩 온 웨이퍼 적층용 소자 및 기판 설계 및 기술검증 시료제작 기술 확보

미세피치 칩 온 적층 저온 접합 기술 개발

미세피치 칩 온 적층 몰디드 언더필 소재 기술 개발

저온접합 소재 불량분석 기술 및 신뢰성 분석 시스템 구축

공정 및 분석 시스템 구축

박막 고종횡 비 공정 도금 및 불량 분석 시스템 구축

적층 및 접합 후 결함 등 분석 시스템 구축

설계 가이드 및 정량 목표 도출

초박형 웨이퍼 공정 및 기술 개발

대면적 초박형 웨이퍼 상의 공정 기술 및 확보

초정밀 공정 기술 확보

초음파 을 통한 물리적 불량 분석 기술 개발 

미세피치 칩온 적층 접합 기술 분석 및 신뢰성 검증 시스템 구축

다층 연결 구조 분석 시스템 구축

표준 실장 신뢰성 측정 및 분석 시스템 구축

연구개발계획서 제출 시 아래 항목의 정량적 목표치 ▸ 단계별 제시 필수  
기술검증 시료제작 건수건 전략기술과 연계된 검증기술 건수건 유효성 확인 건수건 등  - ( ), ( ), ( ) 

국제공동개발 대상 역할▸

 - 첨단 패키징 관련 인프라를 통한 및 공정 기술 제공R&D 
두께 이하에서의 공정 기술 제공 - Si wafer 100um TSV/RDL/Bump (TBDB_Temporary Bonding 
공정 포함De-Bonding )

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면( ) 원천 및 첨단 연구개발을 통해 매우 부족한 첨단반도체 패키지 인

프라 구축을 통하여 연구개발 전문인력을 양성하여 국가 첨단기술 경쟁력 강화

에 기여할수 있음

기술적 측면 칩온 웨이퍼 패키지 기술은 반도체칩과 다른 구성 요소 간의 

고속 상호 연결을 사용하여 반도체의 데이터 전송 속도가 빨라지고 대기 시간이 

단축되므로 같은 초거대 와 블록체인이 탑재된 등 차세대 메

가트렌드에 필요한 차세대 첨단 반도체 패키징 원천기술 제공할수 있음

시장적 측면 칩온 웨이퍼 패키지는 기존 기술보다 낮은 비용으로 이종 
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반도체소자를 집적화하여 반도체 성능 및 전력효율성을 향상시키며 보다 강력하

고 기능이 풍부한 전자제품을 개발할 수 있으므로 국내 전자제품 기술 및 가격 

경쟁력을 동시에 강화할수 있음

사회적 측면 사회적인 관점에서 칩온 웨이퍼 패키지의 개발은 더 빠르고 

더 강력한 컴퓨터 스마트폰 등 새롭고 혁신적인 제품의 개발을 가능하게 하고

이를 통해 보다 쉽고 편리하게 정보에 접근하고 다른 사람과 소통하며 일상적인 

작업을 수행함으로써 사람들의 삶을 개선할 수 있음

활용분야3. 

활용분야

기술적 범프 피치 이하 칩온 웨이퍼 칩렛 집적을 위한 인터포저 접μ

합 소재 및 공정 기술 개발을 통한 고성능 컴퓨팅 저전력소자구현 적층형 메모

리 적용 기반 기술 확보

시장 산업적 칩온 웨이퍼 칩렛 집적 소재 및 장비 시장 선점 및 이를 통

한 신규 고용 창출

글로벌 패키징 기술이 제조공정의 핵심으로 부상하며 글로벌 반도체 생태계에

서의 표준화 및 협업을 통한 첨단 패키징 장비와 소재 산업의 육성이 가능

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

단계 년 년 개월 이내 단계 년 년 개월 이내ʹ ʹ ʹ ʹ

단계평가를 통해 다음 단계의 수행여부 결정 

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

총 정부지원연구개발비 단계 백만원 이내 단계 백만원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 징수

기 타 해외기관 참여 필수 대상국가 미국
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민관공동투자반도체고급인력양성 

품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -M01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
범위의 온도 보상이 가능한 고신뢰성 레벨 메모리 소자 및 -30~60 32 3D NAND ℃ 

회로 핵심 요소기술 개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

개념 고용량 메모리 기반 차량 및 모바일용 스토리지의 운영 

환경에서 외부 요인에 의한 온도 변화로 발생하는 오동작 현상 즉 

현상 또는 이하 현상이 제품 개

발에 있어 난제를 유발하고 있음 특히 메모리의 지속적인 집적도 향상

을 위해 필수적인 개발 방향으로 스케일링 단수 증가 및 이상의 

기술들이 제시되고 있으나 이 기술들과 더불어 현

상에 대한 대응 기술과 함께 개발되지 않는다면 해당 현상에 대한 취약성이 기

하급수적으로 올라가게 됨 따라서 고용량 메모리를 요구하는 다양한 응용처들

에 메모리를 적용하여 시장을 확대하기 위해서는 

를 포함한 고신뢰성 특성 확보를 목표로 소자 알고리즘

그리고 특성을 고려한 온도 보상 회로 기술 개발은 필수불가결한 상태임

제품형태 플래시 메모리 소자 구동 알고리즘 온도 보상 

회로 기술

기술형태 이슈를 완화 및 해결할 수 있는 소자의 핵심 요소 

기술 개발을 포함한 절연막 채널 소재 공정 및 소자 기술 알고

리즘 및 온도 보상 회로 설계 기술
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핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

개발내용

레벨 소자의 온도 급변화 에 의한 동작 변동성 신뢰성

예측 모델 개발

고온 저온 의 범위에서 프로그램 읽기 동작에서 발생하는 메

모리 동작 변동성 및 기인한 신뢰성 열화 해석 플랫폼 개발

채널 물성 유전체 및 채널과의 계면 물성에 따른 성능 예측 모델링 개발

온도 보상에 필수적인 읽기 동작 온도에 따른 변화율인 온도 계수를 예측할 수 있는 모델 개발

레벨 고신뢰성 용 소자 개발

구동 시 등의 신뢰성 개선

을 위한 절연체 채널 소재 소자 공정 기술 개발

물성에 따른 특성 예측 모델 기반 고 이동도 채널 소재 및 다결정 실리콘 채널 

증착 또는 결정화 공정 개발 

개선을 위한 알고리즘 기술 개발

고온 저온 동작에서 발생하는 열화 현상들을 개선할 수 있는    

프로그램 및 읽기 동작 알고리즘 개발

절연체 채널 소재 변동성에 따른 온도 영향 변동성을 완화할 수 있는 알고리즘 개발

개선을 위한 온도 보상 회로 설계 기술 및 검증 플랫폼 개발

온도 변화에 따른 셀 특성 보상 회로 개발 및 실물 칩 검증

온도 변화에 따른 회로의 센싱 노이즈 감소 기술 개발 Page buffer 

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
특성 등 - Temp. Bump , retention, endurance, cell current, disturbance, MLC 

지원 필요성2. 

지원필요성

기술적시장적 필요성⸱
자율주행차 인공지능 기술 등의 지속적인 발전으로 인한 다양한 온도 환경에서  

고성능으로 구동하는 고집적 메모리의 중요성이 더욱 커지고 있으며 년도에

으로 달하는 플래시 메모리반도체 시장에 미국과 일본 업체

들의 대규모 인프라 및 인력 양성 투자 등으로 인해 매우 치열한 경쟁 환경임

이에 현재 시장에서의 한국 기업의 우위를 지속적으로 유지하면서 지속 

가능한 글로벌 초격차 기술 경쟁력 확보를 위해 해당 원천기술 개발이 필요함

로 구성된 데이터센터에서의 많은 전력 소비로 인한 이산화탄소 방출량이 증
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가하고 있는 상황임 이에 고신뢰성 기반 개발을 통해 향후 구축

될 데이터 센터를 포함하여 모든 데이터 센터를 교체 시 약 만 톤의 온실가

스 배출량을 감축할 수 있어 약 억 달러 이상의 사회적 가치를 창출할 수 있음

정책적 필요성 정부지원 필요성

현재 반도체 업계의 만성적인 반도체 전문인력 문제에도 불구하고 국내의 의대 

열풍으로 인한 이공계 기피 현상으로 우수한 반도체 전문 인력양성이 어려움 이

에 정부 예산의 지속적인 지원을 통해 지속가능하며 우수한 연구 환경 조

성으로 이공계 학생 유입 및 반도체 석 박사급 전문 인재 양성 유도가 시급함

이러한 정부의 지원을 통해 우리나라가 지속적인 메모리 반도체 위 위상 유지를 

통해 국가 위상을 강화할 수 있도록 지원이 필요함

활용분야3. 

활용분야

결과물의 활용분야 및 활용처

저온과 고온을 포함하는 다양한 구동 환경 온도에서 동작하는 모바일 자율주행, 

차 등의 응용처에 활용될 스토리지 핵심 기술로 활용 가능

현재의 메모리의 집적도를 개선할 수 있는 차세대 기술3bit NAND Multi bit Cell 

개발에 활용 가능하여 인공지능 사물인터넷 등 고용량의 데이터를 다루는 응용 , , 

시장을 선점 가능

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -M02 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트
연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
온디바이스 를 위한 강유전체 기반 초저전력 비휘발성 회로 기술 개발AI / SRAM 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

온디바이스 서비스 제공을 위한 온디바이스 하드웨어 기기 스마트폰 및 

안경형 고글을 최종 단말기로 고려하지 않는 새로운 개념의 최종 단말 기기 를 

위한 초저전력 비휘발성 동작이 가능한 강유전체 기반 기술 개발

온디바이스 및 엣지 컴퓨팅이 발전함에 따라 저전력 동작과 데이터의 안정적 

유지를 동시에 실현할 수 있는 캐시 메모리 솔루션에 대한 필요성 제기 온디바

이스 구현을 위해 고속 동작을 제공하는 기술은 필수적이지만 종래의 

휘발성 은 상대적으로 높은 전력 소모와 스케일링 한계로 인한 성능 저하

라는 기술적 문제에 직면해 있음

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

에 강건한 강유전체 기반 멀티 게이트 구조 트

랜지스터 설계 및 평가 기술 개발

기반 강유전체 커패시터 제작 및 강유전 특성 확보 
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μ 등

시뮬레이션을 활용한 강유전체 기반 멀티 게이트 구조 트랜지스터 모델링 및 특성 평가

주요 인자 구체화 최소 가지 이상 및 멀티 

게이트 트랜지스터의 특성 산포 최소화

적용 환경 하 트랜지스터의 σ

멀티 게이트 구조 트랜지스터 기반 설계 및 성능 분석

멀티 게이트 구조 트랜지스터 모델 파라미터 추출 및 진행

최적화 모델과 과의 오차율 

을 활용한 멀티 게이트 구조 트랜지스터 기반 설계 및 주요 성능 분석

동작 전압 이하 읽기 쓰기 성능 확보 등

을 고려한 멀티 게이트 구조 트랜지스터 기반 회로 성능 예측

적용 환경 하 동작의 산포 σ

강유전체 기반 멀티 게이트 공정을 통한 초저전력 비휘발성 구조 개발 

및 평가 플랫폼 구축

강유전체를 활용한 단위 셀의 초저전력 및 비휘발성 특성 구현

동작 전압 이하에서 읽기 쓰기 성능 등

확보 및 기존 데이터 유지 가능한 

강유전체를 활용한 단위 셀 기반 어레이 구현 및 특성 평가

을 고려한 강유전 멀티 게이트 구조 트랜지스터 기반 초저전력

비휘발성 회로 성능 예측 플랫폼 구현 및 최적의 레이아웃 설계

적용 환경 하 강유전체 기반 초저전력 비휘발성 동작의 

산포 σ

및 공정 기반 초저전력 비휘발성 제작

시뮬레이션 결과에 기반하여 소자 및 공정 기술을 각각 적용해 강유

전체 기반 초저전력 비휘발성 단위 셀 구현

소자 동작 전압 소자 동작 전압 

확보

및 기반 에 강유전체를 집적하여 초저전력 비휘발성 동작 구현

및 실용화 연구

상전이 소자 소자 등 을 적용하여 극초저전력 

동작 가능성 검토 및 동작 전압 최소화 연구

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
강유전 특성지표 - (Pr, Ec 트랜지스터 특성지표, Endurance, Retention), (ION, IOFF, ION/IOFF, SS, VTH), 

산포 지표 성능지표 읽기 쓰기 Process-induced random variation ( /mean), SRAM ( / noise margin, access σ
동작 전압 비휘발성 동작 등time, , ) 

지원 필요성2. 
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지원필요성

정책적 측면 온디바이스 는 다양한 산업 분야에서 국가 경쟁력을 좌우하는 

핵심 기술로 주목받고 있으며 이를 위한 초저전력 메모리 솔루션 확보는 필수적

임 본 연구는 강유전체를 활용한 멀티 게이트 트랜지스터 기반 기술을 

통해 메모리 성능을 혁신적으로 개선함으로써 온디바이스 시대의 다양한 

하드웨어 기기에 들어가는 핵심 메모리 반도체 기술 주권 확보에 기여 할 것임

기술적 측면 현재 은 스케일링 한계로 인해 전력 소모와 성능 저하가 큰 

문제로 대두되고 있음 멀티 게이트 구조와 강유전체의 조합은 이러한 문제를 해

결할 수 있는 혁신적인 기술로 온디바이스 및 엣지 컴퓨팅 응용에 최적화된 

메모리 솔루션을 제공할 수 있음

시장적 측면 강유전체 기반 멀티 게이트 기술은 고속 데이터 처리가 필

수인 온디바이스 시스템에 최적화된 메모리 솔루션을 제공함으로써 해당 시

장에서 다양한 디바이스에 활용됨으로써 시장 경쟁력을 강화할 수 있음

사회적 측면 저전력 설계는 탄소 배출을 줄이고 에너지 효율을 높이는 데 있어 

핵심적인 요소임 강유전체 기반 초저전력 비휘발성 기술은 에너지 절감

을 통한 지속 가능한 인프라 구축에 기여 할 수 있음

활용분야3. 

활용분야

온디바이스 를 위한 차세대 메모리 솔루션

초저전력 연산용 메모리 기존 배터리 용량 한계로 인한 짧은 동작 수명 한계

를 극복하여 온디바이스 환경에서 장시간 안정적인 작동이 가능하도록 지원

데이터의 안정적 보존 전원 차단 후에도 데이터를 안정적으로 유지할 수 있어 재부

팅 시 신속한 동작이 가능해 지속적인 연산을 디바이스에 효과적으로 지원

고성능 메모리 클라우드로의 데이터 전송 없이 모델을 디바이스에서 직접 

실행할 수 있어 실시간 분석과 빠른 응답이 필요한 환경에서 최적의 성능을 제공

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -M03 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
향 고집적 크로스포인트 소자 및 어레이 CXL Vertical Selector only memory (SOM) 

개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

와 메모리 가속기 등 다양한 컴퓨팅 자원 간

의 고속 데이터 전송을 지원하는 인터커넥트 기술 기존 기술

을 기반으로 개발되어 호환성과 유연성을 유지하면서 데이터 전송 효율을 크게 

향상시킴 고집적 메모리가 필수이며 데이터센터 클라우드 컴퓨팅 등의 고

성능 컴퓨팅 환경에서 리소스를 더욱 효과적으로 활용할 수 있도록 함

크로스 포인트 어레이 크로스 포인트 어레이는 비트 라인과 워드 라인이 교차하

는 지점에 메모리 셀이 위치하는 차원 배열 구조 각 메모리 셀은 비휘발성 메

모리 소자와 선택 소자로 구성하거나 혹은 단일 소자로 구성될 수 있음

은 선택 소자만을 포함하는 메모

리 구조이며 가변 임계 전압 을 활용한 단자 기반 메모리 소자로 

물질을 사용하며 공정 복잡도와 종횡비 문제를 해결해야 하고 고

집적을 위해 플래시와 유사한 수직 적층 방식으로의 기술 변화를 위해 

도입된 적층 기술임

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성
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개발내용

차원 고집적 물질 연구 및 고선택비 고신뢰성 스위칭 소자 특성 연구

친환경적이며 한 다양한 물질에 대한 선행 연구와 원계 

물질 외 다양한 도핑 물질을 탐색하여 단일 소자의 최적화 진행

과 결함 도펀트 물질에 따른 전기적 특성의 상관관계 조사

차원 소자 집적을 위한 기반 공정 확보 다성분계 후보 물질군에 

대한 공정 조건 확립 및 조성 범위 확보 연구 다성분계에서 각 물질 조성별 

변화에 따른 대 막질 밀도

특성 및 전기적 특성 분석

신뢰성이 우수한 재료를 식별하고 최적 전극 물질의 조합을 통해 성능을 최적화

크로스 포인트 구조 설계 및 공정 최적화 기술 개발

최적 전극 물질과 공정 조합 통해 최소 층 이상의 구조를 구현하

고 각 층에서 개별적으로 접근 가능한 집적화 기술을 개발

층 이상의 어레이에서 수율을 확보하고 구조를 최적화

적층 구조 기반의 프로토 타입 제작을 통해 수율 성능 안정성 검증

한계 및 최적화 디바이스 형성을 위한 공정 최적화 및 특

성 최적화 연구

향 고집적 어레이 동작을 위해 확보 및 기존 

크로스포인트 메모리와 비교를 통한 타당성 연구

임계전압 의 산포와 시간에 따른 임계전압 를 고려한 에 대한 연구

를 고려한 기준에서 확보를 위한 연구

이후 초기 에서 발생하는 임계전압 변동현상에 대

한 분석 연구 및 최적화 

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
 - Thermal stability, Threshold voltage, Read window margin, Array size, Endurance, Retention, Speed, 

Off-state leakage current

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 향 기술 개발은 데이터 처리 성능 향상을 위한 필수 

전환으로 이는 정부의 고성능 컴퓨팅 지원 및 반도체 자립도 강화 정책과 부합

하며 국가 반도체 경쟁력에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨

기술적 측면 도입을 위해 고집적 메모리가 필요하며 의 수직 적층 

구조는 데이터 전송 속도와 전력 효율을 극대화하여 기존 한계를 뛰어넘는 성능

을 제공함

시장적 측면 데이터 중심 애플리케이션 수요가 증가하며 기술의 중요성이 
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커지고 있음 이에 따라 기업들은 고성능 및 에너지 효율성을 위한 기반 

고집적 메모리 솔루션 상용화를 필요로 하고 있음

사회적 측면 디지털 전환과 데이터 폭증이 가속화되는 상황에서 저전력 및 데

이터 전송 효율의 증가로 저탄소 사회 실현에 기여 기술은 다양한 산업

의 혁신을 촉진하며 고급 인력 양성 및 청년 일자리 창출에 긍정적인 영향을 미

칠 것으로 기대됨

활용분야3. 

활용분야

데이터센터 및 클라우드 인프라로 활용

및 머신러닝 응용으로 활용

및 엣지 컴퓨팅으로 활용

차세대 차차세대 컴퓨팅 아키텍처 분야로 활용

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -M04 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
위상 박막 소재 기반 고성능 공정 기술 개발SOT-MRAM 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 2 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

는 비휘발성이

면서 보다 빠른 동작 속도를 가져 고성능 차세대 

로 각광을 받고 있음 

은 기존의 과 다르게 메모리 경로와 경로가 

분리되어 있어 더욱 저전력으로 운용이 가능하고 가 높음 

을 구성하는 핵심 소재는 스핀 전류를 발생시킬 수 있는 

소재층임

위상 소재 는 전기적 밴드 구조상 스핀 운동량 잠금 특성을 

가지고 있어 기존에 소재층으로 활용된 바 있는 중금속

등 보다 수배 수십배 높은 을 가짐

따라서 위상 소재는 소자의 구동전류 및 전압을 획기적으로 낮출 수 

있는 잠재력을 갖고 있음

한편 공정과 호환성이 높은 위상 소재의 박막 증착 공정에 대한 연구는 

제한적임

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성
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개발내용

용 위상 소재의 박막 증착 공정 개발

공정 호환 가능성이 높고 에 소자 제작에 용이한 박막 증착 공정

기술개발

공정 변수에 따른 위상 박막 소재 결정성 조성 변화 및 그에 따른 

특성 최적화 

위상 박막 소재 기반 단위 소자 제작 공정 개발

위상 박막 소재가 포함된 등 단위 스핀트로

닉스 소자 제작 공정 개발

위상 박막 소재에 최적화된 및 적층 구조 개발

위상 박막 소재 기반 단위 스핀트로닉스 소자 동작 메커니즘 검증

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
박막소재 증착두께 균일도 특성 최적화 지수 박막 소재 결정성 등 - (%), Spin-orbit coupling , 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 인텔 마이크론 등 해외 칩메이커 경쟁사와 반도체 패권 경

쟁이 이루어지고 있는 환경에서 차별성을 갖는 차세대 원천 소자 소재 기

술 확보가 가능함

기술적 측면 시대 도래로 급증한 정보 처리량 수요에 맞춰 기존 의 비

휘발성의 단점을 극복하고 대비 에너지 효율이 극대화된 개

발이 필요함

시장적 측면 소재에 대한 선도적인 연구결과를 확보하여 차세대 

메모리 반도체 및 시장에서 점유율을 향상시킬 수 있음

사회적 측면 반도체 산업계에서 수요가 높은 차세대 메모리 소자 소재 전문인

력을 국내 고등교육기관에서 양성하여 선순환적인 산학협력 관계 구축이 가능

활용분야3. 

활용분야

차세대 에 활용이 되어 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 

분야로 확장이 가능함

반도체 및 에 활용이 되어 인공지능 및 머신러닝 분야로 확장이 가

능함 대용량 데이터 처리 가속화 및 데이터 레이크 및 실시간 분석이 가능함

고성능 변환 스핀트로닉스 소자에 활용
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지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -M05 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
기술노드 이하 을 위한 핵심 모듈공정기술 개발1 nm monolithic CFET

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

은 소자의 성능 및 밀도 증대를 위해 기반의 

으로 시작해 을 거쳐 소자까지 발전해 왔음 또한 최근 

메모리 소자 도 에 공정 도입을 추

진하고 있음

에서 추가적인 밀도 증가를 위한 소자로는 가 거론되고 

있으나 적용기간이 길지 않아 기술노드부터 최종적인 기반의 한계 소자

로 이 도입될 것으로 예상되고 있음

은 기반 와 소자를 수직으로 적층한 형태

상부에 를 적층 를 가지며 기존 차원적 배열의 대비 밀도

증가 효과를 보이나 공정 과정이 매우 복잡한 단점을 가짐

   을 구현하는 방법으로는 하부소자 제작 후 웨이퍼 본딩 등을 통해 새로운 

채널층을 전사하고 상부소자를 구현하는 와 단일 기판상

에서 하부 상부소자를 동시에 수직으로 구현하는 가 있음

높은 로 인한 공정상의 문제 공정 복잡성 등의 단점을 가지고 있으나 상대

적으로 낮은 전체 소자의 높이 낮은 기생저항 낮은 단가 등의 장점으로   

의 적용 가능성이 높은 것으로 판단되고 있음

기존 소자의 연장선상에서 구현해야 하므로 구현의 핵심기반

기술인 에피탁시 기술에 기반한 이 필수적임

- 88 -

따라서 현재 사용되고 있는 기술에 기반한 개발을 위해서는 

로 분리가 가능한 에피탁시 기술에 기

반한 형성 과 저온기반의 고농도 선택적 소스

드레인 에피 및 저저항 컨택공정 기술 이 핵심모듈공정임

또한 최종적인 소자의 구현은 장비 및 패터닝 공정기술의 한계로 학연계

에서의 개발 및 실증이 현실적으로 불가능하므로 핵심 모듈공정 개발과 더불어 

다양한 공정 및 소자 시뮬레이션을 통해 산업계의 개발 방향을 제시 하

고 관련 전문인력을 양성 하는 것이 바람직함

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

용 에피채널 모듈공정기술

을 이용한 구조 형성용 에피 모듈공정

에피 에서의 층 형성을 위한 식각 모듈공정

용 고농도 선택적 에피 모듈공정기술

저온 및 고농도의 선택적 에피 모듈공정

저온 실리사이드 및 저저항 컨택 모듈공정

공정 소자 회로 통합 시뮬레이션을 통한 소자 회로 동시 최적화 

및 고성능 고수율 고신뢰성 소자 설계

집적공정 시뮬레이션 기반 수율 취약 공정 스텝 분석 및 공정 모듈별 타겟 제시

소자 시뮬레이션 기반 고성능 고수율 고신뢰성을 가지는 소자 최적 설계

회로 시뮬레이션 기반 면적 동작속도 전력소모 관점 회로 최적화 분석

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
구조의 형성을 위한 선택비 비율 에피공 - CFET stack strain relaxation (%), MDI etch ( ), N/P-type doped 

정 온도 도펀트 종류 및 농도 ( ), (#/cm℃ 3 저온 컨택저항 ), silicide ( cmΩ 2 최신 공정 옵션들의 공정 산), 
포를 고려한 시뮬레이션 기반 건 로직회로 시뮬레이션을 통한 회로면적 성능CFET full process flow ( ), /
개선 개선 비율 등(%) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 국내에서는 을 주제로 하는 집단연구과제 건이 

최근 시작되었고 아직까지 산업적으로 적용 가능성이 매우 높은 에피탁시 기반
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의 과 관련된 연구과제는 진행된 바 없음 국내 반도체 산업의 

글로벌 초격차 경쟁력 확보를 위해 기존 기술을 기반으로 하는 차원 

소자 기술의 확보가 매우 시급함

기술적 측면 분석에 따르면 이 년 나노 공정 근처부터 적용

될 것으로 예측되나 파운드리 선도기업인 삼성전자에서는 이후 

도입될 수 있는 기술에 대한 독자적인 개발을 진행하고 있으며 아직 초기 

단계에 있음

시장적 측면 전세계 파운드리 시장은 이상의 시장 성장이 예상되는 

바 년 분기 기준 정도에 머무르고 있는 우리나라의 글로벌 파운드리 시

장점유율을 획기적으로 증대시키기 위해서는 최선단 소자향 공정개발이 선제적

으로 이루어져야 함 또한 메모리 영역에서의 공정도입이 가시

화됨에 따라 선제적인 기술개발을 통한 시장 대비가 필요함

사회적 측면 정부와 민간공동투자를 통해 최선단 소자구현 향 공정개발연구를 

통해 기업수요형 기술연구를 경험한 핵심전문 석박사 고급인력의 양성 및 산업

체 공급 병행이 필요함

활용분야3. 

활용분야

인공지능과 자율주행 기술의 현실화를 위해 요구되는 고성능 가속기 주문

형 반도체 생산에 적극 활용될 것으로 예상됨

특히 기술은 에 도입되는 기술로 충분히 줄이지 못한 

면적을 약 감소시킬 수 있어 밀도 개선을 위해 활용될 수 있음

또한 향후 메모리 소자에서도 기술 등이 고려됨에 따라 더욱 

적극적인 공정기술 도입이 예상됨

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -M06 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
수직 집적형 을 위한 고성능 형 소자 요소 기술 개발CMOS INTEGRATION P

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념□ 

실리콘 소자가 마주한 한계의 우회 기술로써 수직 집적이 가능한 형태의 

고성능 형 박막 소재 개발 및 구성을 위한 기술 개발

소자 구동 신뢰성 및 소재 열적 안정성 확보를 통한 수직 집적형 구성

산업계의 기준 준수 

산업동향 수직 집적형 구현을 위한 기술로서 프랑스 에서 상

하부 소자의 기술을 개발함 미국 및 삼성전자에서는 차원 물질 

전사를 통해 하부 기술을 구현함 대만 에서는 소자 상부에 

및 비정질 를 형성하고 결정화하는 비평형 열처리 공정을 통해 수직형 

기술을 구현함 결론적으로 열 예산 균일도 및 공정 비용 측면에서 기존 

보고된 기술들의 한계를 극복하는 것이 요구됨 즉 상용화 가능성이 높은 새로운 

소재의 을 통한 수직 집적형 시스템의 구현이 필요한 단계임  

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

□ 개발내용

대면적 및 차원 수직 집적이 용이한 기상 증착 공정 기반 고성능 형 박막 소

재 개발 및 구성을 위한 소자 요소기술 개발

이상의 정공 이동도 및 이상의 점멸비 성능을 동시에 갖는 형 반
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도체 박막 소재 합성 기술 및 소자 제작 기술 개발

신규 형 다성분계 반도체 박막 소재 제안 및 신규 소재를 도입한 소자 구현

박막 소재의 점결함 표면 및 계면 제어 기술 개발

우수한 를 갖는 원자층 증착 공정 기술 개발

및 열적 내구성 을 동시에 확보할 수 있는 기반 소

재 및 공정 개발

형 박막 반도체와 집적을 통한 구동 기술 개발

공정에서 발생하는 재료 공정적 한계 극복을 위한 요소기술 개발

 

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
정공 이동도 - (cm2 내열특성 공정온도 등/Vs), ( ), ( ), inverter gain(V/V)℃ ℃

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 국가주도 미래소재 기술 로드맵에 부합함 반도체 초격차를 유지하기

위한 미래 소자 소재를 발굴하고 관련된 지식 재산권을 조기 선점하고자 함

기술적 측면 형 박막 반도체에 필적하는 성능의 형 신규 소재 합성 기술 확보

및 기술 개발을 통해 수직 집적형 시스템을 구현함 이는 기

존 수평 방향의 을 극복할 수 있는 우회 기술로 사용될 수 있음

시장적 측면 고성능 형 소재와 박막 기술을 통해 칩렛 관련

신규 시장을 확보할 수 있음

사회적 측면 반도체 소자 소재 개발 및 상용화 경험을 통한 실무형 고급 인재 양성

활용분야3. 

활용분야

수직 적층형 시스템 구현

실리콘 기반 회로 상부에 적층형 집적을 통한 

극복

기술 대비 초고속 초집적 광대역 초절전 설계 및 시스템 개발

및 패키징단에서의 칩렛 회로 구성

실리콘 기반 형 소재를 활용한 메모리 디스플레이 구동 다양화

산화물 반도체를 사용한 구동 가능성 확보

투명 디스플레이 구동 회로 또는 의 구성

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수

- 92 -

품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -S01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
인 센서 컴퓨팅 기반 멀티모달 온 센서 플랫폼 개발- - AI 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

기존의 컴퓨팅 방식 대비 높은 에너지 및 면적 효율성을 갖춘 인 센서 컴퓨팅 기

술을 기반으로 다양한 센서의 데이터를 복합적으로 처리할 수 있는 멀티모달 온

센서 플랫폼 개발 

센서 내 컴퓨팅 기술을 활용하여 기존 컴퓨팅 방식에서 입력 장치와 컴퓨팅 장치 

사이에 발생하던 신호 지연 문제를 극복하고 에너지 효율성을 향상 가능

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

기반의 공정을 기반으로 센서 어레이 인터페이스 회로 인 센서 컴퓨

팅 기반 시스템을 모두 포함하는 멀티모달 온 센서 플랫폼 개발 

종 이상의 반도체식 센서를 동일 기판 위 집적하는 기술 개발

인 센서 컴퓨팅 기능을 갖춘 센서 플랫폼 개발

온 센서 를 구현하기 위한 에너지 효율적인 로직 메모리 센서 집적 기술 개발
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연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
센서 종 센서모듈당전력소모 플랫폼전력소모 등 - ( ), (mW), (mW) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 초격차 프로젝트인 주력산업 맞춤형 온 디바이스 반도체 기술 개

발 과 관련하여 저전력 저지연 구현이 가능한 멀티모달 센서 컴퓨팅 통합 기술을 

개발함으로써 모바일 가전 등 국내 주력산업 경쟁력 확보가 가능할 것으로 기대됨

기술적 측면 센서 노드의 수가 기하급수적으로 증가하는 상황에서 기존에는 모

든 센서 데이터를 서버로 전송하여 처리하는 방식을 사용해 왔으며 이는 상당한 

통신 및 처리 비용 발생과 함께 신호 지연과 높은 에너지 소모 문제를 초래함

시장적 측면 시대에 센서와 센서 데이터 처리에 대한 수요가 급증함에 따라 

센서 시장이 지속적으로 성장하고 있으며 저전력으로 센서 데이터를 센서 자체

에서 처리하는 기술 개발의 필요성이 커지고 있음

사회적 측면 센서의 성능이 전자제품의 성능을 좌우하고 있는 상황이며 센서 및 

관련 시스템의 성능에서 초격차를 확보하는 것은 단순한 센서 기술력 향상에 그치

지 않고 핸드폰 가전제품 자동차 로봇 등 다양한 분야에서 초격차를 가능케 할 

것으로 기대됨

활용분야3. 

활용분야

모바일 및 스마트 가전 제품의 부품으로 활용

스마트폰 테블릿 노트북 등 모바일 제품 및 냉장고 등 스마트가전 제품

의 지능형 센서 응용 부품으로 활용

로봇 자율주행차 등 다수의 센서가 집약된 제품의 부품으로 활용

첨단 제조 로봇 자율주행차 차세대 모빌리티 등 다수의 센서를 요구하는 제품의 

저지연 처리를 위한 지능형 센서 부품으로 활용

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -S02 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
메모리와 로직 반도체가 연동된 지능형 반도체 테스트 용이화 설계 기술

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

메모리와 로직 반도체가 연동된 지능형 반도체의 테스트 및 수리에 대한 테스트 용

이화 설계 기술로 구체적으로 메모리부 연동 로직부 테스트 데이터 처리부로 구성

메모리와 연동 로직이 결합된 새로운 구조에서도 높은 테스트 해상도와 높은 수

리율을 달성 가능한 새로운 메모리 테스트 수리 구조 을 고려한 대용

량 테스트 데이터의 효율적인 고속 처리가 가능한 데이터 처리 기술을 포함

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

메모리 로직 연동을 고려한 메모리 테스트 및 수리 구조

기존 축적된 메모리 영역 단독 테스트 기술을 기반으로 메모리와 연동 로직의 연

결성 및 기능성을 고려한 연동 동작 전용 테스트 기법 연구

메모리 로직 반도체가 연동된 지능형 반도체에서의 메모리 테스트 응답 난독화를 

해결할 수 있도록 연동 로직 독립적 메모리 테스트 기법 연구

연동 동작 테스트 및 메모리 영역 단독 테스트에서의 고해상도 고장 검출을 위한 

독립된 테스트 를 확보하고 감축된 테스트 입출력 연결부를 구성한 내장 테
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스트 용이화 구조 설계 기술 연구

메모리 수리 과정에서 연동 로직과의 기능적 연결성을 저해하지 않기 위해 수리 

솔루션 동기화를 포함한 로직 독립적 메모리 수리 기술 연구

적은 수의 여분 자원으로 높은 메모리 고장 수리율을 달성할 수 있는 연동 로직

부 메모리부 분할 수리 경로 구조

을 고려한 대용량 테스트 데이터 고속 처리 구조

다수의 고집적 메모리 셀들이 적층된 고대역폭 메모리를 위한 고용량 테스트 데

이터 고속 처리 기술 개발

대량의 메모리 셀들의 테스트 데이터 결과에 대한 손실을 최소화하면서 높은 압

축률을 갖는 테스트 데이터 압축 기술 개발

면적 활용성을 높이기 위해 디바이스 근접의 하드웨어를 이용하면서도 저지연 압

축 및 높은 데이터 압축률을 지원하는 고효율 압축 구조 설계

압축된 데이터를 최소한의 하드웨어 오버헤드로 저장하고 저장된 정보를 불러오

는 방식을 최적화하기 위한 알고리즘 기술 개발

압축 데이터 전송 지연을 최소화하고 요구되는 물리적 인터페이스와 연결 방식

에 대한 하드웨어를 설계하여 고속으로 대량의 데이터를 처리할 수 있는 고속 데

이터 전송 인터페이스 설계 기술 

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
수리율 압축률 오버헤드 등 - (%), (%), HW (%) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 초격차 프로젝트인 주력산업 맞춤형 온 디바이스 반도체 기술 개

발 과 관련하여 메모리와 로직 반도체가 연동된 지능형 반도체의 테스트 및 수리 

통합 기술을 개발함으로써 국내 주력산업 경쟁력 확보가 가능할 것으로 기대됨

기술적 측면 향후 메모리 반도체 시장을 주도할 지능형 반도체의 양산에 앞서

신뢰성 및 생산성 확보를 위해 로직 메모리 연동 반도체의 발생 가능한 테스트 

및 수리 문제를 선행적으로 연구하는 원천 기술 확보가 필요함

시장적 측면 한국반도체산업협회에 따르면 지능형 반도체 시장 규모는 년 약 

억불에서 년 약 억불로 성장할 것이라 예측되고 있으며 고집적 메모리

의 활용이 확장되면서 로직을 포함한 하나의 칩 모듈 형태로 변화

되고 있음

사회적 측면 메모리와 로직 연동을 고려한 테스트 및 수리 구조 개발을 통해

메모리 로직 간 상호작용 문제를 효율적으로 해결하여 인 메모리 컴퓨팅과 같은 

다양한 반도체 응용 분야에서 초격차를 가능케 할 것으로 기대됨
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활용분야3. 

활용분야

데이터센터향 및 엣지향 인공지능 반도체

고용량 데이터 처리가 필요한 데이터센터 및 저전력 구현이 필요한 엣지 디바이

스를 위한 메모리 로직 연동 인공지능 반도체의 테스트 및 수리 기술로 활용

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -S03 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
고성능 고연결성 칩렛 기반 구조 연구 및 이에 필요한 보안 요소 기술 개발, SoC 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

최근 반도체 칩의 복잡도 증가로 인해 모듈 단위로 칩을 나누어 양산하고 패키

징하는 칩렛 기술의 수요가 급증하고 있으며 인터페이스를 지원하며 고성

능 및 고연결성을 제공 가능한 칩렛 기반 구조 설계 기술 개발이 필요

프로토콜 및 인터페이스로 연결된 칩렛 구조 설계 기술 보안 요소

기술 및 칩렛 아키텍쳐 메모리 서브시스템간 성능 검증을 위한 시뮬레이터 개발 

기술을 포함

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

프로토콜을 적용한 인터페이스로 연결된 고연결성 고성능 칩렛

아키텍처 설계

고대역폭 대용량 메모리를 가진 이종메모리 기반의 분산형 칩렛 설계

가속기 중심 칩렛 기반 에 필요한 보안 요소 기술 설계

서드파티 가속기 및 데이터관리 모듈 등 신뢰도가 상대적으로 낮은 모듈로부

터 칩렛 시스템 보안을 보장하기 위한 하드웨어 구조 설계
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칩렛 의 아키텍처 레벨 검증을 위한 시뮬레이터 개발

시뮬레이터를 활용해 칩렛 구조와 메모리 서브시스템간 기능 성능 검증

이종 메모리로 분산화된 칩렛 시스템에서 효율적인 데이터 처리를 예

위한 최적의 데이터 스케줄링 기법 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
칩렛인터페이스속도 스케줄링성능 대비 배 등 - (bps), (GPU / ) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 초격차 프로젝트인 주력산업 맞춤형 온 디바이스 반도체 기술 개

발 과 관련하여 고연결성 및 고성능 지원이 가능한 칩렛 기술을 개발함으로써

모바일 자동차 분야 등 국내 주력산업 경쟁력 확보가 가능할 것으로 기대됨

기술적 측면 반도체 칩의 복잡도 증가로 인한 수율 저하 문제 해결을 위해 칩렛

구조 설계 기술 개발이 필요하며 아키텍쳐 레벨 검증을 위한 시뮬레이터 

환경 구축과 함께 다양한 를 통합하기 위한 신뢰성 확보 기술 연구가 필요함

시장적 측면 에 따르면 세계 칩렛 시장은 의 로 

년에는 억 만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며 더 빠르고 더 

높은 성능의 디바이스에 대한 소비자의 요구가 높아짐에 따라 칩렛 기반 아키텍

처의 채택은 크게 증가할 것으로 예상

사회적 측면 인공지능 응용을 지원하는 디바이스 수의 급증으로 인해 고성능 지

원 반도체에 대한 수요도 계속 증가하고 있으며 칩렛 구조 설계 기술 확보를 

통해 온 디바이스 와 같은 다양한 반도체 응용 분야에서 초격차를 가능케 할 것

으로 기대됨

활용분야3. 

활용분야

데이터센터향 및 엣지향 인공지능 반도체

고성능 및 고연결성 지원이 필요한 데이터센터 및 저전력 구현이 필요한 엣지 디

바이스를 위한 칩렛 인공지능 반도체 설계 기술로 활용

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -P01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트
연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
차세대 원자수준 패터닝을 위한 선택적 원자층 증착 식각 공정 및 표면 분석 기술 /

개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] [ ] 5 )３ 〜

개념 및 개발내용1. 

개념

차원 반도체 소자 구현을 위한 차세대 상향식 반도체 패터닝용 선택적 증착 식

각 기반 원자 수준 패터닝 공정 기술 개발

차원 반도체 소자 내 원하는 물질의 선택적인 박막 형성을 할 수 있는 영역 선

택적 원자층 증착 공정 개발

차원 반도체 소자 내 원하는 물질의 선택적인 제거를 할 수 있는 등방성 기저

층 저손상 첨단 원자층 식각 공정 기술 연구

다양한 화학종 흡착모델링부터 선택적 증착 및 패터닝구현까지 기술개발

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

물리 화학적 흡착 개선을 통한 고 선택비 영역 선택적 원자층 증착

공정 기술 개발

기판종과 화학종 간의 상호작용 예측을 바탕으로 박막 선택비 확보를 

위한 표면처리 기술 및 요소 공정 기술 개발

다양한 물리 화학적 방법을 이용한 표면조절자 및 전구체 반응기 흡착 개선을 

통한 핵생성 및 결정립 제어
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표면조절자 및 전구체 소재의 선택적 흡착을 위한 촉매반응 기반 공정 기술 개발 

다양한 화학종에 기반한 첨단 기저층 저손상 공정 기술 개발

다양한 화학종을 이용하여 를 만드는 표면화학 제어 공정 기술 개발

화학종의 흡착을 개선할 수 있는 다양한 첨단 공정 기술 개발

공정에 적용되어 구성을 통해 고선택비를 성취할 수 있는 상

향식 패터닝 공정 기술 개발

막질과 공정 메커니즘 및 식각률의 상관관계 

공정 제어를 위한 표면 분석 기반 공정 메커니즘 규명

공정 모니터링 을 통한 반응 기구의 정밀한 분석 및 흡착 거동 제어

다양한 표면 분석 기반 표면화학 반응경로 예측을 통한 

공정 메커니즘 규명

반응 메커니즘 분석을 통한 공정 최적화 및 선택비 극대화 기술 

확보 다차원 패턴 구조 내 박막 선택비 구현

다양한 화학종 흡착모델링부터 선택적 증착 및 패터닝 구현까지 기술개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
박막 선택비 공정균일도 흡착 및 반응 효율 등 - , AS-ALD/ALE , 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 차세대 원자수준 패터닝을 위한 선택적 원자층 증착 식각 공정 및 표/

면 분석 기술 개발을 위해 고정밀 고균일 고종횡비 증착 기술의 선점과 관련 반도, , 

체 국내 장비업체의 자립화를 위해 정부의 지원이 필요한 시점임

기술적 측면 반도체 양산 공정에 실질적으로 적용될 수 있으면서 높은 선택비

를 갖는 공정 개발이 필요하나 현재는 그 성숙도가 높지 않음

기술 한계를 극복하기 위해서는 공정에 쉽게 호환될 뿐 아니라 공정 이후 

을 최소화할 수 있는 인히비터 물질의 선정 공정 중 발

생하는 선택비 상실 문제를 극복하기 위한 공정 메커니즘 규명 제한된 선택비 

한계를 극복하기 위해 비성장 영역의 표면 상태를 주기적으로 복원하는 선택적 

원자층 증착 식각의 통합적인 공정 개발이 필요함

시장적 측면 국내 삼성전자 하이닉스 등 반도체 소자 분야 제조 경쟁력은 세

계 최고 수준이나 이에 반해 반도체 소재 및 장비의 국산화율은 각각 

정도에 그치고 있음 특히 반도체 초미세 하향식 패터닝의 핵심 소재

인 포토레지스트 기반의 노광 공정의 경우 소재 및 장비의 국산화율이 로 해

외 기업에 전적으로 의존하고 있음 따라서 반도체 소자 패터닝용 소재 공정 장

비의 국외 의존도를 낮추고 국내 반도체 시장의 지속적인 우위를 선점할 수 있는 
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원천 기술의 개발 및 확보가 필요함

사회적 측면 차세대 로직 메모리 반도체 제조에 있어 상향식 패터닝의 미래 기

술을 선도함으로써 우리나라 수출 주력 상품인 반도체 제조 산업의 초격차 경쟁

력 확보에 핵심 기술로 활용 기대

차 산업혁명의 핵심인 반도체 제조 기술 수준을 업그레이드 시킴으로써 사물인

터넷 의료전자 등 발전하고 있는 산업 시장에서 주도권을 선점하여 사회 경제적 

발전을 이룩할 것으로 기대되며 차세대 패터닝 분야의 소재 공정 전문가를 양성

함으로써 지속적인 국가 경쟁력 확보를 위한 전문 고급 인력 양성에 기여 함

활용분야3. 

활용분야

현재 선폭 미세화 한계에 직면한 반도체 소자의 추가적인 고집적화 실현에 있어

서 지금까지의 하향식 패터닝 패러다임을 상향식으로 상보적으로 보완하여 직면

한 공정 미세화 한계를 원천적으로 극복할 수 있음

초미세화된 반도체 공정에 대응하여 등 다양한 메모리 소

자 및 등 다양한 로직 반도체 제조 공정에 범용적으로 적용 가능

기존 반도체 소재 공정 장비 기술과 호환성이 높아 삼성전자 및 하이닉스의 

주력 공정 기술로 활용 기대

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -P02 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
원자층 공정을 이용한 선택영역 증착기술in-situ inhibitor-free 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] [ ] 5 )３ 〜

개념 및 개발내용1. 

개념

원자층 증착 및 식각을 포함하는 공정을 기반으로 플라즈마를 이용한 박

막의 표면 활성화를 통한 한 선택영역 증착

공정 기술 개발

높은 라디칼 밀도 확보를 위한 방식의 플라즈

마 소스와 이온 에너지의 정밀한 조정을 위한 기판 바이어스 제어 시스템을 이

용하며 원자층 증착 및 식각 단위 공정에서의 플라즈마 상태 잔류 가스의 성분 

농도 및 조성을 실시간으로 모니터링할 수 있는 장비 요소 기술 개발

상기 기술 및 장비를 활용하여 개발한 

공정 등을 

이용한 커패시터 및 전하포획 적층 구조에서의 상용화가 가능한 

수준의 전기적 특성 확보

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성
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개발내용

원자층 증착 공정 기반 선택영역 증착 기술 개발

원자층 증착 공정에서의 전구체 및 반응가스의 조합 그리고 라디칼 반응 기판 

바이어스 등의 플라즈마 공정 조건에서의 기판의 표면 상태 변화와 선택영역 증

착을 위한 핵생성 및 성장 제어 연구

비성장 표면에서의 핵생성 사이트 형성 방지를 위한 공정시 발생할 수 있는 결함 

및 불순물 저감 제어 연구 

원자층 증착 및 식각 공정의 프로세스를 위한 장치 개발

플라즈마 소스와 기판 바이어스를 적용하여 식각 과정에서의 박막 손상 

방지 및 선택영역 증착막의 균일도 향상 기술 개발

플라즈마 상태 및 잔류 가스 분석을 이용한 실시간 모니터링 시스템 구축

선택영역 증착 응용 반도체 소자 제작 및 평가

플라즈마 내의 라디칼 및 이온 등의 활용을 최적화하여 물질 표면의 결정 핵생성 

속도 차이를 극대화한 상향식 자기 정렬 박막 패턴 제작

개발된 선택영역 증착 공정 및 장비 기술을 활용하여 커패시터 소자 및 

전하포획 적층 소자를 제작하고 상용화가 가능한 수준의 전기적 특성 평

가 수치 확보

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
박막 두께 탄소 함유량 선택영역 증착속도 등Selectivity, (nm), (at%), ( /cycle) Å

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 반도체 소자 양산을 위해 고정밀 고균일 고종횡비 증착 기술의 

선점과 관련 반도체 국내 장비업체의 자립화를 위해 정부의 지원이 필요한 시점임

기술적 측면 최근 반도체 소자 구조가 복잡해지고 선폭 감소에 따라서 

방식의 기존 공정은 리소그래피와 식각의 반복으로 인한 공정 복잡성 시

간과 비용 증가 및 에 따른 칩 수율 저하 등의 문

제가 있는데 본 기술은 박막의 오염원으로 작용할 수 있는 의 사용 없

이 선택영역에만 고품질의 박막을 형성할 수 있는 혁신적인 공정기술임

시장적 측면 반도체 공정이 고도화되고 공정이 미세화될수록 원자층 공정 장비에 

대한 수요가 지속해서 늘어나고 있는데 선택영역 증착 공정 및 장비에 대해 선제적

으로 원천 기술을 개발한다면 관련 장비 시장의 초기 선점 효과를 얻을 수 있음

사회적 측면 반도체 관련 전문인력 양성을 통해 반도체산업 내 고질적 문제로 

제기된 인력 부족 해소에 기여하여 반도체산업의 지속적인 경쟁력 확보가 가능함
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활용분야3. 

활용분야

시스템 반도체에서의 배선 위 또는 반도체에서 전극 위 

유전체 형성 등에 적용이 가능함

또는 차세대 소자제조에서 일반적인 방식의 공정으

로 구현하기 힘든 트렌치 내부 공간의 패턴을 제조하는 공정에 활용 가능함

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -P03 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
무한 선택도를 갖는 영역 선택적 메탈 전극 박막 증착 공정 개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] [ ] 5 )３ 〜

개념 및 개발내용1. 

개념

자층 증착법 기반의 등 저저항 귀금속 물질 

영역 선택적 증착 공정 개발

에는 증착이 되지 않는 무한 선택비를 지닌 

등의 증착하부 금속물질에 구현하는 영역 선택적 증착 공정 개발

높은 선택도의 영역 선택적 증착 공정을 구현하기 위한 표면 비활성화 기술 개발

귀금속 영역 선택적 증착 공정 기반의 커패시터 및 금속 배선 형성 기술 개발

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

원자층 증착법 기반의 저저항 귀금속 영역 선택

적 증착 공정 개발

등 저저항 가능성이 확인된 귀금속 박막을 선택적으로 증착할 수 있는 공정 개발

증착 두께 및 균일성 제어를 위한 공정 변수 최적화

에는 증착이 되지 않는 이상의 무한 선택비를 지닌 

등의 증착하부 금속물질에 구현하는 영역 선택적 증착 공정 개발

이상의 선택도를 갖는 귀금속 박막의 선택적 증착 공정 개발
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반응 메커니즘 분석을 통한 공정 신뢰성 및 재현성 확보

나노구조 및 복잡한 기판 지형에서도 이상의 선택도를 유지할 수 있

는 공정 프로세스인쇄 개발

높은 선택도의 영역 선택적 증착 공정을 구현하기 위한 표면 비활성화 기술 개발

화학적 비활성화 제어를 통한 표면 반응성 조절

표면 비활성화 기술로 형성된 과 후속 영역 선택적 증착 공정에 

사용되는 간의 호환성 확보

귀금속 영역 선택적 증착 공정 기반의 커패시터 및 금속 배선 형성 기술 개발

누설전류 감소 및 우수한 전기적 성능의 커패시터향 하부전극 선택적 형성 

기술 개발

금속 배선 및 확산 방지막으로 활용 가능한 선택적 귀금속 박막 증착 기술 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
선택비 저항 증착속도 누설전류 재현성 등 - , (), (GPC) , , (%),  

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 무한 선택도를 갖는 영역 선택적 메탈 전극 박막 증착 공정기술의 선

점과 관련 반도체 국내 장비업체의 자립화를 위해 정부의 지원이 필요한 시점임

기술적 측면 영역 선택적 증착 기술은 기존의 하향식 패터닝 공정에서 발생하

는 정렬 오류 및 패턴 왜곡 문제를 해결할 수 있는 상향식 공정임

영역 선택적 증착 기술을 통해 불필요한 증착을 방지하고 공정의 정확도와 효율

성을 높여 제조 공정의 간소화를 실현할 수 있음

귀금속은 낮은 전기저항과 우수한 화학적 안정성을 바탕으로 메모리 소자 및 금

속 배선 등의 성능을 극대화할 수 있음

귀금속 영역 선택적 증착 기술을 통해 복잡한 소자 구조에서도 높은 선택도와 균일

성을 유지하여 공정의 정밀도를 높이고 소자의 전기적 특성을 최적화할 수 있음

이하의 미세 패턴에서 기존 리소그래피 및 에칭 공정의  한계를 극복하여

보다  정밀한 패턴을 구현할 수 있음

시장적 측면 년 기준 글로벌 반도체 시장 규모는 약 억 달러를 초과했

는데 특히 인공지능에 활용되는 및 연산소자 등의 고성능 및 고집적 제품

에 대한 수요가 급증하고 있음

기존의 증착 기술은 전면 증착 방식으로 인해 패터닝 과정이 필수적이며

이는 공정 시간 및 제조 비용 증가의 원인이 됨

지속적인 성능 개선과 비용 절감이 요구되는 반도체 시장에서 귀금속 영역 선택

적 증착 기술은 공정의 간소화 및 공정의 높은 정밀도를 통해 시장에서의 경쟁력



- 107 -

을 크게 향상시킬 수 있음

사회적 측면 공정 간소화로 인해 사용되는 화학물질의 양을 감소시켜 환경 영

향을 최소화하며 공정 에너지 소모를 줄여 탄소 배출 감소에도 기여함

새로운 반도체 공정 기술의 도입은 관련 산업 내 고급 인력 수요를 창출하며 기술 

집약형 고용 기회를 제공함

기술 상용화를 통해 고급 기술 인력 수요가 증가하고 관련 산업 활성화와 고용 

창출에 기여할 수 있음

활용분야3. 

활용분야

등 메모리 등 로직 반도체의 미세 패턴 공정 

이하의 미세 패턴에서 기존 리소그래피 및 에칭 공정의  한계를 극복하기 

위한 보다 정밀한 패턴 공정

메모리 셀의 미세화 및 성능 향상을 위해 귀금속 영역 선택적 증착법

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -P04 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
조절 설계 및 원천 기술Cu dishing CMP slurry post CMP cleaning 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] [ ] 5 )３ 〜

개념 및 개발내용1. 

개념

단이상의 고용향 제조의 핵심공정으로 기술을 구현하기 

위한 조절 설계 및 원천 기술 개발

향 구현을 위한 조절 

가능한 설계 및 원천 기술 확보

의 층 

공정 및 설계 및 원천 기술 확보 

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

기반 폭 대비 크μ

기 깊이 에 따른 후 저온 

온도 에 따른 연관성 조사

기반 폭 대비 크기에 따른 

후 온도에 따른 변화 상관관계 도출

기반 폭 대비 크기에 따른 

후 온도에 따른 의 의 및 
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의존성 추출

기반 후 온도에 따른 

의 의 및 의존성 조사에 따른 최적 

폭 대비 크기 설계

향 조절 가능 설계

기반 연마율 선택비 에 따른 폭 

변화에 따른 크기 상관관계 도출

기반 에 조절제 농도에 따른 폭 변

화에 따른 크기 상관관계 도출

의 재료 에 따른 폭 대비 

의존성 조사

의 및 에 따른 폭 

대비 의존성 조사 

의 분산제 산화제 연마율 촉진제 조절제 조절제

연마율 조절제 친수성 조절제 부식 방지제 설계

의 분산제 산화제 연마율 촉진제 조절제 조절제

연마율 조절제 친수성 조절제 부식 방지제 농도에 따른 

연마율 크기 후 

흡착 의 의존성 

확보

안정성 평가 및 안정성 향상을 위한 재설계

혹은 

최적 설계

의 층 

공정 및 설계

기반 적용 공정 설계  

설계 제거율 최대화 및 최소화 가능 

설계

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
 - Cu Polishing rate@300mm wafer (nm/min) , Surface roughness (nm] ,  TaN Polishing rate@300mm 

wafer (nm/min), Cu : TaN : SiO2 Polishing Rate Selectivity, Erosion (nm), Dishing (nm),  Remaining 
등scratch after CMP, Remaining CuO2 layer height @ Cu bump to Cu bump Interface 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 조절 설계 및 원천 기술의 

선점과 관련 반도체 국내 장비업체의 자립화를 위해 정부의 지원이 필요한 시점임
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기술적 측면 현재 은 이미지센서

에 적용중 국내 삼성전자의 연 사용 금액은 약 억 이고 의 

연 사용 금액은 약 억 이 중 약 인 억 정도를 차지하는 것으로 추정 

향후 수 년 후 단 이상의 에 월 만 장의 용 

웨이퍼를 투입할 것으로 예상되며 을 적용할 시 

및 사용 금액은 약 억 정도로 예상

시장적 측면 조절 와 층 

공정의 원천 기술의 확보 및 국내 및 업체로의 기

술 이전을 통한 삼성전자와 에 공급을 함으로써 의 

공정 기술의 글로벌리더십 확보가 가능

사회적 측면 고용량 의 의 구

현은 에서 발생하는 발열을 최소화 구현 가능 이를 통한 가속기의 소모 

전력을 최소화 시킬 수 있는 효과 실현 가능

조절 개발과 층 

개발은 국내 및 업체의 글로벌 

경쟁력이 있는 기술 확보 및 매출액 증가를 유도

특히 본 과제의 원천 기술 연구는 삼성전자와 의 제조 공정 전문 

석 박사 인력 양성이 동반됨

활용분야3. 

활용분야

단 이상의 고용량 공정 기술 

조절 설계와 층 

공정 기술 조기 확보

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -P05 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
식각공정용 방전에서의 플라즈마 밀도 진단을 위한 전자빔 HAR Narrow-Gap 

시공간 광방출 측정 원천기술 개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] [ ] 5 )３ 〜

개념 및 개발내용1. 

개념

식각공정용 방전에서의 플라즈마 밀도 진단을 위한 전자빔 시

공간 광방출 측정 원천기술 개발

챔버 내부에 측정기가 설치되는 것이 아닌 챔버 뷰포트에서 비간섭식으로 플라

즈마의 시공간 광방출 특성 측정을 통하여 전자빔의 발생을 검출하고 전자빔의 

위상차를 통한 플라즈마 밀도를 정밀하게 측정하는 방법임

공정 기체의 종류에 상관없이 플라즈마 밀도 측정이 가능하며 식각공정에

서 대단히 중요한 및 의 플라즈마 특성을 구별하여 측정할 수 있음

비침투식 비간섭식으로 식각공정용 방전에서 플라즈마를 정밀하게 측정

하기에 기존 공정 한계를 극복할 수 있는 고종횡비 공정 기술 및 초격차 유지에 핵심기술

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

식각공정용 방전에서의 플라즈마 밀도 진단을 위한 전자빔 시

공간 광방출 측정기 원천기술 개발

방전장치에서의 시공간 광방출 측정기 개발

전자빔 검출을 통한 플라즈마 밀도 측정기술 개발
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영역의 방전 갭 압력 전력전압 기체에 따른 및 방전 특성 측정

식각공정에서 방전의 광방출 측정기와 식각 공정 간의 정합성을 확보하기 

위해 다양한 식각가스에 대한 식각 데이터와 광방출 데이터의 상관관계를 분석기술 개발

및 영역의 플라즈마 및 식각 특성의 연관성 규명과 이를 기반으로 한 측정 기술 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
시간 공간 분해능 균일도 개선 목표 식각 프로파일 등 - / ,  (%,), Edge (deg) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 식각공정용 방전에서의 플라즈마 밀도 진단을 위한 HAR Narrow-Gap 

전자빔 시공간 광방출 측정 원천기술의 선점과 관련 반도체 국내 장비업체의 자립

화를 위해 정부의 지원이 필요한 시점임

기술적 측면 방전에서 비간섭식으로 플라즈마 밀도를 측정할 수 

있는 기술에 대하여 전 세계적으로 연구개발의 필수성이 인식되고 있으나 이에 

대안 대안이 없는 실정임

그에 따라서 제안 기술은 시장적 기술적 측면에서 반드시 지원이 필요한 분야이

며 소자 장비 업체에서 방전에서의 플라즈마 밀도 측정기술에 대한 수요

가 대단히 높고 글로벌 초격차 경쟁력 확보를 위한 핵심기술이기에 지원이 필요함

시장적 측면 반도체 메모리 구조는 고종횡비 차원 

고집적화되고 있으며 그에 따라서 고집적도 달성에 따른 초격차 유지가 반도체 

소자 산업의 패권을 쥐고 있음

소자 장비 업체에서 방전에서의 플라즈마 밀도 측정기술에 대한 수요

가 대단히 높고 글로벌 초격차 경쟁력 확보를 위한 핵심기술이기에 지원이 필요함

사회적 측면 반도체 관련 전문인력 양성을 통해 반도체산업 내 고질적 문제로 

제기된 인력 부족 해소에 기여하여 반도체산업의 지속적인 경쟁력 확보가 가능함

활용분야3. 

활용분야

메모리 고종횡비 식각 공정 모니터링을 통한 소자업체 

공정 수율 개선

식각공정 국산화 공정 

차세대 센서 결합형 지능형 공정장비

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -P06 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
계면 개선 기술 개발TSV CMP defect 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] [ ] 5 )３ 〜

개념 및 개발내용1. 

개념

용 계면 개선 기술 개발

공정은 여타 공정들과 비교하여 장시간의 공정 시간을 요하므로 

공정 조건 및 소모품들의 최적화를 통한 안정성 확보가 중요하며 각 연마 막질

들에 대한 일정 수준의 연마 성능과 선택비 조절 공정 후 표면 결함의 최

소화 달성을 위한 기술 개발

공정 대상 계면 개선

용 공정 개발

공정 최적화를 통한 개선

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

자격검증 반도체 산업계 수요를 반영한 도전적 탐색형 연구개발 과제를 수행하면서 투자기업 

엔지니어의 멘토링을 받고 일정 자격검증 기준을 통과한 반도체고급인력 

개발내용

공정 중 표면 제어

을 활용하여 입자 크기 계측 기술 개발 및 

정확도 확보  

저농도 개발 목표 연마율

연마 입자 농도
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의 원자레벨 결함 해석 

공정 중 발생하는 스크래치 잔류미세입자 비아홀 침식 이외의 나노미터 

스케일의 결함 규명 

후의 기반 계면 구조 해석을 위한 분석 기술 개발 

계면의 냉각 가열 전기장 전류 인가에 의한 계

면 안정성 분석 기술 개발 

공정 중 표면 제어

표면 전기화학 측정 시스템 구축

공정 중 표면 전기적 특성 변화를 실시간 모니터링하고 및 정량적 분석 방법 확보

슬러리 첨가제 부식억제제 킬레이트제 산화제 등 개발을 통한 

등 금속 층의 부식 최소화

용 공정 개발

공정용 세정액 개발

공정 중 잔류 입자 최소화를 위한 수치해석 및 실험 기반

최적 공정 조건 제시 

공정 최적화

슬러리 패드 컨디셔너 필터 등 소모품 등의 통합적인 평가를 통한 공정 최적화

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
연마율 표면거칠기 잔류입자 세정효율 등 - Cu, barrier layer ( /min), scratch, (nm), corrosion, (%) Å

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 기술을 요하는 생산 글로벌 시장은 년 기준 

한국 기업들이 이상에 육박하는 초고점유율을 달성함에 반해 고적층 

달성을 위한 공정 소모품 시장은 미국 일본 등의 국외 기업들에 의해 

점유율을 확보하지 못한 실정임 수요의 폭증으로 인한 시장 규모는 향후 

년 후 억 달러 규모의 배 성장이 예견되며 국내 기업들의 시장 경쟁

력을 유지하기 위해서는 를 포함한 국내 중소 중견 기업의 성장

을 통한 내수시장 확보가 필수불가결함

기술적 측면 기술의 발전에 따라 인공지능 기계학습 대규모 시뮬레이션과 같

은 단시간에 대량의 데이터 처리 및 전송 능력을 발휘할 수 있는 디바이스 어플

리케이션의 성능 향상이 요구되고 있으며 이를 달성하기 위한 차세대 메모리 반

도체의 개발 발전이 요구되고 있음

공정 특성으로 인해 의 정밀 개발이 요구되므로 



- 115 -

국내 슬러리 생산 기업들에 대한 지원의 중요도가 부상하고 있음

시장적 측면 디바이스의 글로벌 시장 규모는 년 기준 억 달러에 

달하며 이는 년까지 약 배에 달하는 억 달러까지 큰 폭으로 확장될 전

망임 아울러 를 포함한 글로벌 시장 규모는 년 기준 약 

억 달러에 달하며 년까지의 연평균 성장률이 로 예견되는 만큼 국내 기

업들의 공정 소모품의 시장 점유를 위한 지원이 중요해지고 있음

복합 박막의 연마 평탄화를 목적으로 하는 의 개발에서 평가된 

화학 첨가제들의 각 단일 박막 사이의 물리적 화학

적 상호작용들은 트랜지스터 등의 제조를 위한 타 공정의 

개발 및 최적화에 적용하여 추후 국내 기업들의 산업 시장 범위를 확장시

킬 수 있음

사회적 측면 계면 개선 기술 개발은 국내 기술 자립도를 강화

하고 고급 인력 양성을 통해 반도체 산업의 지속적인 발전을 지원할 수 있는 중

요한 역할 고도화된 소모품 개발을 통해 국내 중소 중견 기업의 성장 기회

를 마련하고 지역 경제 활성화 및 일자리 창출에 기여 이는 전반적인 반도체 

산업의 생태계 발전과 안정성 강화에 중요한 기반을 제공하여 국내외 시장에서

의 경쟁력 및 기술적 주도권 확보에 기여

활용분야3. 

활용분야

첨단 패키징 분야

금속 산화막 공정의 용 소모품 장비 및 공정 제어 시스템

타 공정에서의 공정 최적화 및 결함 제어

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -P07 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
최적의 선택비 조절 가능한 기술 개발barrier metal CMP slurry 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] [ ] 5 )３ 〜

개념 및 개발내용1. 

개념

용 기술 개발

공정에 적용 가능한 최적의 연마율 및 선택비 조절 

개발

공정 후 박막 표면 결함의 최소화 달성 공정을 

고려한 최적화 포함

공정용 개발

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

박막에 대한 연마율 및 선택비 달성

새로운 화학 첨가제 부식억제제 착화제 산화제 를 통한 화학적 방법 및 입자 합성

표면 개질을 통한 물리적 방법을 활용하여 다중 박막 최적 연마율 및 선택비 달성 

막질 연마 영향 인자 확보 입자 부식억제제 착화제 산화제 등 및 연마율 

조절 수준

기존 보다 낮은 저항을 가지는 새로운 

등 의 연마 영향 인자 확보 및 연마율 조절 수준
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등 을 막질로 사용하여 연마 영

향 인자 확보 및 연마율 조절 수준

각 박막에 대한 의 최적 연마 선택비 달성을 통해 다종 박막 표면 

을 이하로 조절  

공정 표면 결함의 최소화 달성

신규 개발 합성을 통한 과정에서 발생하는 

등 금속 막질 부식 평가 및 제어 

를 이용하여 입자 계측 및 

시스템을 이용하여 응집된 입자 제거 이상 를 통해 미세 

스크레치 최소화 낮은 표면 거칠기 이하 수준 달성

공정을 고려한 최적화

공정 최적화 슬러리 개발

기존 공정에서 나누어져 있던 와 를 통합하는 

개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
연마율 및 선택비 및 표면 - Cu, barrier layer, dielectric layer ( /min) , dishing protrusion(nm), corrosion, Å

거칠기 등 (nm), scratch 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 생산시장은 한국 기업이 장악하고 있지만 외국 기업이 장악하

고 있는 소모품에서는 뒤처짐

수요가 크게 증가할 것으로 예상되 국내 중소기업의 시장 점유율 확보를 지원하는 

것이 중요함 전 세계 슬러리 관련 특허의 를 한국 기업이 보유 낮은 점

유율임에도 기술력이 높음 정부의 지원은 글로벌 시장에서 국내 기업의 경쟁력을 

더욱 향상 시킬 수 있음

기술적 측면 공정은 여타 공정과 비교하여 장시간동안 진행되

는 특성으로 인하여 안정적인 연마 평탄화 달성 및 저결함의 품질을 보장할 수 

있는 소모품 개발과 최적화 등이 공정의 주요 매

개변수로 주목받고 있음 나아가 구리막 절연막 을 포함한 다중막 

대상의 세밀한 연마 평탄화 작업과 선택비를 동시에 달성해야 하는 

공정 특성으로 인해 의 정밀 개발이 요구되므로 국내 슬러리 

생산 기업들에 대한 지원의 중요도가 부상하고 있음

시장적 측면 디바이스의 글로벌 시장 규모는 년 기준 억 달러에 

달하며 이는 년까지 약 배에 달하는 억 달러까지 큰 폭으로 확장될 전

망임 아울러 를 포함한 글로벌 시장 규모는 년 기준 약 
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억 달러에 달하며 년까지의 연평균 성장률이 로 예견되는 만큼 국내 기업

들의 공정 소모품의 시장 점유를 위한 지원이 중요해지고 있음

사회적 측면 반도체 산업의 규모는 나날이 확장되고 있으며 설계 제조 판매에 걸

쳐 기술자와 엔지니어를 포함한 수많은 일자리를 창출하고 있음 이러한 고용 수요

는 분야의 교육 프로그램 및 기술 및 엔지니어링 경력에 대한 인식과 참여를 

높일 수 있으며 반도체 제조 분야의 종업원들을 글로벌하게 연결하여 커뮤니케이션

과 협업을 촉진하는 매개가 될 수 있음 나아가 이는 국내 반도체 제조에 관련된 소

모품 장비 제조업과 관련된 중견 중소 기업의 성장에 탄력을 가할 수 있으며 시장 

경쟁력 외 다수의 일자리 창출 및 교육 프로그램 강화로 이어질 수 있음

활용분야3. 

활용분야

첨단 패키징 분야

개발을 통한 기존 모바일 대비 빠른 처리 속도의 융복합 

반도체 제작 

타 공정 대상 외 최적 소모품 개발을 통한 관련기술 조기상용화

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -P08 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
메모리를 위한 수직형 셀렉터 온리 메모리용 칼코겐화합물 영역선택적 CXL 

원자층증착공정 원천기술 개발

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] [ ] 5 )３ 〜

개념 및 개발내용1. 

개념

메모리를 위한 수직형 셀렉터 온리 메모리용 칼코겐화합물 영역선택적 원

자층증착공정 원천기술 개발

수직형 셀렉터온리 메모리용 듀얼기능재료의 최적화된 조성을 개발하고 원자 수준의 

선택적 증착 공정용 전구체 소재를 개발하며 원자층 증착 박막 성장공정을 확립함

수직 구조 메모리에서 메모리 층간에 독립적인 메모리 동작을 위해서전극 층 위에만 

선택적으로 물질을 형성할 수 있는 원자단위 패턴 성장 기술 기술 개발

듀얼기능재료 원자 수준 선택적 박막 형성 공정개발

듀얼기능재료 박막 공정 기술에 적용 가능한 전구체 소재 및 인히비터 소재 개발 

듀얼기능재료 최적 소재 개발 및 셀렉터 온리 메모리 특성 확보 

동작 메커니즘 및 고신뢰성 물질 개발

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성
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개발내용

듀얼기능재료 원자 수준 선택적 박막 형성 공정개발

신규 전구체 기반 듀얼기능재료 원자층 증착 공정개발 및 단차 피복성 확보

인히비터 및 전구체 소재의 선택적 흡착 특성 기반 박막 선택비 확보 공정 

기술 개발

박막 선택비 극대화를 위한 첨단 요소 공정 기술 개발

듀얼기능재료 박막 공정 기술에 적용 가능한 전구체 소재 및 인히비터 소재 개발 

듀얼기능재료 공정용 신규 유기 금속 전구체 개발

흡착 특성 선택적 조절용 인히비터 소재 개발

듀얼기능재료의 인히비터 감응형 공정용 유기 금속 전구체 기술 개발

전구체 소재 및 인히비터 소재 대량 합성 기술 개발

듀얼기능재료 최적 소재 개발 및 셀렉터 온리 메모리 특성 확보

듀얼기능재료의 동작 특성이 최적화된 조성 개발

단일 및 수직형 소자 기술 개발

셀렉터 온리 메모리 특성 확보

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
박막증착률 선택비 단차피복성 스위칭 동작 특성 등 - (Å/min), , , 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 메모리를 위한 수직형 셀렉터 온리 메모리용 칼코겐화합물 영역

선택적 원자층증착공정 원천기술의 선점과 관련 반도체 국내 장비업체의 자립화를 

위해 정부의 지원이 필요한 시점임

기술적 측면 우수한 성능으로 메모리로서의 가능성이 크지만 동작 원리

소재 공정 연구 모든 측면에서 초기 단계이므로 정부와 학계가 집중적인 연구개

발을 통해 기술적인 과제를 해결해나갈 필요가 있음

학습 및 추론으로 대변되는 최신 컴퓨팅 기술은 데이터와 모델의 크기가 증가

함에 따라 필요로 하는 메모리의 양이 기하급수적으로 증가하고 있음 이를 해결

하기 위해 도입이 필요한 메모리용 셀렉터 온리 메모리는 빠른 속도와 높은 

집적도 비휘발성을 특징으로 하고 있어 당면한 기술적 문제를 해결할 수 있을 

것으로 예상됨

시장적 측면 셀렉터 온리 메모리의 개발을 위해서는 소재 장비 소자 연구 및 제

조 기관이 공동의 연구 목표를 설정하고 기술을 개발할 필요성이 있으나 현재 시

장에서 삼성전자 는 개별 기관의 연구를 진행하고 있고 소재 장비 기

업은 불확실성으로 인해 연구개발 투자를 주저하고 있어 정부 주도의 지원을 통

해 시장에 마중물 역할을 할 필요가 있음
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사회적 측면 기존의 또는 스마트폰을 필두로 한 반도체 시장이 주도하는 시장을 

넘어 산업혁명 기조 확산에 따라 자율주행차 사물인터넷 의료전자 웨

어러블 시스템 및 빅데이터 등의 신성장 산업군이 동시다발적으로 반도체 산업을 활

성화할 것이라 분석되어 반도체 수요는 더욱 

활용분야3. 

활용분야

메모리용 셀렉터 온리 메모리 소자

수직형 셀렉터 온리 메모리

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -E01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트
연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
반도체 공정향상과 기술을 위한 고정밀 플라즈마 간접진단기술VM 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

반도체 공정향상과 기술을 위한 고정밀 플라즈마 간접진단기술

고정밀 고속 플라즈마 전기적 간접진단기술 개발/

고정밀 플라즈마 균일도 초고주파 간접진단기술 개발

고정밀 플라즈마 광 간접진단기술 개발

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

고정밀 고속 플라즈마 전기적 간접진단기술 개발

고선형 센서 개발 

플라즈마 회로 모델링 개발 모델링 

고속 측정용 전류전압 해석 모델 개발 데이터 확보 시간 및 측정 정확도 

고정밀 플라즈마 균일도 초고주파 간접진단기술 개발

다중 패치형 컷오프 탐침 기술 개발 개수 및 측정 정확도 

고정밀 플라즈마 광 간접진단기술 개발

플라즈마 광방출 해석 모델링 개발 모델링 및 측정 정확도 
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연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
모델링 개발갯수 건 해석모델 데이터 확보시간 및 정확도 탐침 개발건수 건 및 정확도 등 - ( ), (s) (%), ( ) (%) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 탄소중립을 실현하기 위해 반도체 공정의 온실가스 배출 저

감 관련한 기술 수요가 증가하고 있음 실시간 고정밀 반도체 공정 모니터링은 

공정 최적화 및 공정 이상을 감지하여 제조 수율 향상 뿐 만 아니라 온실가스 

배출량 저감에 큰 기여를 할 수 있는 기술임

기술적 측면 반도체공정 장비는 내부 공간이 협소하고 내부 모니터링을 위한 진

단 포트가 제한적인 상황 실시간 고정밀 공정 모니터링을 위해 외부 신호를 통

합 및 해석하여 가상으로 공정 내부를 관찰하는 가상 계측 

기술이 연구개발 되어 지고 있음 이러한 가상 계측의 정밀도를 향상시키기 위해 

알고리즘 연구 데이터 프로세싱 연구 플라즈마 모델링 및 하드웨어 개발 연구가 

진행중임 

시장적 측면 반도체 공정 난이도 상승에 따른 공정비용 증가 및 수율 저감으로 

인해 반도체 산업이 난항을 겪고 있는 상황 이를 타개하기 위한 제조 수율 증가 

및 탄소중립 실현을 위한 기술에 대한 수요가 증가하고 있음 이를 구현하기 위

한 방법 중 하나인 공정 가상 계측 기술이 연구개발 되어 지고 있으며 기술의 

정밀도를 향상 시키는 기술에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있는 상황

사회적 측면 전 세계적으로 탄소중립 실현을 위해 반도체 소자 부품 장비 등 민

간에선 관련 기술 개발의 필요성을 크게 느끼고 있으며 정부에서도 관련 기술의 

연구개발비를 적극 투자하고 있는 상황 세계적인 규제를 극복하여 반도체 초격

차를 만들기 위해선 정부 민간의 지속적인 투자를 통해 관련 기술의 전문인력 

양성이 절실한 상황

활용분야3. 

활용분야

반도체 제조 플라즈마 공정 모니터링

실시간 플라즈마 공정 모니터링을 통한 반도체 공정 최적화 및 이상감지를 통한 

수율 증대 예상

실시간 공정 모니터링을 통해 탄소배출 저감 활용 가능

반도체 디스플레이 제조 플라즈마 공정 모니터링

본 기술은 반도체 제조 공정 뿐만아니라 디스플레이 제조 공정에도 활용 가능할 

것으로 기대
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지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -E02 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
대응 초고유전율 극박막 소재 및 공정 개발3D DRAM 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

초고집적화에 따른 셀 트랜지스터의 미세화 한계에 봉착

글로벌 종합 반도체 기업은 물리적 선폭 한계를 극복하기 위해 메모리 반도체 

트랜지스터의 구조 변경 및 배열 변경 등의 전략으로 대응

하지만 평면형 의 경우 물리적 한계 극복을 위한 셀 트랜지스터의 구조 

변경을 지속적으로 진행하였으나 소재 및 공정의 물리적 한계에 봉착

은 커패시터의 면적 확보가 필수적이나 미세화에 따른 커패시터의 높이 증가로 인한 공정 

난이도 및 공정비용 상승으로 반도체 소재 및 구조의 혁신이 요구됨

의 지속적인 초고집적화를 위한 구조적 혁신 필요

커패시터의 면적을 확보하고 소자간 배선 간섭 현상을 줄이기 위해 지난 여년

간 지속해온 의 배열 구조를 수직 적층형 구조인 구조로 변경

글로벌 종합 반도체 기업 는 최근 구조 이후 새로운 셀 트랜지스터 구조를 

갖는 차원 적층기술에 대한 컨셉을 발표하며 년 전후하에 시장화가 

가능한 차차세대 핵심기술로 전망  

동일 면적에서 높은 전하 저장이 가능하며 적층형 구조로의 활용이 가능한 차세

대 커패시터 소재 및 관련 공정 원천 기술 필요

금속 산화물 등 및 페로브스카이트 구조의 초고유전체가 소개

되고 있으나 이하의 두께에서 특성 확보가 어려움 따라서 수 에 불과
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한 현 커패시터 구조에서 활용 가능한 신규 소재 필요

높은 를 가진 커패시터내 균일 박막 필름 형성의 어려움이 존재하며 

높은 균일성과 산업적 활용도를 높이기 위한 극박막 형태의 계면 삽입 소재 필요

적층형 공정 적용을 위한 타 반도체 소재와의 호환 가능성 검증 필요

적층형 의 시장화에 맞춰 관련 차세대 반도체 소재 및 공정기술을 보

유한 고급 인력 필요

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

내 유전막 형성시 직접적인 성장을 진행하였으나 소재의 격자상수 차이와 

열팽창계수 차이로 인해 극박막 형태의 고유전율 유전막 형성에 어려움이 발생

불균일한 유전물질 형성 및 불안정한 계면으로 인한 누설전류 발생 증가

고품위의 대면적 극박막 형성 및 누설전류 제어를 위한 단원자층 계면 삽입 소

재 개발 및 공정 기술 개발

적층형 에 적용 가능한 유전율 이상의 소재 기술 개발  

이하의 두께를 갖는 극박막 유전막 소재 대면적 저온 균일 성장 조건 확보

다양한 전극 물질에 따른 거동 분석

다양한 주파수에 따른 커패시터 소자 변조 특성 분석

단원자 두께의 계면 삽입 소재 기술 개발  

핵생성 유도 및 균일 극박막 필름 성장을 위한 계면 삽입 소재 개발

합성 및 적층에 따른 유전막 소재와 이종소재와의 계면 특성 분석

합성 및 적층에 따른 누설전류 증대 억제 및 누설전류 향상 기술 개발 

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
내열특성 누설전류 두께 공정온도 면적 전극 소재  - ( ), Step coverage, , Dielectric Constant, (nm), ( ), (inch), ℃ ℃
개발 종 등( ) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 대 국가전략기술 중 반도체분야의 반도체 소재 중점기술의 중요

성이 부각되며 세대 차차세대 반도체 기술 개발을 위한 국가 단위 경쟁이 이뤄

지고 있으며 해외 반도체 종합기업의 기술적 도약에는 국가적 지원이 있었다는 

평가됨

기술적 측면 초미세화에 따른 트랜지스터 작동성능 향상을 위한 다양한 채널 

소재에 대한 기술 개발은 활발하게 진행되고 있으나 관련된 캐패시터 기술은 여
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전히 유전상수 수준으로 적층형 의 사업화를 위해서는 캐패시터 

및 관련 공정 기술에 대한 발전이 함께 이루어져야 함

시장적 측면 글로벌 메모리 시장은 년까지 약 억 달러 규모 

한화 약 조원 로 성장할 것으로 전망되며 대응 초고유전율 극박

막 소재 및 공정 기술에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있는 상황

사회적 측면 전 세계적으로 탄소중립 실현을 위해 반도체 소자 부품 장비 등 민

간에선 관련 기술 개발의 필요성을 크게 느끼고 있으며 정부에서도 관련 기술의 

연구개발비를 적극 투자하고 있는 상황 세계적인 규제를 극복하여 반도체 초격

차를 만들기 위해선 정부 민간의 지속적인 투자를 통해 관련 기술의 전문인력 

양성이 절실한 상황

활용분야3. 

활용분야

글로벌 메모리 시장은 년까지 약 억 달러 규모 한화 약 조

원 로 성장할 것으로 전망

유전율 이상의 초 고유전 상수를 갖는 극박막 유전막 신소재 개발 및 이를 

관련 시스템 측정 평가 개발을 통해 소재 및 소자 분석 전분야에 걸쳐 국가 경

쟁력 향상 및 원천기술 선점을 달성할 수 있을 것으로 기대

원자삽입층을 통해 격자상수 열팽창계수 및 결정구조와 관계없이 

극박막 유전소재를 형성할 수 있고 이러한 특성 덕분에 원하는 향후 소자표면에 

전사하여 적층형 고성능 소자로 개발할 수 있음

차세대 고성능 전자소자 제작뿐 아니라 광전소자 및 광소자에서도 핵심 원천기술

로의 무한한 가능성을 가지고 있으므로 국가 발전을 위해 특허 및 기술의 선점이 

기대됨

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -E03 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
유리 인터포저 기반 반도체 기판 제작 및 소자 실장 기술 개발2.5D 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

유리 인터포저는 반도체 칩과 패키지 기판 사이에 위치하여 초미세 회로 패턴 

구현이 가능한 중계 기판 기술로서 실리콘 대비 우수한 전기적 열적 특성과 함께

대면적화 및 원가경쟁력을 확보할 수 있는 차세대 패키징 플랫폼 기술

유리 기판 상 초미세 재배선 기술 개발

대면적 유리 인터포저 및 최소 휨 를 통한 고성능 반도체 칩 실장 

기술 개발

반도체 소자 실장부 범프 피치 이하 실장 공정 개발

유리 인터포저 기반 패키지의 접합 성능 최적화 및 신뢰성 향상

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

유리 기판 인터포저 제작 공정 기술 확보

유리 인터포저 기판 두께 에 적합한 직경 공정 확보μ μ

선폭 선간격 이하 범프 피치 이하 재배선 기술 개발μ μ μ

초미세 패턴 형성을 위한 증착 및 현상 공정 개발



- 129 -

유리 기판과 금속 배선 간 접착력 향상 기술 개발

유리 인터포저 기판 표면에 적합한 반도체 소자 실장 공법 최적화

기판 휨발생 억제 기판 사이즈 기준 휨 량 이하μ 를 위한 접착 소재 

및 표면 처리 공정 조건의 확보

열경화 공정 조건 최적화

열 압력 시간 프로파일 최적화를 통한 접합 신뢰성 향상

대면적 기판에서의 균일한 칩 실장 정밀도 을 위한 본딩기술개발

고용량 실장을 위한 공정 최적화μ

전기적 성능 최적화 및 신뢰성 향상 기술 개발

전자기 시뮬레이션을 통한 모델링 및 신호 무결성 분석

실장을 통한 전원 무결성 검증 및 전력망 설계 최적화

유한요소법 기반 열해석 모델 구축 및 검증

극한 환경에서의 신뢰성 시험 조건 수립 및 평가 온습도 사이클 열충격 전압 스트레스 등

기판 전산모사 해석 및 평가 기술

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
선폭 선간격 범프 피치 직경 인터포저 두께 기판 휨량 실장 정밀도 - / ( m), ( m), TGV ( m), ( m), ( m), ( m), μ μ μ μ μ μ

용량 밀도 전원 무결성 전력 구성망 임피던스 등Si Capacitor ( F/mm²), (Power Supply Noise, mV), (m ) μ Ω

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 미국 유럽 대만 등 주요국은 첨단 패키징 기술을 국가 전략산업

으로 지정하여 대규모 지원을 추진 중이며 이에 대응하는 국내 기업의 기술 경

쟁력 확보를 위한 정부의 체계적 지원이 시급한 상황임

국내 디스플레이 산업에서 축적된 핵심 역량 대면적 유리 기판 제조 정밀 패터

닝 박막 증착 등 을 활용한 시너지 창출이 가능하여 차세대 패키징 시장에서의 

글로벌 리더십 확보가 기대됨

기술적 측면 유리 인터포저는 우수한 표면 특성 조도 이하 과 전기적 특

성을 기반으로 초미세 패턴 구현에 탁월한 이점을 제공하나 신규 공정 기술 개

발을 통한 신뢰성 확보가 요구됨

실리콘 인터포저 대비 대면적화 용이성 획기적 원가절감 수준 우수한 전

기적 열적 특성 등 차세대 패키징 플랫폼으로서의 핵심 경쟁력 보유

시장적 측면 년 첨단 패키징 시장 규모는 억 달러로 예상되며 특히 유

리 인터포저 분야는 연평균 이상의 고성장세가 전망됨

글로벌 선도기업들의 적극적인 투자 인텔 억 달러 코닝 억 달러 추진 중

패키징 기술의 전략적 중요성이 부각됨에 따라 국내 소부장 기업들을 중심으로 

한 자생적 기술 생태계 구축이 시급히 요구됨
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사회적 측면 반도체 소자 부품 장비 등 민간에선 관련 기술 개발의 필요성을 크

게 느끼고 있으며 정부에서도 관련 기술의 연구개발비를 적극 투자하고 있는 상

황 세계적인 규제를 극복하여 반도체 초격차를 만들기 위해선 정부 민간의 지속

적인 투자를 통해 관련 기술의 전문인력 양성이 절실한 상황

활용분야3. 

활용분야

첨단 패키징 산업

차세대 컴퓨팅 고성능 컴퓨팅 가속기 서버용 고성능 프로세서

모바일 통신 통신 고성능 저전력 시스템반도체

산업 자동차 자율주행 산업용 로봇 스마트팩토리용 제어 시스템

소재 부품 장비 산업

핵심 소재 고기능성 유리 기판 미세 패턴용 표면처리 도금 증착 고신뢰성 접합 소재

핵심 부품 초미세 재배선 내장형 수동소자 고성능 방열 부품

핵심 장비 고정밀 검사 분석 미세 패턴 형성 첨단 실장 장비

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -E04 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
소재 기반 페로브스카이트 전극 유전체 어셈블리 개발Non-noble metal /

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

차세대 커패시터용 기반 페로브스카이트 구조 전극 유전체

어셈블리 개발

공정으로 페로브스카이트 구조 고유전막 전극막 개발

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

차세대 커패시터용 공정 기반 페로브스카이트 전극 고유전 박막 개발

공정 기반 페로브스카이트 고유전 박막 개발 등 귀금속 제외

공정 기반 페로브스카이트 전극 박막 개발 등 귀금속 제외

전극 유전막 계면 저유전 특성 제거 최소화

어셈블리 및 박막의 낮은 누설전류 특성 확보 

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
공정온도 누설전류 유전율 전극과 유전막 두께 등 - ( ), (A/cm2), , ℃
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지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 페로브스카이트 기반 전극 유전체 소재의 국산화를 통한 기술 종속국 극복

메모리 반도체 초격차 유지를 위한 글로벌 기술 주도권 강화 

친환경 반도체 기술 개발을 통한 지속가능한 기술 확보 

반도체 벨트 구축을 위한 소부장 기술 일체화   

기술적 측면 인공지능 연산을 위해 대량의 데이터 처리를 위한 고속 메모리 필요

을 적층한 형태인 수요 급증 이에 대한 기술 개발 지속적으로 필요

후속 기술 개발 전무한 상태로 고사양의 소재기술 필요성 대두 

메모리 반도체 강국 유지 및 기술 선도를 위해 제조 기술 개발 필요

시장적 측면 차세대 메모리기술 선점을 위한 핵심기술 확보 시급 

소재기술 혁신을 통한 원가 경쟁력 확보 및 생산성 개선 

신규 응용 시장 창출 가능성 제고  

사회적 측면 반도체 산업 생태계 강화 및 전문인력 양성 

친환경 반도체 기술 확산 대응 
활용분야3. 

활용분야

소자에만 국한되지 않고 다양한 전자소자 및 시스템에 활용 가능 

차세대 메모리 반도체 고성능 서버 모바일 차세대 소자 고성능 컴퓨

팅 시스템에 활용 가능 

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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품목번호 품목 일반2025-KCHIPS- - -E05 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedcb원천기술형 gfedc혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야

미션

프로젝트

연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
유기 무기 하이브리드 다층분자막을 이용하여 용 무기 - High-NA positive-tone EUV 

건식 소재 및 공정 개발PR 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 3 [ ] 5 )〜

개념 및 개발내용1. 

개념

유기 무기 하이브리드 다층분자막을 이용하여 용 무

기 건식 레지스트 소재 및 공정 개발

다층분자막 무기 건식 의 소재 설계 및 진공증착 공정 개발

다층분자막 무기 건식 의 진공현상 공정 개발

선택적 원자층증착법 을 이용한 

패턴 제조 및 특성 평가

다층분자막 건식 의 대면적 진공증착 현상 및 공정 개발

핵심 목표 석사 명이상 박사 명이상 자격검증 인력양성 고급인력양성

   

개발내용

다층분자막 무기 건식 의 소재 설계 및 진공증착 공정 개발

해상도와 선단거칠기가 우수한 수직분자선 구조 유기 무기 하이브리드 다층분자막

의 분자설계

분자층증착법 을 이용하여 단분자층 수준에서 

조절하며 수직분자선 구조 하이브리드 다층분자막 의 진공증착 공정 개발
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다층분자막 무기 건식 의 진공현상 공정 개발

유기 무기 하이브리드 다층분자막 건식 의 진공현상에 적합한 전구체 설계

무기 건식 의 고균일도 고선택비 진공현상 공정 개발

를 이용한 패턴 제조 및 특성 평가

를 위한 전구체 설계

다층분자막을 기반으로 공정 개발

다층분자막 패턴에 해상도와 선단거칠기가 우수한 초미세 패턴 제조

다층분자막 무기 건식 의 대면적 공정 개발

다층분자막 소재의 대면적 진공증착 현상 및 공정 개발

해상도와 선단거칠기가 우수한 초미세 패턴의 대면적 제조 기술 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
해상도 선단거칠기 광감도 - (nm), (nm), (mJ/cm2 표면거칠기 등 ), (nm) 

지원 필요성2. 

지원필요성

정책적 측면 반도체 초격차 전략의 핵심요소로 기술 자립화에 필요 

글로벌 공급망 재편에 대응하는 기술 자주권 확보 

미래 반도체 소재 산업 경쟁력 확보 및 경쟁력 강화    

기술적 측면 리소그래피 기술을 이용한 초미세 패턴 

제조하기 위해서는 무기 건식 소재가 필수적임

현재 고해상도 패터닝에 이용되고 있는 고분자 기반의 화학증폭형 레지스트

는 낮은 식각저항성 및 산의 확산에 의한 

해상도 선단거칠기 저하 문제를 가지고 있음 

산촉매 를 사용하지 않는 무기 에 대한

관심이 집중되고 있으나 무기 은 모두 특성을 가짐

시장적 측면 글로벌 시장 선점 및 수익성 향상 구조 구축 

고부가가치 소재 시장 진입 기회 확보 

지속적인 수요 증가에 따른 안정적 성정성 기대 

사회적 측면 고급 일자리 창출 및 산학연 네트워크 강화 

소재 전문기업 및 연구자 육성 

첨단 반도체 생산 기반 강화 및 인프라 구축 지원 
활용분야3. 

활용분야

년 이후 반도체 제조 공정에 본격적으로 도입되는 노광기는 차세

대 리소그래피의 핵심 요소로 평가되고 있으며 노드 이후 
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선폭 이하의 초미세 패턴 제조를 구현하기 위한 필수기술임 

진공증착과 진공현상을 모두 적용할 수 있어 및 특성을  

자유자재로 구현할 수 있어 차세대 메모리 및 로직 공정 모두 활용 가능
지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 비영리기관

기술료 징수여부 비징수
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인공지능반도체핵심기술개발 PIM

품목번호 품목 일반2025-PIM- - -01 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체장비

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야
미션

프로젝트
연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
원자수준 증착 가능한 용 장비 개발MRAM PVD 

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜
개념 및 개발내용1. 

개념

용 을 구현하기 위해서 자성물질과  PIM MRAM(Magnetic Random Access Memory) , ㅇ 

터널링 배리어 소재를 초고진공 환경에서 원자 수준으로 균일하게 증착할 수 있는 

및 지능형 장비 구현이 필요DC RF PVD 

소자의 핵심층은 이하의 얇은 박막의 조합으로 구성되므로 원자수준  - MRAM 20nm , 

증착 속도 제어와 박막 균일도 확보를 위한 지능형 장비 개발PVD 

챔버 내부의 플라즈마 밀도 및 영역을 제어할 수 있는 고성능 설계 기술 - Magnet 

소자 구현을 위한  - MRAM 원자수준 초고진공 및 스퍼터링 장비 기술 DC RF 

 - 초고진공 및 스퍼터링 챔버 마그네트론 플라즈마 소스 플라즈마 모니터링이 DC RF , , 

가능한 등을 포함한 용 통합 장비ESC MRAM PVD 

 - 용 MRAM MTJ(Magnetic Tunnel Junction) 증착 및 소자 특성 full structure (터널 

저항비 및 균일도 등) 분석 기술 

핵심 목표 자성물질 및 터널링 배리어 물질 증착을 위한 

박막균일도 이하 를 달성할 수 있는 용 장비 개발(3% ) MRAM PVD 세계 최고수준

개발내용

용 원자수준 초고진공 및 DC RF 스퍼터링 장비 개발

 - 자성물질 금속 증착용 스퍼터링 장비 개발  , DC 
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 - 터널링 배리어 물질 증착이 가능한 초고진공 RF 스퍼터링 장비 개발

스퍼터 장비용 마그네트론 플라즈마 소스 개발

챔버 내 고밀도  - 및 영역 확장을 위한Plasma  자속 밀도 비율 N-S 200% 이상의 비 

평형 마그네트론 플라즈마 소스 개발

플라즈마 실시간 모니터링이 가능한 시스템 개발

 - 용 플라즈마 센서 내재화 개발 PVD ESC 

 - 플라즈마 밀도 및 균일도 실시간 측정 기술 및 플라즈마 공정 조건별 데이터베이스 구축

용 공정장비 지능화 기술개발PVD

 - 을 활용한 지능화 플랫폼 개발Edge Computing

 - 장비 공정 소자성능 데이터를 활용한 솔루션 개발 / / AI 

 - 원자수준 증착용 박막 두께 정밀제어 기술 개발PVD 

 소재 조성 최적화 및 결정성 제어공정 개발 

 - 자기저항성 확보를 위한 자화 열처리 도 이상 공정 개발(200 ) 

 - 결정립 크기 조성 및 계면 조도 저감을 위한 원자수준 박막 제어 및 분석 기술, 

300mm 공정 장비의 자기 터널 저항비 및 균일도 구현 검증PVD MTJ (TMR) (Uniformity) 

 - 용 공정 장비의 증착 구현MRAM PVD MTJ Full structure  

 - 용 증착 이상 구현 공정 기술 개발 MRAM PVD MTJ TMR 100% 

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
박막균일도 기저압력 상온 솔루션 수량 자기저항비 플라즈마 소스  - (%), (Base vacuum)@ (Torr), AI (ea), (TMR) (%), 

자속 밀도 비율 등N-S (unbalanced ratio)@1000 Gauss 

지원 필요성2. 

지원필요성 

정책적 측면 국내 박막증착장비 산업은 분야 중심으로 국산화가 

활발히 이뤄졌으나 반도체용 스퍼터 장비는 여전히 대부분 해외 수입에 

의존하고 있어 국산화가 시급함 반도체 장비 산업 전반의 경쟁력 확보를 위해 

국가 차원의 정책적 지원이 필요함

기술적 측면 차세대 비휘발성 메모리 에서 고품질 금속 비금속 박막 증착이 

필수적으로 요구됨에 따라 초정밀 두께 제어가 가능한 스퍼터링 기술이 요구됨

 - 용 장비의 핵심 기술은 전량 해외 장비에 의존하는 상황이며 국내는 MRAM PVD , 

년 이상의 기술 격차가 존재함5 .

 - 국내 기술은 년 이상의 격차가 있고 용 양산 장비는 전량 해외 

업체에 의존하고 있는 실정임

 - 글로벌파운드리스 등 주요 소자업체들은 

을 중심으로 상용화와 대규모 생산을 추진하고 있으며 국내 기업들도 

을 
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차세대 메모리로 추진 중이나 이를 뒷받침할 국산 장비가 없어 글로벌 

파운드리 등 해외 장비 기업 의존도가 매우 높음

시장적 측면 현재 웨이퍼 공정용 장비는 사실상 국산화가 전무하고300mm PVD , 

일부 장비만 국내 양산화가 이루어졌음 국내 업체 중 장비를 200mm . 300mm PVD 

개발 중인 기업은 극히 소수이며 그나마도 후공정용으로 제한되는 실정임, . 

 - 글로벌 주요 장비사 등 는 (Applied Materials, Tokyo Electron, Canon Anelva )

이미 나노 스케일 자성층 절연층 정밀 증착 기술을 보유하고 에너지 절감 환경 · , ·

보호 관점에서 기술 고도화를 진행하고 있음.

사회적 측면 디지털 전환 가속화 에너지 효율성 향상 신뢰성 높은 데이터 보호

일자리 창출 환경 보호 등이 국가적인 과제로 대두됨 과 같은 차세대 

메모리 기술은 저전력 고성능 특성을 통해 다양한 분야 인공지능 사물인터넷

클라우드 등 에서 활용도가 높아질 전망임 국산 장비 개발을 통해 반도체 

장비 생태계를 강화하면 국가 기술 주권 확보와 경제성장 사회 인프라 강화에 

긍정적인 효과를 기대할 수 있음
활용분야3. 

활용분야

제조용 초고진공 공정장비

반도체 소자 제조용 금속 절연체 증착 장비

반도체 용 정전척

원자수준 제어 가능한 용 박막 증착장비
지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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품목번호 품목 일반2025-PIM- - -02 산업기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

개발형태 gfedc원천기술형 gfedcb혁신제품형 반도체소자 및 시스템

혁신도전형 gfedc세계최초 gfedc세계최고 gfedcb해당없음

초격차프로젝트
해당없음( )

분야
미션

프로젝트
연계유형 gfedc 연계BI gfedc 연계IP R&D gfedc디자인연계 gfedc표준연계 gfedcb해당없음

특성분류

gfedc경쟁형과제 gfedc복수형과제 gfedc국가핵심기술 gfedc국제공동

gfedc대형통합형 gfedc민간투자연계형 gfedc서비스형 gfedc안전관리형

gfedc원스톱형 gfedc유연 컨소시엄 gfedc챌린지 트랙 gfedc초고난도 과제

gfedc탄소중립 ESG gfedc E gfedc S gfedc G gfedcb해당없음

자율성트랙R&D gfedcb 자율성트랙 일반R&D ( ) gfedc 자율성트랙 지정R&D ( )

품목명
기반 고성능 메모리 소자의 방열구조 설계 및 방열소재 개발PIM

시작 단계 종료 단계(TRL : [ ] 4 [ ] 7 )〜
개념 및 개발내용1. 

개념
 ㅇ 및 서버 등에 사용되는 고성능 메모리의 경우 지속적으로 대량의 데이터 전성을 

전송해야 하므로 높은 대역폭과 전력이 요구됨

메모리 프로세서 등 반도체 소자에서 발생한 열은 수명감소 및 오작동을 유발할 수 

있으므로 일정 온도 이상 올라가지 않도록 시스템을 이용하여 성능제한을 하고 있음

따라서 효과적인 열관리만으로도 반도체 소자의 평균 성능을 향상시킬 수 있으

므로 효과적인 열관리 방법이 지속적으로 요구되고 있음

특히 의 경우 상대적으로 높은 열을 발생시키는 프로세서 

소자가 있으므로 열에 취약한 메모리 소자의 성능을 유지하는데 어려움이 있음

본 과제에서는 및 과 같은 고성능 메모리의 효과적인 열관리를 위한 

방열구조를 제안하고 해당 방열구조에 적합한 소재를 개발

핵심 목표 열전도도 이상의 방열소재 적용 세계 최고수준

개발내용

방열 효율 극대화를 위한 형상 최적화 설계

깊이 폭 개수 와 거리 등 위치 및 형상 최적화를 위한 설계 

열전도도 이상의 소재 개발

고방열 소재 고방열 필러 개발 및 종류 및 함량 최적화 

유변특성과 최적화에 적합한 소재 확보 
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내부 이하 이 가능한 공정 개발 및 공정조건 확보

내부 제어 신뢰성 확보 가능한 공정조건 공정조건 확보

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
 - 열전도도 내열특성 열 안정성(W/m ), ( ), (KS M ISO 11358) (%), ℃K 등

지원 필요성2. 

지원필요성 

정책적 측면 최근 첨단 반도체 패키징 분야에서의 경쟁 격화와 반도체

개발 사례에서와 같이 패키징 기술 선점에 의한 시장 선도가 매우 

중요한 국가적 과제이며 지속적인 연구개발 환경 제공과 상용화에 대한 정부

지원이 반드시 요구됨

고성능 메모리 분야는 반도체와 연계되어 빅데이터 클라우드 컴퓨팅 등 

미래 국가 경쟁력 확보와 성장동력의 기반이 되는 요소기술로 월 정부는 

반도체 이니셔티브 전략을 발표하여 종합적인 지원정책을 수립함

기술적 측면 구조에서는 매우 빠른 응답성과 전산 처리 속도가 중요한 

만큼 발열에 대한 해결방안도 함께 제안되어야 하나 수의 증가속도에 대비

하여 방열 구조와 소재는 그에 미치지 못하여 한계 온도가 지속적으로 증가 

추세에 있어 기능의 방열 구조와 신뢰성이 확보된 고방열 

소재의 개발이 시급함

본 과제에서 제안하는 가능한 방열 구조 및 고열전도 소재 

개발은 과 소자의 열 관리 문제를 해결하여 장기적인 성능 유지와 에너지 

효율을 극대화하기 위한 필수적인 기술로 작용함 또한 개발을 통해 확보된 기술은 

메모리 소자의 발열관리를 통해 성능유지 및 구동 신뢰성 확보가 가능하며 향후 

고성능 메모리와 반도체 기술 발전에 중요한 기여를 할 것으로 기대됨

시장적 측면 을 포함한 세계 메모리 소자 시장규모는 년 억 달러PIM 2022 1536.1

였으며 년 억 달러에서 연평균 로 성장하여 년 억 달러로 , 2023 1667.9 8.58% 2032 3500

성장할 것으로 전망됨. 출처( : Market Research Future, 2024.11)

  - 방열 재를 포함한 세계filling 방열 고분자 소재 시장규모는 년 억 만  2022 1 3930

달러였으며 년 억 만 달러 이후 연평균 로 성장하여 년에는 , 2023 1 5490 12.8% , 2030

억 만 달러에 달할 것으로 전망됨3 5960 . 출처( : Fortune Business Insights, 2024.10)

사회적 측면 현재 사회 변화의 키워드인 생성형 인공지능은 초고속 데이터 통신

자율주행차 가전 제조업 의료 교육 국방 분야 등 사회 전반 영역으로 확장되고 

있으며 향후 변화를 더욱 가속화 할 것이므로 인공지능의 핵심 요소인 및 

그 열관리 기술의 확보는 매우 중요한 이슈임

또한 고성능 메모리와 반도체의 효율적이고 안정적인 운영을 통해 지속 가능한 

기술을 확보하고 친환경적인 기술 발전을 도모함으로써 디지털 사회에서의 핵심 

산업으로 자리 잡는 용 고성능 반도체 분야에서의 주도권을 강화하는 데 기여 할 수 있음
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활용분야3. 

활용분야

은 에지 컴퓨팅의 핵심인 분야 핵심기술로 미래 사회 

전반의 다양한 산업 분야에 활용될 것임

방열 패키징을 위해 개발되는 방열구조 및 소재는 이종집적 및 

기반 첨단 반도체 패키징 분야 자율주행 자동차용 반도체 분야 등에도 동시에 

사용될 수 있어 그 경제 사회적 파급 효과는 매우 크다고 예상됨

의 미래 활용 분야인 시장 규모는 년 억 달러로

년 이후 연평균 로 성장 년에는 억 달러에 달할 것으로 전망

되고 있어 방열 패키징 기술의 확보는 관련 산업의 세계 시장 확보에 매우 

중요함 출처

지원기간 예산 추진체계4. / /

연구개발기간 개월 이내 차년도 개발기간 개월 차년도 각 개월

정부지원연구개발비 년 억원 이내 총 정부지원연구개발비 억원 이내

주관연구개발기관 중소 중견 기업

기술료 징수여부 징수
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